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OBJETIVOS

1. En la actualidad las memorias EPROM tienen una gran demanda en
el campo de la publicidad, sistemas industriales de control,
computadoras, aplicaciones domésticas, etc. Es nuestra intencién
al presentar este trabajo, dar una alternativa de solucidén a la
necesidad de programadores de memorias EPROM que tienen

estudiantes, ingenieros, personal de mantenimiento, etc.

2. Con la implementacién de este programador de memorias EPROM se
esperard. poder prodramar y leer las memorias EPROM 2716, 2732,
2764, 27128, 27256 y 27512, através de una computadora personal

compatible con IBM.

3. Al diseflar este programador de memorias EPROM por computadora,
se pretende llegar a conocer en una forma préctica una de las
muchas aplicaciones que tienen las computadoras personales. Para
nuestro caso es experimentar el control por computadora de un

dispositivo periférico de disefio propio.

4, La mayoria de los programadores de memorias EPROM permiten
grabar varias EPROM de diferentes caracteristicas, tienen la
capacidad de leerlas, y algunos hasta pueden almacenar el contenido
de las EPROM en otros medios de almacenamiento. Deseamos que este
programador cumpla con las funciones basicas de los programadores

de memorias que se pueden encontrar en nuestro medio.
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INTRODUCCION

En este trabajo de graduacidn, titulado PROGRAMADOR DE MEMORIAS
EPROM POR COMPUTADORA se presenta una aplicacidn de las
computadoras como control de un dispositivo de hardware. También
se hace mencidén sobre la importancia que tienen en la actualidad
los programadores de memorias EPROM, y las diversas formas que hay
para programar las EPROM. Como un programador de memorias por
computadoras es un dispositivo de hardware controlado por software,
es necesario hacer un estudio breve a lo gque es el controlvpor
computadora, en el cual veremos como sacar informacién de la
computadora hacia un dispositivo externo o por el contrario obtener

informacidén de un dispositivo externo hacia la computadora.

Finalmente se hablard especificamente sobre el hardware del
programador de memorias EPROM por computadora, explicando cada una
de sus partes y las formas en que se van generando las seflales que
controlan a estas secciones del programador. Como el programador
es controlado por la computadora se presenta el software utilizado
para realizar las diferentes funciones que el programador

contempla.



CAPITULO I

PROGRAMADORES DE MEMORIAS

1.1 DESCRIPCION GENERAL

Los programadores de memorias (PM), son aparatos que permiten
almacenar informacidén en las memorias, con el objetivo de ser
retomada cuantas veces se quiera la informacién para diversas
aplicaciones, las cuales pueden ser sistemas de computadoras,
controladores de luces, avisos luminosos, etc. Inicialmente se
puede dividir el sistema de programacidén en dos partes basicas: el

programador memoria propiamente dicho y la memoria.

Se puede mencionar que el programador de memorias debe ser capaz
de indicar a la memoria en que parte de ella serda almacenada la
informacién que se desea, que informacidén serd almacenada,
proporcionar las alimentaciones adecuadas para la operacidén de
programacidén y la generacién de 1la seflal que efectua la
programacién. Estas se puede decir, a rasgos generales, que son las
funciones basicas de un programador de memoria. Dependiendo de la
complejidad del programador, es decir de los alcances que este
tenga, se pueden encontrar programadores en el mercado que
presenten otras funciones entre las que se pueden mencionar el
duplicado de memoria, la programacidén de diferentes clases de
memorias, programacién desde un teclado, programacidén por sistema
microprocesado, etc. La figura 1.1 muestra un sistema de

programacién de memoria formado por el programador de memoria y la

memoria.



SISTEMA DE PROGRAMACION

tiempo
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alimentaciénl

memnozi
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Figura 1.1 Sistema de Programacidén de Memoria.

1.2 ESTRUCTURA BASICA

Partiendo de las funciones bésicas que se mencionaron en la seccidn
anterior el programador de memorias se divide en 4 bloques, los
cuales son: Generador de localidades de memoria, Generador de datos
a programar, fuente de alimentacidén y generador de tiempos de
programacidén. La figura 1.2 muestra los cuatro blogques basicos de
un programador de memoria. Cada uno de estos bloques entra a
funcionar en una forma secuencial de tal modo gue cuando se de el
tltimo paso (sefial de programacién) la informacién , la localidad

y las alimentaciones hayan sido seleccionadas.
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Figura 1.2 Diagrama a Blogques de un Programador de Memorias

La figura 1.3 muestra la secuencia para la programacidén de una

memoria.
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Figura 1.3 Secuencia de Programacién de una Memoria
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La seccién de alimentacidén es la encargada de proporcionar la
alimentacidén que regquiere la memoria para ser programada, y esta
dispuesta de acuerdo al tipo de memoria; 1los valores de las
alimentaciones son indicadas en las hojas técnicas del fabricante

(apendice D).

La seccidén generadora de localidades de memoria es la que
proporciona la informacién nesesaria a la memoria con respecto a
las direcciones de las celdas donde se programard una informacién
cualquiera. Esta seccidén puede estar formada por contadores, por
cerrojos que almacenan el nimero de la localidad, interruptores,

etc.

LLa seccidn generadora de datos es la que genera la informacién
gque serd almacenada en la memoria. Estos datos pueden ser generados
apartir de un teclado, de otra memoria, de una etapa de cerrojos
donde han sido almacenados previamente, contadores, etc. La figura
1.4 , muestra varias formas para generar datos que seréan
programados en una memoria y la informacidén que indica a la memoria

cual de sus celdas seran utilizadas para almacenar un dato.
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Figura 1.4 Generadores de Localidades de Memoria y Datos

La seccidn generadora de tiempo de programacidén puede ser un
temporizador monoestable gque es disparado manual o automaticamente,
o ser generado apartir de otro circuito generador de base de
tiempo, etc, La figura 1.5, muestra un oscilador monoestable como

generador de tiempo de programacién.
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Figura 1.5 Generador de Tiempo de Programacién a partir de un
Multivibrador Monoestable.



CAPITULO I1I

CONTROL POR COMPUTADORA

2.1 CONTROL POR COMPUTADORA

Las computadoras personales IBM seran el marco de referencia como
control para la aplicacidén de este proyecto, sin embargo bodria
utilizarse cualquier computadora no compatibles a IBM teniendo en
cuenta los ajustes necesarios en lo que al software y hardware
respecta. Se comenzarada por definir lo gque es un control por
computadoras observando la figura 2.1, la cual muestra, como una
computadora puede ser conectada para dirigir el funcionamiento de
otro dispositivo periférico, esto en esencia, indica gque el

control por computadora es: hacer que la computadora dirija la

CABLE DE UNION

= / \

— .
?EPD q
/ DQOQDQOE)EJGD 288
COMPUTADORA INSTRUMENTO
EXTERNO

Figura 2.1 Una computadora conectada para dirigir un equipo
externo. The IBK PC Connection, Coffron-James W.
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seccidn fisica o eléctrica de un dispositivo de hardware externo.
En la mayoria de aplicaciones de control por computadora debe haber
un medio de entendimiento <como el hardware externo esta
respondiendo a su control. En otras palabras la computadora no sélo
dirige la accidén de un hardware externo , sino gque también lo

monitorea.

La figura 2.2 muestra la parte del proceso en la cual interviene
la recepcidn de informacidn proveniente del hardware externo o de
la computadora basandose en 1la informacidén gque recibe, 1la
computadora puede modificar las ordenes que le da al hardware
externo. Este ejemplo ilustra los elementos basicos del control por.
computadora. Notese que hay dos procesos involucrados.

-La computadora manda ordenes al hardware externo.

-L.a computadora recibe informacidén del hardware externo.

CABLE DE UNION

o,

INDICAH EL FLUJD
DE LR INFORMACION  yyorpungNTO

EXTERNO

Figura 2.2 La computadora envia y recibe informacién del
equipo externo. The IBK PC Connection, Coffron-James ¥.



2.1.1 INSTRUCCION OUT

Para llevar acabo la implementacidon de los dos procesos béasicos
mencionados anteriormente se escribird el programa utilizando
QBASIC, debido a que presenta una gran similitud con BASIC y féacil
programacién. Corriendo un programa desde QBASIC se puede
direccionar informacién de cualquier tipo a la tarjeta E/S (entrada
o salida), y también se puede tomar informacién en la tarjeta E/S
para procesarla. Para sacar informacidén digital desde un programa
de QBASIC se wusara la instruccién OUT la cual describe a

continuacién: La sintaxis de la instruccién es:
ouT (DIRECCI@N,DATO)

La direccién usada por la instruccién OUT indica el espacio fisico
en la IBM-PC, donde la informacidén va a ser depositada desde el
programa. Algunas de las direcciones de salida son reservados para

el uso exclusivo de la IBM-PC.

Para el programador solo se utilizaran 8 de los 65,535 direcciones
de salida. La figura 2.3, muestra como se especifica la direccidn
donde se desea enviar la informacién. El segundo elemento de la
instruccién OUT es el dato (la informacién digital actual que va
a ser entrada a la direccidén especifica. La direccidén especifica

a donde, de todo el sistema, va a ser enviada la informaciédn).
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SLOTS E/8
— A = 150
FOR T = 1 10 50
OUT dir, dato
6
) J1
EL DATO RS EMVIADO
A LA DIRECCION J1

Figura 2.3 Como un programa en ejecucién,
selecciona uno de varios dispositivos. The IBM PC
Connection, Coffron-James W.

2.1.2 FORMANDO LA DIRECCION DE SALIDA

A continuacidén se presentard como formar la direccidn correcta,

dependiendo de las direcciones E/S del dispositivo de salidas.

Cada SLOT de salida de la IBM-PC, tiene acceso a cualquiera de las
direcciones de salidas que se puedan formar (cualquier direccién
de 0 hasta 65,535) algunas de las direcciones de salidas son usadas
solamente por la IBM~PC, la tabla 2.1, muestra las direcciones
de salida que no pueden ser usadas para ningln otro propdsito que

no sea para el cual el fabricante lo disefio.

Al revisar la tabla 2.1, se pueden observar unos espacios libres,
en los rangos de direccién, algunas direcciones que no son usadas

por ninguno de los dispositivos periféricos de la IBM-PC.
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Por ejemplo, el rango de 200H —ZOFH son usados por el adaptador E/S
de juegos, mientras el rango 210H - 21F; no son usados por ningun
dispositivo periférico. y entonces no es mostrado en la tabla 2.1.
Como resultado se puede disefiar un dispositivo periférico para que

responda a una direccidn entre 210y y 21Fy.

RANGO HEX 9 8 7 6 5 4 3 2 1 v 0 ELEMENTO
00-0F 0o}loflo|o /| o | 2z |A3|A2|Al | A0 | DMA 8237
20-21 olo0olO0 |01 ]2} 2 1|2 |2Z |A0 | INT 8259
40-43 olof|oO0j{1|O0o | 2|2z | 2 |AL|AO | TIM 8253
60-63 0 0 0 1 1 Z Z Z Al | AO | PPI 8255
80-83 0}l0 (|10 }|0] 2|2 |2 |AlL|AO | DMA PGR

AX 0]l0{1]0 1 NMI MASK

CX ojo0ojl1j11]o0 RESERV

EX olo |1 f1¢}1 RESERV
3F8-3FF 111 1 1 1 1 1 A2 {Al | BO | RS-323-C
3F0-3F7 1 ({1 }1| 1111} o0 |A2]|Al]| A0 5% DRV
2F8-2FF 1 0 1 1 1 1 1 | A2 | AL | AO RESERV
378-37F l1j11}10/|11 1|11 | 2Z |AL{ A0 | PRTR PRT
3D0~3DF 1 1 1 1 0 1 |A3 | A2 |Al | AO CGA
278-27F 1 0 0 1 1l 1 1 Z |Al { AO RESERV
200-20F 10|00 |0 ] 0 |A3]|A2|AL ]| A0 | GAME 1/0
3BO-3BF 1 1 1 0 1 1 |A3 | A2 {Al | AO IBM MD

Tabla 2.1 Mapa de direcciones E/S para una computadora IBM.
* 7= no importa.The IBK PC Connection, Coffron-James W,
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Para el caso se utilizard el rango de direcciones E/S entre 2B8y y
2BFy, estas direcciones no son usadas por ningin dispositivo
periférico lo cual lo deja disponible para el uso del programador.
Hay varios rangos gqgue puedan ser utilizados, este rango puede ser

seleccionado arbitrariamente.

Asumiendo que todas las direcciones de salida son mayores o iguales
que 2B8; y menores o iguales 2BFy. Si se hace esto la operacidn de

la IBM-PC no se vera afectada.

Usando esta informacidn se puede seleccionar la direccidn apropiada
para la instruccidn OQUT, simplemente conociendo en que direccién
se encuentra el circuito que se va a controlar. El hardware con que
se quiere comunicar debe tener una direccidn o direcciones de
salida. Para mandar informacién a este hardware se debe conocer las
direcciones exactas. Para mandar informacioén al hardware se usara

la instruccidn de la siguiente manera:

OUT 2BF,DATO

Notese que, en este ejemplo de la instruccidén OUT, sbé6lo se
especifica la direccién, el contenido del dato no es relevante
todavia. El dato va ha ser enviado a cualquier dispositivo de
salida que resida en la direccidén especificada. En este caso, va
ha ser el Programador. Luego el dato va a ser enviado a él

electricamente.
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2.1.3 INSTRUCCION INP

La instruccién INP es la instruccidén complementaria de la
instrucecidén OUT, tomando encuenta que las direcciones de salidas
consideradas anteriormente en la instruccién OUT. (2B8H ~ 2BFH), se
puede tomar una como direccidén de entrada y especificamente para

el caso ZBBP

VARIABLE = INP DIRECCION

Al ejecutar esta instruccidén con la direccidén apropiada la IBM-PC
toma el dato que se encuentra en el dispositivo periférico que

reside en esta direccién.

Hay que tomar en cuenta que para la instruccidén OUT se debe
controlar el sentido de la informacién que es bilateral, de la IBM-
PC hacia el dispositivo periférico y por el contrario con la
instruccidén INP el sentido debera ser desde el dispositivo

periférico hacia la IBM-PC.

Esto es de suma importancia cuando estos dos modos de dar y obtener
informacién se combinan en un sélo programa y un dispositivo de

programa como lo es el ecircuito del programador de memorias.
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2.2 HARDWARE DE ENTRADA Y SALIDA PARA IBM-PC

En esta seccidén se verad el hardware interno y externo necesario

para la entrada y salida de datos desde y para una IBM-PC,

2.2.1 SALIDA ELECTRONICA POR IBM~PC

Se puede dividir este proceso en cuatro principales secciones
electrénicas digitales:

l1.- El circuito habilitador para el dispositivo .externo

2.~ La sefial de escritura para salida desde la computadora.

La sefial de escritura para el circuito.

w
f

El almacenamiento o captura de datos de salida

NN
]

Estas cuatro secciones operan juntas para realizar la funcidén de
salida de datos. Si una de ellas falla al realizar la operacidn de

salida fisica, no trabajara.
CIRCUITO HABILITADOR

Cuando un circuito habilitador esta activo significa que 1la
computadora esta direccionando electricamente el circuito de
salida. La IBM-PC puede comunicarse con mas de 64000 circuitos
diferentes. Es por eso que tiene que haber un medio de informaciodn
eléctricamente a un circuito de salida que esta siendo seleccionado
para comunicarse con él. Esta comunicacidén es realizada

internamente en la computadora através de las lineas llamadas
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lineas de direccidn, estas lineas son salidas, en los conectores
E/S de la IBM-PC. La figura 2.4 muestra el pin-out de un conector
E/S de una IBM-PC 8088, el cual es la base para las siguientes
generaciones de maquinas, la figura muestra el namero de pin y el

nombre de la seilal de cada pin.

sefial Bi Al sefial
GND -I/OCHCK
RESET DRV n
5V D6
1rQ2 D5
-5VDC D4
DRQ2 D3
-1av D2
RESERVED Dy
1av B10 A10 Do
GND 1/Q CH RIYY
MEM® AIN
MEMR a1
(% Alg
108 AN
DACKS &16
DRQ3 AlS
DACK1 Al
DROT A3
DACKO 550 %0 AR
CLOCK Aft
IRQY A10
1XQ6 A09
IRGS A08
IRGS A07
IrQ3 A06
DACK2 &05
uc A0
ALY AD3
5 A03
osc B ey &0t
GND A00
LADO DX COMPONWENTES

Figura 2.4 Diagrama de un Slot E/S de una
computadora IBM. The 1BH PC Connection, Coffron-James H.
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e [ 'ri ,_1_>;>‘L<zxmmtr_m::mmn
AR — i
=3 7430
= SELECCION DE PUERYO

Figura 2.5 Circuito decodificador. The IBY PC Connection, Coffron-lames H.

La sefial habilitadora que interesa sera generada por la combinacién

légica que existe en las lineas de direccién B; - Ay. Retomando la

instruccién OUT en QBASIC es necesario especificar una direccién.

Esta direccién tendra que ser puesta en las lineas de direccitdn de

la computadora. Teniendo que reconocer electricamente cuando esta

direccidén estd en las lineas de direccién de la computadora, la

figura 2.5 muestra un circuito simple que reconocera la direccidn
2BFH. La figura 2.5 nos muestra que cuando las lineas de direccién

Ay - By son iguales a : 1010111111 (2BF), la sefial denominada

SELECCION DE PUERTO es un cero ldégico. Para todas las demas veces

la sefial seleccién de puerto es un 1 légico. La idea principal con

’
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este ejemplo es que se tiene un significado légico de la direccion

cuando el ntmero 2BF es puesto en el bus de direccioneg.

AdemAds la figura 2.5 muestra la sefial llamada AEN, esta linea es
usada para indicar elécticamente al sistema que la linea de
direccidn, dato y bus de control estan siendo controlados por el

microprocesador.

Cuando esta seilal AEN es un 0 l16gico la direccidn de salida en la
linea de direccidn Ay ~ By es valida y puede ser usada para la
decodificacidén de una direccidn de salida seleccionada. Siempre que
AEN sea un 1 ldégico, se indicarad que la direccidn deseada no esta
siendo generada por el microprocesador, y no puede ser usada par o

decodificar una salida de direccién.

Al diseflar un dispositivo hardware de E/S, el REN, debe ser uscado
y detectado para un cero ldgico, como podemos ver en la figura 2.5,
La linea de seleccidn de tarjeta no serd un cero ldgico a menos que

la linea seleccidn de puerto y AEN sean 0 16gicos al mismo tiewmpo.

SENAL DE ESCRITURA DE SALIDA.

La siguiente sefial es llamada -IOW, cuando esta seflal es un 0
l6gico la IBM-PC estd sacando datos a un circuito E/S. Durante

la ejecucidédn de una instruccidén OUT esta sefial sevrd upn 0 ldgico

porque la computadora estard escribiendo datos en una diteccidn de
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salida especificada en el comando QUT. Esta sefial esta cambiando
constantemente porque 1la IBM~PC estd comunicandose con los
circuitos E/S atn cuando no los estemos dirigiendo. La computadora
realiza esta accidén cuando se esta comunicando con el teclado, un

impresor o una pantalla de video.
SENAL DE ESCRITURA PARA EL CIRCUITO

Esta seflal es generada por la combinacién de la sefial -IOW y 1la
seflal seleccidn de tarjeta del circuito de la figura 2.5, cuando
ambas sefiales son 0 ldégicos se genera una nueva sefial, 1lamada
sefial de escritura de tarjeta. La figura 2.6 ,muestra un diagrama

a bloque de este concepto.

SELECCION
DE stfian spfiaL D
,L Z3CHTURA
) DETAMIETA
SELECCIONDE e
TARJETA (FIG 247 l

plal

(SEfiatEs DEL
SLOT 1/0 )

Figura 2.6 Diagrama a blogues que muestra como la seifial
Seleccidén de Tarjeta y la IOW generan la sefial de
escritura de tarjeta. The IBM PC Connection, Coffron-James H.
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La figura 2.7 muestra un esquema completo para generar la seflal de
escritura de tarjeta, esta sefial se vuelve activa cuando la IBM -PC

ejecuta la instruccidén OUT.

CAPTURA DE DATOS DE SALIDA

Esta captura se realiza con la utilizacién de Flip-flop tipo "D"
los cuales capturan el dato presente en las lineas de datos Dy - Dy.
Estos cerrojos tienen una funcidén importante, ya que almacenan
temporalmente el dato enviado por la IBM~PC al circuito externo.
Recordemos que la instruccidén OUT incluye una direccidén y un dato,
la direccidn selecciona el circuito E/S y el dato especificado es
enviado al circuito externo, los cerrojos de salida almacenan el

dato.

La computadora presenta el dato en los pines de entrada de los
cerrojos de salida (figura 2.8). En este momento la sefial de
escritura de tarjeta da un pulso de escritura a los cerrojos, y
se mantienen almacenados ahi hasta que la computadora sea instruida
nuevamente para escribir otro dato en la misma direccion.

El dato en la salida de los cerrojos puede ser usado para controlar
cualquier hardware que deseemos. La figura 2.9 muestra un

dispositivo de cerrojo (74LS374), que podria utilizarse.

La IBM-PC tranferird un dato de 8 bits cada vez que se ejecuta una
operacién OUT. Los datos desde la IBM-PC serédn aplicados a los

pines de entrada de datos del cerrojo 74LS374.
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El pin 11 del cerrojo es la entrada de habilitacidén, cuando esta
linea es activa , cambia de 0 a 1 légico, el dato presente a la

entrada del cerrojo es capturado y almacenado internamente en el

cerrojo.

7430 . SELECCION OE TARJETA

DIRECCION= 28F

... ESCRITURA DE YARJETA

,,,_
o
a
D
o

Suun

DEL PUS DE DATOS
OE LA IBMH PC

Yol p=C{

TACEI7E

BALLIDA LATCHADA

Figura 2.9 Latchador de datos. The IBM PC Connection, Coffron-James W.
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2.2.2 HARWARE PARA INTRODUCIR DATOS A LA IBM PC

La idea fundamental es que un dispositivo externo sacara datos y
meter estos datos a la IBM-PC. La computadora hard decisiones
basandose en el dato de entrada, almacenard el dato o lo alteraréa

de alguna manera.

El hardware de entrada de datos se puede dividir en tres secciones
principales.

l.- Circuito habilitador para el dispositivo externo

2.- Sefial de lectura de entrada (-IOR).

3.- Sefial de lectura para circuito.

Para meter datos a un programa QBASIC, se usard la instruccidn INP
descrita anteriormente. La instruccidén INP utilizara una direccidn
de donde tomarda el dato, esta direccidn serd decodificada
l6gicamente para habilitar la linea de seleccidn de tarjeta igual
a la del hardware de salida del dato. Esto siempre que el software
este realizando una instruccién INP en la direccidn correcta para
el slot E/S, la linea de seleccién de tableta serd activa con un
cero légico. La instruccidén INP estard realizado una funcidn de
lectura y la linea ~IOR del conector de salida E/8 serd también un
0 légico durante una instruccién OUT, las lineas -IOR y las lineas
de seleccidén de tarijetas son combinadas légicamente para generar

la linea de habilitacién de tarjeta. Esto se muestra en la figura

2.10.
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Durante el tiempo que la IBM-PC esta leyendo datos del slot E/S
seleccionado, el dato del cifcuito es eléctricamente habilitado en
las lineas de dato Dy - Dy, como lo muestra la figura 2.11. La
figura 2.12, muestra un diagrama esquematico completo de un
circuito que introducird datos a la IBM - PC desde una fuente
externa. En el centro de la figura 2.12 esta el buffer de 3 estados

74L5244, Las entradas son llamadas CDy - Ch;. Asumiendo que en estas

lineas se encuentra presente alguna informacidén digital para ser

enviada a la IBM-PC.

SELECCION PE TARJIELTA

i
!
i
i

LINEA DE HABILITACION
DE TARJETA

Figura 2.10 Hardware para lectura. The IB¥ PC Connection, Coffron-James H.
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Las salidas del 7418244 de la figura 2.12, son conectadas al bus
de datos D; - Dy de la IBM-PC. Estas salidas no deberan estar
habilitadas a menos gque la IBM-PC este requiriendo eléctricamente
un dato del circuito de entrada. Para todos los demds tiempos la
salida del dato del bﬁffer deben estar en alta impedancia (3
estados). Este modo remueve eléctricamente las salidas del 74LS244
de las lineas del bus de datos solo cuando el pin de habilitacién
sera activado por las lineas -~ IOR y seleccién de tarjeta através

de una compuerta OR.

2.2.3 PASOS QUE OCURREN DURANTE UNA LECTURA O UNA OPERACION INP

DESDE EL CKTO E/S

l.- La IBM-PC sacara la direccidén correcta que habilitard la linea
de seleccibn de tarjeta, en este momento la linea AEN serad puesta

en un 0 lbégico para la IBM-PC.

2.- La linea -IOR se pondrd a 0 1ldbégico. Esto indica
eléctricamente al sistema que la IBM~PC estd en la espera de un
dispositivo externo para poner el dato en el bus de datos del
sistema. Cuando la linea -IOR va a 0 ldégico habilitara el 74Ls244
y el dato a la entrada del buffer es puesto en el bus de datos de

la IBM-PC.

3.- Durante el tiempo que el dato externo gueda habilitado en el

bus de datos del sistema, la IBM-PC leerd automaticamente el dato.
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4.- Después de un periodo de tiempo (menor que la millonésima parte
de un segundo) la linea -IOR ird a 1 1légico. esto ocurre
automaticamente através de los circuitos de la IBM-PC. Cuando esto
ocurre el 74LS244 es deshabilitado poniéndolo en alta impedancia
removiendo eléctricamente la salida del buffer de las lineas del

bus de datos.



CAPITULO III

PROGRAMADOR DE EPROM POR PC

3.1 INTRODUCCION

En este capitulo se describe el funcionamiento del programador de
memoria por computadora, visualizando los alcances de este asi como
sus limitaciones y las posibles alternativas de solucidén. También
se tratard la parte de hardware y software del programador de
memorias independientemente, para detallar en cada una de estas
secciones las partes basicas de las mismas y la interelacién que

van teniendo unas con otras.

En lo que al hardware respecta, se dividird en cinco secciones
principales las cuales realizan una funcidn especifica,siendo estas
DECODIFICADOR DE TARJETA, DECODIFICADOR DE LATCH Y MONOESTABLE,
CAPTURA DE INFORMACION Y ENTRADA/SALIDA DE DATOS, DECODIFICADOR DE

PALABRA DE CONTROL Y LOS DECODIFICADORES DE PINES.

Para cada una de estas funciones se presentan tablas de verdad,
calculos, sefiales de entrada/salida y control. Para el software se
presenta el flujograma deglosado en las secciones principales,
también se presentan las funciones del programador explicando lo

gque se hace al accesarlas.
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3.2 DESCRIPCION GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO

Como mencionamos anteriormente que un programador de memorias es
un aparato que puede programar un dispositivo de memoria. Se hara

referencia a un programador de memorias EPROM.

Las memorias EPROM poseen Ja ventaja de que pueden ser borradas
y ser programadas cuantas veces gquiera, por lo que se hara alusidn
a la programacidén de este tipo de memorias, a través de un
dispositivo, el cual tendrd como funcidén general ser una interface

de la IBM-PC a la memoria EPROM y de la memoria EPROM a la IBM-PC.

Podemos definir los pasos bésicos de un programador de memorias

como sigue:
1.~ Seleccionar la direccidn de la localidad de memoria.

2.- Mantener el dato gque deseamos almacenar en la direccidén de

memoria deseada.

3.- Dar una sefial de grabacién que almacene el dato en la direccidn

seleccionada.

Ahora bien, si se quiere un programador gque permita programar
algunos nGmeros de memorias EPROM, duplicar la informacién de una

memoria a otra, almacenar el contenido de una memoria o simplemente
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ver el contenido de una memoria, se puede diseflar un aparato que
retina todas estas funciones en un solo HARDWARE, el cual puede ser
dirigido por un programa de computadora que realiza cada una de las
funciones antes mencionadas. Planteando las funciones generales que

realizarda el programador de memorias tenemos:

l.- Guardar el contenido de una EPROM en un disco flexible o duro,

en forma de archivo.

2.- Guardar un archivo en un disco flexible o duro en una memoria

EPROM.

La funcidn de guardar el contenido de una memoria EPROM a un disco

flexible o duro constarada de los siguientes pasos:

1l.- Seleccionar el nimero de EPROM.

2.- Beleccionar el rango de localidades de memoria a leer.

3.- Dar un nombre al archivo que se creari con su respectiva ruta

de acceso.

Después de todos estos pasos se puede visualizar el contenido del
archivo el cual presentard los datos con su respectiva localidad

de memoria.
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Para guardar un archivo de disco flexible o duro en una EPROM . De
antemano debemos de dgrabar un archivo con los datos y las

localidades de memoria que deseamos en la memoria EPROM.

1.- Seleccionar el nGmero de EPROM donde se grabard el contenido

del archivo,.

2.- Se indica al programa el nombre del archivo de donde tomara

la informacién.

3.~ El programa presentard en el programador de memoria las

localidades seleccionadas.

4.- E]l programador sacard el dato que corresponde a esa localidad

5.~ El programador activara la sefial de grabacidn.

3.3 HARDWARE DEL PROGRAMADOR

Dividiremos el programador de memorias EPROM por PC en cuatro

bloques principales, los cuales seran:

1.- Decodificador de tarjetas.

2.- Decodificador de latch y monoestable.



31
3.- Captura de datos, direcciones , palabra control y entrada/

salida de datos.

4.~ Decodificadores de pines.

3.3.1 DECODIFICADOR DE TARJETA

Esta etapa es la encargada de seleccionar ocho localidades de
puertoe E/S, las cuales serdn utilizadas para habilitar 1los
dispositivos que permiten almacenar temporalmente las direcciones
de la memoria gque se grabard o se leerd, para almacenar
temporalmente el dato que se grabard en la memoria; leer el dato
de una memoria hacia la maquina y generar el pulso de grabacidn
para la EPROMf almacenar temporalmente la palabra binaria que
determina el ntmero de la memoria EPROM y el modo de operaciédn.

La figura 3.1 muestra el diagrama del Decodificador de Tarjeta.

El decodificador de tarjeta se puede sub-dividir en cuatro blogques:

1.- DECODIFICADOR DE DIRECCION. Este circuito se encarga de
responder con un cero légico a una cierta direccidén obtenida del
slot de la IBM-PC. Debido a que se necesitan ocho localidades de
puerto, el decodificador debe ser capaz de responder a estas ocho
direcciones, la figura 3.1, muestra la etapa del decodificador de
tarjeta en la cual se puede observar que el bus de direcciones de
la IBM-PC se ha dividido en dos partes, la primera esta formada por

las direccién A0 - A2 las cuales se utilizaran para habilitar cada
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uno de los dispositivos de captura de datos, monoestable, etc. a
través de un decodificador. La segunda parte del bus de direcciones
estd formada por A3 - A9, el circuito decodificador de direccién

estd conectado a esta parte del bus de

e.l'.'a

7430

TAR-O

Figura 3.1 Diagrama del Decodificador de Tarjeta.

direcciones y generara un CERO légico cuando en A3 - A9 tengamos

1010111.
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Esta direccién y la linea de sefial AEN generara la sefial BRDSEL la
cual indicarad que la direccidédn ha sido efectiva, a través de una
compuerta OR (U2C). La seflal BRDSEL indica que la direccidn
decodificada es valida en ese momento y junto con la linea -I0W del
slot generara la seflal BWS, la cual serd utilizada para habilitar
la escritura de los deméds dispositivos del programador que tienen
la funcién de capturar informacién del bus de datos de la IBM-PC
6 el disparo de los pulsos de grabacidén. La misma sefial BRDSEIL pero
con -IOR del slot generardn la sefial BRS, la cual serd utilizada

para habilitar el buffer de entrada de datos.

El bus de datos del slot DO - D7 solo pasa a través de la tarjeta

TAR-0, la cual serd instalada dentro de uno de los slot.
3.3.2 DECODIFICADOR DE LATCH Y MONOESTABLE

Esta etapa es la destinada a habilitar los flip-flop que capturan
los datos que de la IBM-PC se grabaran en la EPROM, la captura de
las 16 lineas que direccionan las localidades de la EPROM que se
grabaran, la captura de la palabra de control, y el disparo de los
monoestable que generan los pulsos de grabacidén de la EPROM. La
figura 3.2 muestra el c¢ircuito del decodificador de Latch y

Monoestable.

Las tres lineas de direccién del slot RO - A2 seleccionan una de
las ocho salidas negadas del 74138 (U4), correspondiendo cada una

de ellas a una localidad de puerto. Las sefiales generadas en TAR-O0



34

(BWS) y (BRS), através de una compuerta AND (U3A), generarin la

seflal de habilitacidén para cada uno de los dispositivos (flip-flop,
E/S y monoestable). El pin G2B de U4 permanecerd en BAJO y Gl
permanecerd en ALTO, dquedando G2A como la entrada de la sefial
BWS/BWR, con la cual se habilitard la escritura o lectura en
cualquiera de los dispositivos seleccionados. Asi para la ejecucién

de una instruccidén OUT se escribird en uno de los Flip-Flop o se

disparara uno de los tres monoestables, ya que BRS se encuentra en

alto y BWS pasaria a bajo, generando un cero a la salida de la AND
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Figura 3.2 Diagrama del decodificador de latch y monoestable.
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(U3RA). Este cero generado habilitara las salidas de 04, sjiendo una
de éstas la gque corresponda a la direccidn (R0O-A2 de U4) del

dispositivo seleccionado. Las direcciones de cada dispositivo de

Escritura y Lectura aparecen en la tabla 3.1.

- DISPOSITIVO SELEGCIONADD 'BﬁzHExm
CAPTURA PALABRA DE CONTROL F/F UL3 o | aer
CAPTURA DE DIRECCION MOO~MO7 F/F U12 |  opE
CAPTURA DE DIRRECCION MO8-M15 F/F U1l | e
CAPTURA DE DATO DO-D7 PC-EPROM F/F U10 e
ENTRADA DE DATO EPROM-PC U9 " 2BR
DISPARO DE MONOESTABLE 50mS  oen
DISPARO DE MONOESTABLE 100uS 2Ry
DISPARO DE MONOESTABLE 500uS PYY

Tabla 3.1 Direcciones de los dispositivos del programadol .

3.3.3 CAPTURA DE DATOS, DIRECCIONES , PALABRA DE CONTROL Y

ENTRADA / SALIDA DE DATOS

Esta etapa es la encargada de permitir la salida de datos que se
grabaran en la EPROM, la entrada de datos de una EPROM grabada
hacia el programa, la captura de la direcciones de las localidades
de la EPROM que se grabardn y la captura de la palabra de control.
La figura 4.3 muestra el circuito de los Flip Flops que captura el
dato, la direccion de la EPROM y la Palabra de Control, asi como
el buffer de tres estados que permite el ingreso de datos de la

EPROM a la computadora.
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El bus de datos D0O-D7, que se obtiene desde el slot es conectado

a esta etapa, para ser direccionado en los diversos flip-flops.

Esto indica que para grabar una memoria cualquiera seri necesario

almacenar temporalmente :

l-palabra de control.
2-direccién baja de la localidad gque se grabara (m0-m7).

3-direccidn alta de la localidad que se grabara (m8-ml5).

4-dato que se grabard en la localidad capturada.
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Figura 4.3 Diagrama de E/S, direcciones y palabra de control.
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Estos datos capturados serdn de 8 bits, cada uno de los cuales
quedara almacenade hasta que la localidad haya sido grabada, y el
proceso se repetiri.hasta grabar todos los datos necesarios. La
habilitacién de cada unc de estos dispositivos se obtiene de las
lineas de salida del demultiplexor U4 de la etapa TAR-1, que se
explico anteriormente. Esto ocurre para el f/f Ull, Ul2 y Ul3, ya
que estos solo capturan el dato del bus de datos de la IBM-PC y lo
presentan en sus salidas, no asi para el f/f U10, debido a que este
esta interrelacionado con el buffer bilateral U9. El funcionamiento
conjunto de estos dos dispositivos permite hacer una transferencia
bilateral en el bus de datos, es decir gue permite la captura del
dato a grabar en Ul0, habilitando las salidas 3-estados de éste y
al mismo tiempo poniendo en alta impedancia las salidas de U9,
logrando asi que el dato quede capturado en Ul0. De la misma forma
si se quiere introducir un dato al programa desde la EPROM, Se
habilitan las salidas de U9 y se deshabilitan las de U1l0, dejando
pasar el dato desde el puerto B al puerto A de U9. Las
habilitaciones para estos dos integrados son generadas en la etapa

el circuito de la figura 3.2.
3.3.4 DECODIFICADOR DE PALABRA DE CONTROL

La etapa de decodificacién de palabra de control es la que
determina el ntmero de la memoria EPROM que se grabarada o leera,
pre-estableciendo el modo de operacidén de la EPROM, esto se logra
Habilitando ciertas seflales que intervienen para el grabado o

lectura de un memoria especifica, lo que implica un cambio en
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algunas lineas ya sean de control, de direccidén y voltajes de

alimentacién o de programacién.

Del flip - flop Ul3 obtenemos una palabra de ocho bits,de la cual
s6lo utilizaremos 4 bits, dicha palabra deberd permanecer constante

durante todo un proceso de lectura o escritura de una EPROM,.

Esta palabra es un valor fijo asignado para cada nimero de memoria
EPROM y su modo de operacidén, es decir que cada memoria EPROM
tendrid dos valores para la palabra de control, por ejemplo: para
la memoria 2716 habran dos palabras de control, una que indicara
gque la memoria a grabar es una 2716 poniendo las lineas de control

correspondiente a esa memoria asi como los voltajes de alimentaciédn

y de programacién.

La otra palabra de control para la 2716 serda la que indicarad que
dicha memoria entrard en el modo de lectura poniendo asi las lineas
de control en los valores adecuados, habilitando el bus de datos
de la EPROM e igualando el voltaje de programacidén con el de
alimentacién. Las sefales gue corresponden a cada pin de cada una

de las memorias son presentadas en la tabla 3.2.
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TAR-3

Figura 3.4 Diagrama del decodificador de palabra de control.

El decodificador de la palabra de <control consta de dos

demultiplexores (Ul4 y Ul5 ), cuyas lineas de direccidén (A,B y C),

estan conectadas paralelamente teniendo Ul4 la linea de

habilitacidén G2a&, como la cuarta linea de direccidén habilitada con

cero, por el contrario Ul5 utilizara la linea G1 , la cual requiere

de un 1 para habilitar el integrado.
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P G L G L G L G L G L G L
I 1v0 | 1yl | 1Y2 | 1Y3 | 1¥4 | 1¥5 | 1¥6 | 1Y7 | 2Y0 | 2¥1 | 2Y2 | 2¥3
N '16 | "16 | '32 | '32 | '64 | '64 | 128 | 128 | 256 | 256 | 512 | 512
28 6 5 6 5 6 5 6 5
27 HL 5 HL 5 Al4 | A14 | A14 | Al4
26 5 5 6 5 Al3 | A13 | A13 | A13 | A13 | Al13
23 21 5 All | A1l | A1l | A1l | A11 | ALl | A1l | ALl | All | All
22 5 L 13 L 5 L 5 L 5 L 13 L
20 LH L LH L L L L L HL L HL L
1 13 5 13 5 13 5 Al5 | AlS

CT { 00 01 02 03 04 05 06 | 07 08 09 OA | 0B

L
Tabla 3.2 Sefiales en los pines conmutados para cada memoria y modo

Uniendo la lineas como se muestra en la figura 3.4, se obtendrd un
demultiplexor de 1 a 16. Como el nimero de memorias con las que
trabajaremos es de 6, el nUmero de palabras de control sera de 12,
es decir que por cada modo de operacidén de una EPROM, tendremos un
ordenamiento de pines diferente, ejemplo: si se desea leer la 2732
tendriamos que poner la sefiales indicadas en las tabla 3.2 que
corresponden a cada pin lo que nos llevaria a utilizar una palabra
de control en las lineas de direccién de Ul4 y Ul5 que nos genere
un cero ldégico en la 1linea 1¥Y4 a la cual los «circuitos
decodificadores de pines responderan habilitando las seflales de

control y aplicando los voltajes necesarios para efectuar la

lectura de la 2732.
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3.3.5 DECODIFICADORES DE PINES

Debido a gque son 6 memorias las dque se programaran, se debe
disponer de un c¢ircuito que disponga las lineas de direccidn,

control y voltajes de alimentacidén de acuerdo a cada memoria.

De los 28 pines que tiene la base donde se colocara la EPROM a
programar, 7 deben cambiar la sefial que se aplica a la memoria en
cada uno de estos 7 pines, los demads permanecen constantes para

todas las memorias.

En la tabla 3.2 se presentan los pines en los que debe cambiarse
la seifial aplicada a la memoria, asi como la sefial que debe ser
aplicada de acuerdo a la memoria seleccionada y al modo de

operacitn de ésta.

La figura 3.5 y 3.6 muestran los siete circuitos decodificadores
de pines, y la figura 3.7 muestra las conecciones de los pines de

la base donde se colocard la EPROM que sera programada.
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EIN T

Figura 3.7 Coneccién del porta EPROM.

3.4 SOFTWARE DEL PROGRAMADOR

Este programa ha sido elaborado con instrucciones de QBASIC de

Microsoft Inc., debido a la gran similitud que tiene con la

programacién BASIC y su facil acceso.

El programa presenta un ambiente de menus através de ventanasf en
los cuales el usuario dispone lé funcidén que desea realizar. El
programa es el encargado de direccionar los diferentes dispositivos
E/8 del programador. El software del programador puede ser

ejecutado desde una computadora personal compatible con las IBM-PC.
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3.4.2 FUNCIONES GENERALES DEL PROGRAMADOR

Las funciones principales con las que se disefio el Programador de

Memorias EPROM por PC son:

1. Grabar memorias EPROM de la serie 27XXX, menos la 2710, 2708 y

271024, transfiriendo el contenido de un archivo a la EPROM.

2. Leer memorias EPROM de la serie 27XXX, menos la 2710, 2708 y

271024 y almacenar el contenido de ésta en un archivo.

3. Imprimir el contenido de un archivo que tiene almacenada la

informacién que tenia la EPROM leida.
3.4.2.1 MENUS

Los menus permiten al usuario trasladarse de una funcidén a otra,
es decir realizar una funcién y al final de ésta ir a realizar otra
o la misma. El acceso através de los menus se logra presionando la
letra indicada de color diferente al color de el nombre de la
funcién. Al finalizar la funcién seleccionda previamente se puede
retornar al menu anterior presionando la tecla de escape [ESC]. Al
seleccionar una opcidn del Mend Principal, se crean ventanas que
contienen sub-menus que corresponden a cada una de las funciones
principales del programador. Al finalizar la funcién y presionar
[EsC], se abandonard el meni seleccionado y se regresara al menu

anterior hasta volver al Men( Principal.
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3.4.2.2 ARCHIVO.

La funcién de Archivo es la que se encarga de realizar la creacidn
de archivos, la lectura de estos y la impresién de los mismos.
Dentro de este sub-mend se puede determinar en que rango de EPROM
se almacenarda la informacidn, la informacién que le programaremos,
el contenido de una EPROM o la impresidn de la informacidén de la

EPROM o del archivo,

3.4.2.2.1 CREAR ARCHIVO.

Esta opcidén permite abrir un archivo en una unidad de disco y
almacenar en éste las direcciones y los datos gque se programaran

en la EPROM. La forma en que se almacena la informacién en el

archivo es la siguiente:

~-Se da nombre y ruta al archivo.

-Se indica la direccidn inicial de la EPROM donde queremos que el

programador empiece a grabar.

-S8e indica la direccidén final de la EPROM, es decir hasta donde

gqueremos que sea grabada.

-8e inicia el ingreso de 1los datos gque se quieren gque sean

grabados, y se finaliza cuando se llega hasta la direccién final.
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ARCHIVO:C:\UDB\CREAR

INICIO FINAL
20AA 20AF
RANGO=6
20AA 01
20AB 23
20AC DE
20AD A9
20AE FF
20AF 0

Figura 3.8 Ventana de <c¢reacidn de
Archivo.

Cabe recalcar que una vez iniciado el proceso de creacidén de
archivo no se puede salir de este hasta alcanzar la direccién
final. Al finalizar de introducir todos los datos, Se presiona
[ESC] y se vuelve a la ventana del sub-ment de Archivo. La figura

3.8 muestra la ventana de creacidén de un archivo.

3.4.2,2.2 ABRIR ARCHIVO.

En este caso la funcién tiene como objeto ver el contenido de un
archivo creado, ya sea por el usuario o por el programa al leer una

memoria EPROM. 8i el archivo fue c¢reado por el usuario, esta
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funcidn permite verificar visualmente si las localidades que se
utilizaran de la EPROM y los datos que estas contendrdn son las
correctas. S8i el archivo fue creado por el programador de memorias
al leer una EPROM, podemos ver las direcciones que estan libres y
que pueden ser utilizadas, asi como también ver si la informacién
grabada en la memoria es la correcta. En caso contrario se podra
hacer uso de cualquier procesador de texto, como EDIT de Microsoft
0 Word Perfect, para corregir la informacién del archivo. La

disposicidén de la informacidn del archivo aparece de la siguiente

forma:
Linea 1 T, RN tgn mpn npn ngo
Linea 2 nLM, M3 AT von wpt vpn
LSB 1sb
MSB msb
DIRECCION DATO

Los primero cuatro caracteres entre comillas representan la
direccién (139F) de la EPROM, leida de izquierda a derecha y los
ultimos dos caracteres representan el dato (E8) que se almacenard

en esa direccién de memoria.

Al vizualizar un archivo, se presentard en la pantalla en paginas
de 16 lineas, teniendose que presionar la tecla [C] para continuar

viendo las demas lineas hasta ver todo el contenido del archivo.
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Cuando se alcanza el final del archivo podemos optar por ver otro
archivo presionando la tecla [0] , y repetir el mismo proceso.

La figura 3.9 muestra la ventana de lectura de un archivo.

ARCHIVO: C:\UDB\CREAR

C para continuar

DIRECCION DATO
20AA 01
20AB 23
20AC DE
20AD A9
20AE FF
20AF 00

Figura 3.9 Ventana de lectura de
Archivo.

3.4.2.2.3. IMPRIMIR ARCHIVO

Esta opcidén nos permite enviar el contenido de un archivo a la

impresora para tener en forma escrita el contenido de éste,

En el reporte impreso aparece el nombre del archivo, las

direcciones de memoria y los datos, asi como el total de
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direccciones que tiene el archivo seleccionado. Al igual que en las
otras funciones de Archivo, al querer imprimir un archivo, se
indica la ruta del archivo y su nombre. La figura 3.10 muestra la
ventana de impresidén de archivo. La figura 3.11 muestra una

impresidén de archivo.

ARCHIVO C:\UDB\CREAR

Figura 3.10 Ventana de impresién de
archivo.

UNIVERSIDAD DON BOSCO
NIVEL TECNOLOGICO

PROGRAMADOR DE MEMORIAS POR PC
KKKEKEKRKRKKRKKK KK KAKKRKRKRK KKKk Rk kKR Kk ok k%

e s . s i s s dm e T e me e e e Tn e e v My W e e e A Y G e G e

Archivo: CREAR

DIRECCION DATO

20AA 01

20AB 23

20AC DE

20AD A9

20AE FF

20AF 00
R R EER TR R R
NUMERO DE LINEAS 6 /{RDR}

Figura 3.11 Impresién de un archivo

3.4.2.3 SALIR

Esta opcién nos permite salir del programa y volver al sistema

operativo, previa confirmacién, ya que si la respuesta es negativa



63
se volvera al Mend Principal. La figura 3.12 muestra la ventana de

confirmacidén de salida del programa.

Desea Salir S/N

Figura 3.12 Ventana de
confirmacidén de Salida del
Programa

3.4.2.4 GRABAR MEMORIA EPROM.

Esta funcidén del programador de memorias es la que permite
seleccionar una de las 6 memorias de la serie 27XXX, para

programarle el contenido de un archivo que nosotros indicamos.

Al elegir este sub-ment aparece una ventana en la que indicamos la
ruta del archivo que se quiere transferir a la EPROM. Después de
seleccionado el archivo, se almacena en el programa la ultima
direccidén del programa, y se compara con las direcciones ultimas
de cada una de las memorias EPROM, inhabilitando las memorias que
no son aptas para ser grabadas debido a que el rango de direccidn
de la EPROM es inferior al indicado en el archivo que grabaremos.
Después de este proéeso aparece la ventana gue contiene los nUimeros
de las seis memorias EPROM (2716, 2732, 2764, 27128, 27256 ¥y
27512), de las cuales se selecciona una al presionar un numero
correlativo a cada una. S6lo se podrén seleccionar las que indigque

el mensaje de sugerencia de EPROM.
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Después de seleccionada la memoria, aparece una ventana con el
mensaje de "COLOCAR EPROM EN EL PROGRAMADOR, PRESIONE C PARA
CONTINUAR", al presionar [c] el programa comienza a leer el
archivo y transferir 1la informacidén a los flip flops del
programador y a generar el pulso de grabacidén correspondiente, y
repite el proceso hasta que alcanza la direccién final contenida

en el archivo.

3.4.2.5. LEER MEMORIA EPROM

Esta funcidén nos permite visualizar en la pantalla en una forma muy
acelerada el contenido de una EPROM, seleccionada previamente, que
estd siendo transferida a un archivo. El archivo puede ser visto
en una forma mids detenida en la opcidén de leer archivo de la
seccibén 3.4.2.2.2. Al entrar a esta funcidén aparece la ventana en
la cual se selecciona el nimero de la EPROM que queremos leer,
presionando el nGmero correlativo a la EPROM, después se indica la
ruta y el nombre del archivo a crear en el cual se almacenara el
contenido de la EPROM, después debe indicarse la direccidn inicial
y final del rango de direcciones gque se leeran, y el programa
verifica que ese rango no sea negativo y que la direccidén final del
mismo esté dentro del rango de direcciones de la EPROM
seleccionada, caso contrario presentard los respectivos mensajes
de error y debara volver a iniciarse el proceso. Si los errores no
se cometen las direcciones serén almacenadas en el archivo con los

respectivos datos obtenidos de la EPROM,.
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3.5 ALCANCES Y LIMITACIONES

El programador de memorias EPROM por computadora ha sido disefiado
considerando las memorias EPROM de la National Semiconductor, por
1o que el programador puede trabajar con las memorias detalladas
en las hojas técnicas del Apéndice D. Pero esta misma razdén es la
que no garantiza el hecho de que se logre programar otra memoria

EPROM de otro fabricante con caracteristicas eléctricas diferentes.
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CONCLUSIONES

1. Con el programador de memorias EPROM por computadora se puede
grabar informacién generada por el usuario u obtenida de otras
memorias ya programadas y reproducirla en nuevas EPRO&, las cuales
pueden ser utilizadas en rétulos luminosos, juegos, aplicaciones

industriales, etc.

2. Con la ayuda del programador de memorias EPROM por computadora
se puede programar y leér lag memorias EPROM 2716, 2732, 2764,
27128, 27256 y 27512. Con esto se puede reproducir una EPROM
cuantas veces se desee, leyendo una EPROM, almacenar su contenido

en un archivo y reproducir éste en otras EPROM.

3. Como se comprueba en este trabajo, las computadoras personales
compatibles con IBM pueden ser de mucha utilidad para comandar por
medio de un software un hardware periférico, reduciendo asi la

circuiteria de éste ultimo.

4. Comparando el programador de memorias pregsentado en este trabajo
con el programador de EPROM de Lab-Volt, el cual puede programar
y leer una EPROM 2716 o 2732, ingregsando los datos desde un teclado
o obteniendolos de otro dispositivo de memoria. También se puede
comparar con el programador A.R.T., el cual opera através de un
software y puede programar y verificar lo programado en las
memorias 2716, 2732, 2764, 27128, 27256 y 27512. Al igual que este

programador se puede almacenar en un archivo el contenido de

cualgquier EPROM.
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APENDICE A.

PROGRAMA ETIQUETADO.

En esta seccidén se presenta el programa etiquetado, dividido en
cuatro partes, SALIR, ARCHIVO, LEER y GRABAR.
-SECCION DE INICIO

CLS '"INICIO
SCREEN 12
COLOR 15

LOCATE 8, 28: COLOR 14: PRINT ' PROGRAMADOR DE MEMORIAS "
LOCATE 9, 18: PRINT " EPROM POR COMPUTADORA/ IBMPC Y COMPATIBLES"
LOCATE 10, 22: PRINT "RETIRE TODA MEMORIA DEL PROGRAMADOR"
LOCATE 11, 22: PRINT " PRESIONE ¢ CUANDO ESTE LISTO"
SEGUIR1:
K$ = INKEY$
IF K$ = "C" OR K$ = "c¢" THEN GOTO SEGUIR
GOTO SEGUIRI1
SEGUIR:
a$ = "MBT18002P2P8L8GGGL2E-P24P8LSFFFL2D"
PLAY a$
WHILE PLAY(0) > 5: WEND

COLOR 1

FOR a = 0 TO 19

PRINT CHR$(219);

NEXT a
COLOR 15 "PANTALLA PRINCIPAL
PRINT " PROGRAMADOR DE MEMORIAS EPROM POR PC'S "; 'ENCABEZADO
COLOR 1

FOR a = 0 TO 19
PRINT CHR$(219);

NEXT a

FOR a = 0 TO 79
PRINT CHRS$(178);

NEXT a
COLOR 7 '"CREACION DEL FONDO

FOR a = 0 TO 2159
PRINT CHRS(178);
NEXT a
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-SECCION DE MENU PRINCIPAL
'"MENU PRINCIPAL
'"CRERCION DE BARRA DE MENU

LOCATE 2, 13: COLOR 12: PRINT "S"; : COLOR 14: PRINT "alir";
LOCATE 2, 25: COLOR 12: PRINT "A"; : COLOR 14: PRINT "rchivo";
LOCATE 2, 45: COLOR 12: PRINT "L"; : COLOR 14: PRINT "eer";
LOCATE 2, 60: COLOR 12: PRINT "G"; : COLOR 14: PRINT "rabar":
"RUTINA DE SELECCION DE MENU

menuppal :
m$ = INKEYS

IF m$ = "S" OR m$ = "s" THEN GOTO SALIR

IF m$ = "A" OR m$ = "a" THEN GOTO ARCHIVO

IF m$ = "1" OR m$ = "L" THEN GOTO LEER

IF m$ = "G" OR m$ = "g" THEN GOTO saldat

GOTO menuppal

-SUB-MENU DE SALIDA
'SUB-MENU DE SALIDA
'CREACION DE VENTANA

SALIR:

LOCATE 14, 30

FOR 1 = 0 TO 16

PRINT CHRS$(0);

NEXT i

LOCATE 15, 30

COLOR 14 'MENSAJE DE SALIDA

PRINT " Desea Salir S/N "; : COLOR 8: PRINT CHRS$(178);

LOCATE 16, 30

FOR i = 0 TO 16
PRINT CHRS(0);

NEXT i

COLOR 8: PRINT CHR$(178); 'ELIMINACION DE VENTANA

LOCATE 17, 31

COLOR 8

FOR i = 0 TO 16 'SOMBRA INFERIOR DE LA VENTANA
PRINT CHRS$(178):;

NEXT i



"CONFIRMACION DE SALIDA
SAL:
q$ = INKEY$
IF g6 = "s" OR g8
CLS
SYSTEM
END IF
IF g5 = "N" OR g% = "n" THEN
COLOR 7: K = 0
FOR i = 0 TO 3
LOCATE K + 14, 30
FOR J = 0 TO 21
PRINT CHR5(178);
NEXT J
K=K+ 1
NEXT i
GOTO menuppal
END IF
GOTO SAL
-SUB-MENU DE ARCHIVO

"s" THEN

'"RETORNO A MENU PRINCIPAL

'SUB-MENU DE FUNCIONES DE ARCHIVO

'"CREACION DE VENTANA

ARCHIVO:

LOCATE 4, 25: COLOR 12: PRINT " N";:COLOR 15:
LOCATE 5, 25: COLOR 12: PRINT " A";:COLOR 15:

COLOR 8: PRINT CHRS(178);

LOCATE 6, 25: COLOR 12: PRINT " I";:COLOR 15:

COLOR 8: PRINT CHRS$(178);
LOCATE 7, 26: COLOR 8
FOR i = 0 TO 12

PRINT CHRS$(178);
NEXT i

PRINT "uevo
PRINT "brir

PRINT "mprimir

69
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'SUB-MENU DE ARCHIVO

ARCHIVOIL:

a$ = INKEYS

IF a$ = "n" OR a$ = "N" THEN GOTO CREAR 'SALTO A CREAR ARCHIVO

IF a$ = "a" OR a$ = "A" THEN GOTO LECTURA 'SALTO A LEER ARCHIVO

IF a$ = "I" OR a$ = "i" THEN GOTO IMPRIMIR 'SALTO A IMPRIMIR ARCH
IF a$ = CHRS$(27) THEN "SALIR

K=0

FOR i = 0 TO 4 "ELIMINACION DE VENTANA

LOCATE K + 4, 25
FOR J = 0 TO 13
COLOR 7: PRINT CHR$(178);

NEXT J
K=K+ 1
NEXT i
GOTO menuppal '"RETORNO A MENU PRINCIPAL
END IF
GOTO ARCHIVO1l "RETORNO A SUB-MENU DE ARCHIVO

-SECCION PARA CREAR ARCHIVO
'CREAR ARCHIVO
CREAR:
LOCATE 6, 23 "CREACION DE LA VENTANA DE ESCRITURA
FOR i = 0 TO 35
PRINT CHRS$(0);
NEXT i
K =0
FOR i = 0 TO 19
LOCATE K + 7, 23
FOR J = 0 TO 35
PRINT CHRS$(0);
NEXT J
COLOR 8: PRINT CHR$(178);
K=K+ 1
NEXT i
LOCATE 27, 24
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FOR i = 0 TO 35
COLOR 8: PRINT CHRS$(178);
NEXT i
J =20
COLOR 14
LOCATE 6, 25
INPUT "ARCHIVO"; ARCHS$ 'ENTRADA DEL NOMBRE DEL ARCHIVO A CREAR

OPEN ARCHS$ FOR OUTPUT AS #1 '"APERTURA DE ARCHIVO COMO SALIDA
COLOR 15

LOCATE 7, 25: PRINT "INICIO FINAL";

ini: |

G = 10 + I1 + I2 + I3 "DIRECCION INICIAL
H=F0 + Fl + F2 + F3 "DIRECCION FINAL

LOCATE 9, 27: PRINT HEX$(G)
LOCATE 9, 37: PRINT HEX$(H)
IF J = 8 THEN
IF H < G THEN
LOCATE 7, 25:PRINT "!!!ERROR:RANGO NEGATIVO!!!" 'MENSAJE DE ERROR

QUIT:

K$ = INKEYS$

IF K$ = CHR$(27) THEN
CLOSE #1
I0 = 0
I1 =0
12 = 0

13 =0
0
0
0
0

FO =
Fl =

F2 =

F3 = '"HACER CERO LAS DIRECCIONES ERRONEAS

KILL ARCHS "ELIMINACION DE ARCHIVO CON ERROR

GOTO SALl
END IF



GOTO QUIT

END IF
GOTO FINAL

END IF

INIL:

K$ = INKEYS
IF K$ = "0" THEN
IF K$ = "1" THEN
IF K$ = "2" THEN
IF K$ = "3" THEN
IF K$ = "4" THEN
IF K$ = "5" THEN
IF K$ = "6" THEN
IF K$ = "7" THEN
IF K$ = "8" THEN
IF K$ = "9" THEN
IF K$ = "A" OR K$
IF K$ = "B" OR K$
IF K$ = "C" OR K$
IF K$ = "D" OR KS$
IF K$ = "E" OR KS
IF K$ = "F" OR K$

GOTO INI1

0

x =0

GOTO BACK

1

x = 1

GOTO BACK

2

X = 2

¢goTo BACK

'BUCLE PARA ENTRADA DE DIRECCIONES

GOTO
GOTO
GOTO
GOTO
GOTO
GOTO
GOTO
GOTO
GOTO
GOTO

O W ~1 o U1 b W N O

= "b"

- "d'l

- " _ "

- Hf"

THEN
THEN
THEN
THEN
THEN
THEN

GOTO
GOTO
GOTO
GOTO
GOTO
GOTO

'RETORNO DEL BUCLE

[/ JSN o MR o SENE o 2R

F
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'ASIGNACION DE VALORES NUMERICOS
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x = 3
GOTO BACK
4

x = 4
GOTO BACK
5

x = 5
GOTO BACK
6

X =6
GOTO BACK
7

x =7
GOTO BACK
8

x = 8
GOTO BACK
9

X =9
GOTO BACK
at

x = 10
GOTO BACK
b:

x = 11
GOTO BACK
c:

x = 12
GOTO BACK
d:

x = 13

GOTO BACK
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e:
x = 14
GOTO BACK
F:
x = 15
GOTO BACK
'RUTINA PARA FORMAR LAS DIRECCIONES
BACK:
'FORMACION DE DIRECCION INICIAL
IF §J = 0 THEN '
J=J+ 1: I3 = x *¥ 4096: GOTO ini 'SALTO A INI PARA FORMAR

END IF 'DIRECCIONES
IF J = 1 THEN

J=J+4+ 1l: I2 = x * 256: GOTO ini
END IF
IF J = 2 THEN

J=J+ 1: I1
END IF
IF J = 3 THEN

J=J+ 1: 10
END IF

x * 16: GOTO ini

1"

X: GOTO ini

'FORMACION DE DIRECCION FINAL
IF J = 4 THEN
J J+ 1: F3 = x ¥ 4096: GOTO ini 'SALTO A INI PARA
END IF 'FORMAR DIRECCIONES

IF J = 5 THEN
J=J + 1: F2

END IF

IF J = 6 THEN
J=J+ 1l: F1 = x * 16: GOTO ini

END IF

IF J = 7 THEN
J=J + 1: FO

END IF

X * 256: GOTO ini

X! GOTO ini



'"FORMACION DEL RANGO

FINAL:

RANGO = H - G + 1

LOCATE 8, 29: PRINT "RANGO="; RANGO
o =1

FOR r = 1 TO RANGO
IF o = 17 THEN
o =1
FOR S = 0 TO 20
LOCATE (S + 6), 23
FOR i = 0 TO 35
PRINT CHRS$(0);
NEXT i
NEXT S
END IF
o=o0+1
LOCATE (o + 9), 35: PRINT ;
DIRS = HEXS$(G)

PRINT DIRS$; : LOCATE o + 9, 30
U=20
ini3: '"BUCLE PARA FORMAR LOS DATOS

q$ = INKEYS$

IF g$ = "0" THEN GOTO BO

IF g$ = "1" THEN GOTO Bl

IF g$ = "2" THEN GOTO B2

IF g$ = "3" THEN GOTO B3

IF g% = "4" THEN GOTO B4

IF g8 = "5" THEN GOTO B5

IF g$ = "6" THEN GOTO B6

IF g% = "7" THEN GOTO B7

IF g% = "8" THEN GOTO B8

IF g$ = "9" THEN GOTO B9

IF g6 = "A" OR g$ = "a" THEN GOTO BA
IF g$ = "B" OR g$ = "b"™ THEN GOTO BB
IF g% = "C" OR g$ = "c¢" THEN GOTO BC



IF 9§
IF g$
IF q$
GOTO ini3
BO:
x =0
GOTO BACK1
Bl:
x =1
GOTO BACK1
B2:
x = 2
GOTO BACK1
B3:
x = 3
GOTO BACK1
B4:
x = 4
GOTO BACK1
B5:
x =5
GOTO BACK1
B6:
X = 6
GOTO BACK1
B7:
x =7
GOTO BACK1
BB :
X = 8
GOTO BACK1
B9:
x =9

GOTO BACKl

i

i

"D" OR qs
"E" OR qs
"F" OR q$
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"d" THEN GOTO BD
"

e’ THEN GOTO BE
"f" THEN GOTO Bf

'RETORNO DEL BUCLE
"ASIGNACION DE VALORES



BA:

x = 10

GOTO BACK1
BB:

x = 11

GOTO BACK1
BC:

x = 12

GOTO BACK1
BD:

x = 13

GOTO BACK1
BE:

X = 14

GOTO BACKI1
Bf:

X = 15

GOTO BACK1
BACK1:

IF U = 0 THEN

END IF
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U=U+1l: D1=x *16: LOCATEo + 9, 45: PRINT HEX$(D1);
GOTO ini3

IF U = 1 THEN

U =10+ 1:

END IF

DAT = D1 +

Do

DO = x: LOCATE o + 9, 46: PRINT HEXS$(DO);

'"ESCRITURA DE DIRECCIONES Y DATOS EN ARCHIVO

DATAS = HEXS(DAT)
IF G = 0 THEN

MOS$ =
M1§ =

'lo'l
"0"



M26 = "o"
M36 = "o"
GOTO PARP

END IF

IF G <= 15 THEN
M1$ = Q"
M2§ = "O"
M3$ = "O"
MOS$ = MIDS$(DIRS,
GOTO PARP

END IF

IF G <= 255 THEN
M26 = "o"
M3$ = "O"
M1$ = MIDS(DIRS,
M0$ = MIDS$(DIRS,
GOTO PARP

END IF

IF G <= 4095 THEN
M3§ = "0O"
M2$ = MIDS$(DIRS,
M1$ = MID$(DIRS,
MOS$ = MIDS(DIRS,
GOTO PARP

END IF

IF G <= 65535 THEN
M3$ = MID$(DIRS,
M2$ = MIDS(DIRS,
M1$ = MIDS(DIRS,
MO0$ = MID$(DIRS,

END IF

PARP:

IF DAT = 0 THEN
pos = "o"
p1s = "o"

N
~- -

W N
- N 0w

B W N
~ o~ o~ 0~

1)

1)
1)

1)
1)
1)

1)
1)
1)
1)
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GOTO PARP1

END IF

IF DAT <= 15 THEN
Dl1s = "O"
DOS$ = MIDS(DATAS, 1,
GOTO PARP1

END IF

IF DAT <= 255 THEN
D15 = MIDS(DATAS, 1,
D0S$ = MIDS(DATAS, 2,
END IF
PARP1:

1)

1)
1)

WRITE #1, M3$, M2$, M1$, MOS, D1$, DOS

G =06+ 1
NEXT r
SAL1:
CLOSE #1
T$ = INKEY$
IF T$ = CHR$(27) THEN
LOCATE 6, 20: COLOR 7
FOR Y = 0 TO 40
FOR x = 0 TO 21
LOCATE (x + 6),
NEXT =z
NEXT Y
G=H=0
CLOSE #1: GOTO ARCHIVO
END IF
GOTO SALL

(Y + 20):

PRINT CHR$(178);
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-LECTURA DE ARCHIVO CREADO

'RUTINA DE LECTURA DE ARCHIVO CREADO

LECTURA:
S =0
LECTURAL:
LOCATE 6, 20
FOR i = 0 TO 35
PRINT CHRS$(0);
NEXT i
FOR p = 0 TO 19
LOCATE (p + 7), 20
FOR i = 0 TO 35
PRINT CHR$(0);
NEXT i

'CREACION DE VENTANA

COLOR 8: PRINT CHRS(178);

IF p = 19 THEN
LOCATE 27, 21:

FOR i = 0 TO 35

COLOR 8

PRINT CHR$(178);

NEXT i
END IF
NEXT p

IF 8 >= 1 THEN GOTO PASO

LOCATE 6, 22: COLOR 14
INPUT "ARCHIVO"; F$

OPEN F$ FOR INPUT AS #2

PASO:
COLOR 14

LOCATE 8, 25: PRINT "C para continuar"

'NOMBRE Y RUTA DEL ARCHIVO A LEER

LOCATE 7, 25: PRINT " DIRECCION DATO" ;

b =29

n =20
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'SI EL ARCHIVO CONTIENE
'MAS DE 16 LINEAS



DO WHILE NOT EOF(2)
INPUT #2, W$

IF

n

IF n

IF
IF
IF
IF
IF

= I R R

n

= 6 THEN
0 THEN
1 THEN
= 2 THEN
3 THEN
4 THEN
= 5 THEN

COLOR 15
PRINT W$;

IF n = 6 THEN

LAZO:
LOOP

b=D5b+ 1

n=2a

LOCATE
LOCATE
LOCATE
LOCATE
LOCATE
LOCATE

"ENTRADA DE PALABRAS

31
32
33
40

~

-

~

T v T o o UT

IF b = 25 THEN GOTO CONT
END IF

IF EOF(2) THEN

CONT:
a$

IF a$

INKEY S

S =85 +1

"C" OR as -

GOTO LECTURAl

GOTO LAZO

END IF
IF a$ = CHR$(27) THEN GOTO SALIDA

END IF

IF EOF(2) THEN

SALIDA:
b

INKEYS

'RUTINA PARA CONTINUAR VISUALIZANDO

"¢" THEN

"RUTINA PARA LEER OTRO DATO

IF b$ = CHR$(27) THEN

CLOSE #2:

END IF

S = 0:

GOTO SAL2
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IF b$
S

"o" OR b$ = "O" THEN

0

CLOSE {2: GOTO LECTURA

END IF

GOTO SALIDA

END IF
GOTO CONT

SAL2:
LOCATE 6,

20

¢ COLOR 7:

FOR Y = 0 TO 40

FOR x

LOCATE (x + 6),

NEXT x
NEXT Y
GOTO ARCHI

VO

0 TOo 21

'"REGRESO A RUTINA DE LECTURA

'"ELIMINACION DE VENTANA

(Y + 20): PRINT CHRS$(178);

'RETORNO A SUB-MENU DE ARCHIVO

-SECCION PARA IMPRIMIR UN ARCHIVO CREADO

IMPRIMIR:
LOCATE 6,

20

FOR i = 0 TO 31
PRINT CHRS$(0);

NEXT i
K =20

FOR 1 = 0 TO 1
LOCATE K + 7, 20

FOR J

0 TO 31

PRINT CHRS$(0):

NEXT J
COLOR

8:

PRINT CHR$(178);

K=K+ 1

NEXT i
LOCATE 8,

20

'RUTINA PARA IMPRIMIR

'"CRERCION DE VENTANA
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FOR i =
PRI
NEXT i
COLOR 8
LOCATE
FOR i =

0 TO 31
NT CHRS$(0);

: PRINT CHR$(178);
9, 21: COLOR 8
0 TO 31

PRINT CHR$(178);

NEXT i
LOCATE

7, 22: COLOR 14

INPUT "ARCHIVO"; b$ 'ENTRAR NOMBRE DEL ARCHIVO A IMPRIMIR

OPEN b$
m =
n =

r = 0

LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT
LPRINT

DO WHILE NOT EOF(1)

FOR INPUT AS #1

'PRESENTACION DE LA
" UNIVERSIDAD DON BOSCO "
" NIVEL TECNOLOGICO "

" PROGRAMADOR DE MEMORIAS POR PC "
Mhok kKK KAKKKAKKKKR KK KKK KR KR K IR Kk Kk kK"

peoeii oo ol e oot e e o e S e S

IMPRESION

'"ENTRADA DE DIRECCION Y DATOS A IMPRIMIR

INPUT #1, M3I$, M2I$, M1I§, MOIS, DLlIS, DOIS

m =

LOOP
LPRINT
LPRINT
CLOSE #

m + 1
LPRINT " ", M3IS; M2IS; M11S; MOIS;

B R R R T A
"NUMERO DE LINEAS _"; m; "/{RDR}"
1
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" "; D11$; DOIS
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FOR Y = 0 TO 3 '"ELIMINACION DE VENTANA
FOR % = 0 TO 32
LOCATE (Y + 6), (x + 20)
COLOR 7
PRINT CHRS$(178);
NEXT x
NEXT Y
U =0
GOTO ARCHIVO '"RETORNO A SUB-MENU DE ARCHIVO

-SECCION DE SUB-MENU DE LECTURA DE EPROM
'SUB-MENU DE LECTURA DE EPROM
"CREACION DE VENTANA DE SUB-MENU

LEER:

LOCATE 4, 45: COLOR 15: PRINT " LEER EPROM # "

LOCATE 5, 45: COLOR 15: PRINT " 2716 "™; : COLOR 12: PRINT "»
"

COLOR 8: PRINT CHRS$(178);

LOCATE 6, 45: COLOR 15: PRINT "2732"; : COLOR 12: PRINT "» 2 ";
COLOR 8: PRINT CHRS$(178);

LOCATE 7, 45: COLOR 15: PRINT "2764"; : COLOR 12: PRINT '"» 3 ";

COLOR 8: PRINT CHRS$(178);
LOCATE 8, 45: COLOR 15: PRINT '"27128"; :COLOR 12: PRINT '» 4 ";
COLOR 8: PRINT CHR$(178);
LOCATE 9, 45: COLOR 15: PRINT "27256"; :COLOR 12: PRINT "» 5 ";
COLOR 8: PRINT CHR$(178);
LOCATE 10, 45: COLOR 15: PRINT "27512";:COLOR 12: PRINT "» 6 ";
COLOR 8: PRINT CHRS$(178);
LOCATE 11, 46: COLOR 8
FOR i = 0 TO 16 'SOMBRA INFERIOR DE LA VENTANA
PRINT CHR$(178);
NEXT i



FUNCION2:

a$ = INKEYS
IF a$ = "1" THEN
IF a$ = "2" THEN
IF a$ = "3" THEN
IF a$ = "4" THEN
IF a$ = "5" THEN
IF a$ = "6" THEN
IF a$ = CHRS(27)

K =0

FOR i = 0 TO 15

LOCATE K + 4, 45
= 0 TO 17

FOR J

COLOR 7:

NEXT J
K=K+ 1
NEXT i
GOTO menuppal
END IF
GOTO FUNCIONZ2
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'"RUTINA DE SELECCION DE EPROM A LEER

GOTO
GOTO
GOTO
GOTO
GOTO
GOTO
THEN

22716 '"SALTOS A RUTINAS DE LECTURA
22732 'PARA CADA EPROM
22764
227128
227256
227512
"SALIDA DE SUB-MENU DE LECTURA

'"ELIMINACION DE VENTANA DE SUB-MENU

PRINT CHR$(178);

'RETORNO A MENU PRINCIPAL

'"RETORNO A RUTINA DE SUB-MENU DE SELECCION

'"RUTINA DE CREACION DE ARCHIVO

'"RUTINA PARA SELECCIONAR PALABRA DE CONTROL DE EPROM A LEER

22716

CTL = 1

GOTO INTRODAT
22732

CTL = 3

GOTO INTRODAT
22764

CTL = 5

GOTO INTRODAT

'"PALABRA DE CONTROL PARA ESTA MEMORIA A LEER



227128

CTL = 7

GOTO INTRODAT
227256

CTL = 9

GOTO INTRODAT
227512

CTL = 11

GOTO INTRODAT

INTRODAT:
I0 = 0: I1 = 0: I2
0UT &H2BF, CTL

"PRINT CTL
IF CTL = 1 THEN

DF = 2047

DGS = "[O07FF]"
END IF
IF CTL = 3 THEN

DF = 4095

DGS = "[OFFF]"
END IF
IF CTL = 5 THEN

DF = 8191

DGS = "[1FFF]"
END IF
IF CTL = 7 THEN

DF = 16383

DG$ = "[3FFF]"
END IF
IF CTL = 9 THEN

DF = 32767

DG$ = "[TFFF]"

0:

'LECTURA DE UNA EPROM
I3 = 0: FO = 0: F1 = 0: F2 = 0O:

'DIRECCION FINAL DE ESTA EPROM

F3



END IF

IF CTL = 11 THEN
DF = 65535
DGS = "[FFFF]"

END IF

K =9

G =H-=0

LOCATE 6, 23

FOR i = 0 TO 35
PRINT CHR$(0);

NEXT i

K =0

FOR i = 0 TO 19
LOCATE K + 7,
FOR J = 0 TO 35

PRINT CHRS(0);

NEXT J
COLOR 8:
K=K+ 1

NEXT i

LOCATE 27, 24

FOR i = 0 TO 35
COLOR 8:

NEXT i

J =0

COLOR 15

COLOR 14

LOCATE 6, 25

INPUT "ARCHIVO"; ARCHS$
OPEN ARCHS FOR OUTPUT AS #1

colocar?:
LOCATE 8, 25
COLOR 15

LOCATE 9, 25

'CREACION DE LA VENTANA

PRINT CHRS$(178);

PRINT CHRS$(178);

'"ENTRADA DEL NOMBRE DEL ARCHIVO
'APERTURA DE ARCHIVO PARA SALIDA

'"MENSAJE DE COLOCAR EPROM Y CONTINUAR
PRINT '"COLOQUE EPROM EN PROGRAMADOR"
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PRINT " PRESIONE C PARA CONTINUAR "
COLOCAR12:
K$ = INKEYS$
IF K§ = "C" OR K$ = "¢" THEN GOTO ABRIR1
GOTO COLOCARL?
ABRIRI1:

LOCATE 8, 25

FOR p = 0 TO 30
PRINT CHR$(O0);

NEXT p

LOCATE 9, 25

FOR p = 0 TO 30
PRINT CHR$(0);

NEXT p

LOCATE 7, 25: PRINT "INICIO FINAL "; DGS$

INIS:

G = I0 + I1 + 12 + I3 | '"DIRECCION INICIAL
H=TF0 + Fl + F2 + F3 'DIRECCION FINAL

LOCATE 9, 25: PRINT HEX$(G)
LOCATE 9, 35: PRINT HEX$(H)
IF J = 8 THEN
IF H < G THEN
LOCATE 7, 25: PRINT "!!!ERROR: RANGO NEGATIVO!!!"
GOTO quith
END IF
IF H > DF THEN
LOCATE 7, 25: PRINT "!!ERROR: RANGO SOBREPASADO!!"

GOTO quiths
END IF

GOTO finalb
quith:

K$ = INKEYS
IF K$ = CHRS$(27) THEN
CLOSE #1
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10 = 0
I1 =0
12 = 0
I3 =0
FO = 0
F1 = 0
F2 = 0
F3 =0 '"HACER CERO LAS DIRECCIONES ERRONEAS
KILL ARCH$ '"ELIMINACION DE ARCHIVO CON ERROR
GOTO SALS
END IF
GOTO quith
END IF
'BUCLE PARA ENTRADA DE DIRECCIONES
INIG:
K$ = INKEYS$S
IF K$ = "0" THEN GOTO CO

IF K$ = "1" THEN GOTO Cl
IF K$ = "2" THEN GOTO C2
IF K$ = "3" THEN GOTO C3
IF K$ = "4" THEN GOTO C4
IF K$ = "5" THEN GOTO C5
IF K$ = "6" THEN GOTO C6
IF K$ = "7" THEN GOTO C7
IF K$ = "8" THEN GOTO C8
IF K$ = "9" THEN GOTO C9
IF K$§ = "A" OR K$ = "a" THEN GOTO CA
IF K$ = "B" OR K$ = "b" THEN GOTO CB
IF K$ = "C" OR K$ = "¢" THEN GOTO CC
IF K$ = "D" OR K$ = "d" THEN GOTO CD
IF K$ = "E" OR K$ = "e" THEN GOTO CE

IF K$ = "F" OR K$ = "f" THEN GOTO CF



GOTO INI®6

GOTO BACK4
Cl:

x = 1
GOTO BACK4
Cc2:

X = 2

GOTO BACK4
C3:

x = 3
GOTO BACK4
C4:

x = 4
GOTO BACK4
Ch:

X =5
GOTO BACK4
C6:

X = 6

GOTO BACK4
C7:

x =7

GOTO BACK4
Cc8:

X = 8

B80T6 BACK4
C9:

x =9

GOTO BACK4
CA:

x = 10
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'RETORNO DEL BUCLE
'"ASIGNACION DE VALORES NUMERICOS




GOTO BACK4
CB:

x = 11
GOTO BACKA4
CC:

x = 12
GOTO BACK¢4
CDh:

x = 13
GOTO BACKA4
CE:

x = 14
GOTO BACKH4
CF:

x = 15
GOTO BACKA4
BACK4:

IF J = 0 THEN

J = J + 1:
END IF
IF J = 1 THEN
J = J + 1:
END IF
IF J = 2 THEN
J = J + 1:
END IF
IF J = 3 THEN
J = J + 1l:
END IF

IF J = 4 THEN

J=J + 1:

I3

I2

I1

10

F3

'RUTINA PARA FORMAR LAS DIRECCIONES

'"FORMACION DE DIRECCION INICIAL

* 4096: GOTO INIS

* 256: GOTO INIS

* 16: GOTO INIS

GOTO INIS

'FORMACION DE DIRECCION FINAL

* 4096: GOTO INIS
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END IF
IF J = 5 THEN
J=J + 1: F2
END IF
IF J = 6 THEN
J=J + 1: Fl1
END IF
IF J = 7 THEN
J =3+ 1: FO = x: GOTO INI5
END IF

x *¥ 256: GOTO INIS

x * 16: GOTO INIS

'"FORMACION DEL RANGO
final5:
RANGO = H - G + 1
LOCATE 8, 29: PRINT "RANGO=''; RANGO
o =1
FOR r = 1 TO RANGO
IF o = 17 THEN
o =1
FOR 8§ = 0 TO 20
LOCATE (S + 6), 23
FOR i = 0 TO 35
PRINT CHR$(0);
NEXT i
NEXT S
END IF
0o =0 +1
LOCATE (o + 9), 35: PRINT ;
DIRS = HEXS$(G)
PRINT DIRS;
U =20
IF G = 0 THEN
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M1§ = "o"
MOS = "O"
GOTO PARPS

END IF

IF G <= 15 THEN
M3$ = "O"
M2§ = "O"
M1$ = "O"
MOS = MIDS(DIRS, 1, 1)
GOTO PARPS

END IF

IF G <= 255 THEN
M3§ = "Oo"
M2$ = "Oo"
M1$ = MIDS(DIRS, 1, 1)
MOS$ = MIDS(DIRS, 2, 1)
GOTO PARPS

END IF

IF G <= 4095 THEN
M3S = "O"
M2$ = MIDS$(DIRS, 1, 1)
M1$ = MIDS(DIRS, 2, 1)
MOS$ = MIDS(DIRS, 3, 1)
GOTO PARPS8

END IF

IF G <= 65535 THEN
M3$ = MIDS$(DIRS, 1, 1)
M2$ = MIDS(DIRS, 2, 1)
M1$ = MIDS(DIRS, 3, 1)
MO$ = MID$(DIRS, 4, 1)

END IF
FORH = 0 TO 1 'BUCLE PARA FORMAR 2 PALABRAS DE 8 BITS
FOR d = 0 TO 3 '"BUCLE PARA CONVERTIR 4 EN 2 PALABRAS

IF d = 0 THEN b$ = MOS

ft

IF d 1 THEN bS$ = M1$



EN b$
EN b$
THEN
THEN
THEN
THEN
THEN
THEN
THEN
THEN
THEN
THEN
THEN
THEN
THEN
THEN
THEN
THEN
EN e
EN F
EN m
EN n

f

T v v v v oo oo o oo o o o o

=0 'ASIGNACION DE VALORES

1
O N A O bW N

11
o

= 10
= 11
= 12
= 13
= 14
= 15

b

b ¥ 16

b

b ¥ 16

'"PALABRA FORMADA

'SALIDA DE PALABRAS A DIRECCIONES DE E/S
'SALIDA DE PALABRA A DIR ALTA

IFd=2TH
IFd=3TH
IF b$ = "0"
IF b$ = "1"
IF b = "2"
IF bs = "3"
IF bS = "4"
IF b$ = "5"
IF b$ = "6"
IF b$ = "7"
IF bs = "8"
IF b$ = "9V
IF b$ = "A"
IF b$ = "B"
IF b$ = "C"
IF b$ = "D"
IF b$ = "E"
IF b$ = "F"
IFd =0 TH
IFd=1TH
IFd =2 TH
IF d = 3 TH

NEXT d

DIRO = e + F

DIRL = m + n

IF H = 1 THEN
LOCATE 20,
OUT &H2RED,

END IF

IF H = 0 THEN
LOCATE 20,
OUT &H2BE,

END IP

NEXT H

15
DIR1

'SALIDA DE DIR ALTA A DIR 2BD

'SALIDA DE PALARRA A DIR BAJA

20
DIRO

'SALIDA DE DIR BAJA A DIR 2BE
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PARPS:
DAT = INP(&H2BB)
IF DAT = 0 THEN

Dl$ - ',0"
DO$ = Hon
GOTO PARP18
END IF
IF DAT <= 15 THEN
Dl$ - Hoﬂ
D0O$ = MIDS$(DATAS, 1, 1)

GOTO PARPLS

END IF

IF DAT <= 255 THEN
DATAS = HEXS$(DAT)

D1$ = MIDS(DATAS, 1, 1)
DOS = MIDS(DATAS, 2, 1)
END IF

PARP18:
WRITE #1, M3$, M2$, M1$, M0S, D1$, D1$
LOCATE (o + 9), 45
PRINT D1$; DOS
G =G+ 1
NEXT r
SAL5:
CLOSE {1
TS = INKEYS
IF TS = CHR$(27) THEN
LOCATE 6, 20: COLOR 7
FOR Y = 0 TO 40
FOR x = 0 TO 21
LOCATE (x + 6), (Y + 20): PRINT CHRS$(178);
NEXT =x



NEXT Y
G =H=0
CLOSE {#1: GOTO LEER
END IF
GOTO SALS

-SECCION PARA TRANSFERIR UN ARCHIVO A UNA EPROM
'RUTINA PARA SACAR DATOS DE ARCHIVO Y
"TRANSFERIRLOS A LA EPROM SELECCIONADA

saldat: 'SALIDA DE DATOS AL PROGRAMADOR
LOCATE 6, 20 "CREACION DE VENTANA
FOR i = 0 TO 38

PRINT CHRS$(0);
NEXT i
K =0
FOR i = 0 TO 1

LOCATE K + 7, 20

FOR J = 0 TO 38

PRINT CHR$(0);
NEXT J
COLOR 8: PRINT CHR$(178);
K =K+ 1

NEXT i
LOCATE 8, 20
FOR 1 = 0 TO 38

PRINT CHRS$(0);
NEXT i
COLOR 8: PRINT CHRS$(178);
LOCATE 9, 21: COLOR 8
FOR 1 = 0 TO 38

PRINT CHR$(178);
NEXT i
LOCATE 7, 22: COLOR 14
INPUT "ARCHIVO"; a$ 'ENTRADA DEL ARCHIVO A TRANSFERIR
OPEN a$ FOR INPUT AS #1
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DO WHILE NOT EOF(1)

LOOP
CLOSE #1
FOR a = 0
IF a =0
IF a = 1
IF a = 2
IF a = 3
IF bs$ =
IF b$ =
IF bs$ =
IF bs$ =
IF b$ =
IF b$ =
IF b$ =
IF b$ =
IF b$ =
IF b$ =
IF b$ =
IF bs$ =
IF b$ =
IF b$ =
IF b$ =
IF b$ =
IF a
IF a
IF a =
IF a
NEXT a

|
w N = O

dirfin =

GRABAR:
LOCATE 4,

INPUT #1, m$, n$, o$, ps, 4$, r$

TO 3

THEN bS$ = m$

THEN b$ = n$

THEN b$ = o$

THEN bS$ = p$

"0" THEN d = 0

"1" THEN d = 1

"2" THEN d = 2

"3" THEN d = 3

"4" THEN d = 4

"§" THEN d = 5

"6" THEN d = 6

"7" THEN d = 7

"g8" THEN d = 8

"9" THEN d = 9

"A" THEN d = 10

"B" THEN d = 11

"Cc" THEN d = 12

"D" THEN d = 13

"E" THEN d = 14

"F" THEN d = 15

THEN e = d * 4096

THEN F = d * 256

THEN G = d * 16

THEN H = d

e+ F + G+ H 'DIRECCION FINAL DEL ARCHIVO

'"VENTANA DE SELECCION DE EPROM A GRABAR

60: COLOR 15: PRINT " GRABAR EPROM # "
60: COLOR 15: PRINT "2716"; COLOR 12: PRINT "» 1 "

LOCATE 5,
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COLOR 8: PRINT CHRS5(178);
LOCATE 6, 60: COLOR 15: PRINT "2732"; : COLOR 12: PRINT "» 2 ';
COLOR 8: PRINT CHRS$(178);
LOCATE 7, 60: COLOR 15: PRINT "2764"; : COLOR 12: PRINT '"» 3 ";
COLOR 8: PRINT CHR$(178);
LOCATE 8, 60: COLOR 15: PRINT "27128"; :COLOR 12: PRINT "» 4 ";
COLOR 8: PRINT CHRS$(178);
LOCATE 9, 60: COLOR 15: PRINT "27256"; :COLOR 12: PRINT "» 5 ";
COLOR 8: PRINT CHR$(178);
LOCATE 10, 60: COLOR 15: PRINT "27512";:COLOR 12: PRINT "» 6 ";
COLOR 8: PRINT CHRS$(178);
LOCATE 11, 61: COLOR 8
FOR i = 0 TO 16 'SOMBRA INFERIOR DE LA VENTANA

PRINT CHR$(178);
NEXT i
IF dirfin <= 2047 THEN

LOCATE 10, 10

COLOR 15
PRINT "Use la 2716 [1] o Superior”" 'MENSAJE DE MEMORIA
GOTO seleccionl 'SUGERIDA

END IF

IF dirfin <= 4095 THEN
LOCATE 10, 10
COLOR 15
PRINT "Use la 2732 [2] o Superior"
GOTO seleccion?
END IF
IF dirfin <= 8191 THEN
LOCATE 10, 10
COLOR 15
PRINT "Use la 2764 [3] o Superior"
GOTO seleccion3
END IF
IF dirfin <= 16383 THEN
LOCATE 10, 10



COLOR 15

99

PRINT "Use la 27128 [4] o Superior"
GOTO selecciond

END IF

IF dirfin <=
LOCATE 10,
COLOR 15

32767 THEN

10

PRINT "Use la 27256 [5] o Superior"
GOTO seleccionb

END IF
IF dirfin >=
LOCATE 10,

COLOR 15

65535 THEN

10

PRINT "Use la 27512 [6]"
GOTO seleccioné

END IF

EPROM

seleccionl:

ab$ = INKEY$
IF ab$
IF ab$ =
IF ab$ =
IF ab$ =
IF ab$ =
IF ab$ =
IF ab$ =

GOTO seleccionl

SELECCION

seleccion?:

ab$ = INKEYS
IF ab$ =
IF ab$ =

"1" THEN
"2" THEN
"3" THEN
"4" THEN
"5" THEN
"6" THEN
CHR$(27)
"2" THEN
"3" THEN

'RUTINA DE SELECCION DE EPROM

GOTO
GOTO
GOTO
GOTO
GOTO
GOTO
THEN

GOTO
GOTO

'INPBILITACEN IE CRCICNES IE MENU [E

12716 '"SALTOS A RUTINA DE GRABACION

12732 'DE CADA EPROM

12764

127128

127256

127512

GOTO ventanaoff 'SALIDA DE SUB-MENU

'DE SELECCION DE EPROM

'RETORNO A LA RUTINA DE SUB-MENU DE

12732
12764
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IF ab$ = "4" THEN GOTO 127128
IF ab$ = "5" THEN GOTO 127256
IF abs$ = "6" THEN GOTO 127512
IF ab$ = CHR$(27) THEN GOTO ventanaoff
GOTO seleccion?2 '"RETORNO A LA RUTINA DE SUB-MENU DE SELECCION

seleccion3:
ab$ = INKEYS

IF ab$ = "3" THEN GOTO 12764
IF ab$ = "4'" THEN GOTO 127128
IF ab$ = "5" THEN GOTO 127
IF abs = "6" THEN GOTO 127512
IF ab$ = CHRS$(27) THEN GOTO ventanaoff
GOTO seleccion3 'RETORNO A LA RUTINA DE SUB-MENU DE SELECCION

seleccion4:
ab$ = INKEYS
IF ab$ = "4" THEN GOTO 127128
IF ab$ = "5" THEN GOTO 127256
IF ab$ "6" THEN GOTO 127512
IF ab$ = CHRS$(27) THEN GOTO ventanaoff
GOTO seleccion4 'RETORNO A LA RUTINA DE SUB-MENU DE SELECCION

i

seleccionb:
ab$ = INKEYS

IF ab$ = "5" THEN GOTO 127256
IF ab$ = "6" THEN GOTO 127512
IF ab$ = CHR$(27) THEN GOTO ventanaoff
GOTO seleccion5 "RETORNO A LA RUTINA DE SUB-MENU DE SELECCION

seleccioné6:
ab$ = INKEYS

IF ab$ = "6" THEN GOTO 127512
IF ab$ = CHRS$(27) THEN GOTO ventanaoff
GOTO seleccion6 'RETORNO A LA RUTINA DE SUB-MENU DE SELECCION

ventanaoff:

K =20

FOR i =0 TO 15 'ELIMINACION DE LA VENTANA
LOCATE K + 4, 60
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FOR J = 0 TO 17
COLOR 7: PRINT CHR$(178);
NEXT J
K=K+ 1 "ELIMINACION DE VENTANA Y BARRA DE PORCENTAJE
NEXT i
LOCATE 10, 10
COLOR 7
FOR a = 0 TO 30
PRINT "#";
NEXT a
FOR a = 0 TO 3
LOCATE 6 + a, 20
FOR b = 0 TO 39

COLOR 7
PRINT "&";
NEXT b
NEXT a

FOR a = 0 TO 2
LOCATE 23 + a, 19
FOR b = 0 TO 36

COLOR 7
PRINT
NEXT b
NEXT a

GOTO menuppal
'RUTINA PARA CARGAR PALABRA DE CONTROL DE EPROM A GRABAR

12716

CTL = 0 "PALABRA DE CONTROL PARA ESTA MEMORIA A GRABAR
GOTO saldatl 'SALTO A RUTINA DE GRABACION DE EPROM
12732

CTL = 2

GOTO saldatl

12764

CTL = 4



GOTO saldatl

127128
CTL = 6

GOTO saldatl

127256
CTL = 8

GOTO saldatl

127512
CTL = 10

GOTO saldatl

saldatl:
COLOR 15
LOCATE 23,
FOR a = 0
PRINT
NEXT a
LOCATE 24,
FOR a = 0
PRINT
NEXT a
PRINT "
LOCATE 25,
FOR a = 0
PRINT
NEXT a
LOCATE 24,

IF CTL = 0

puerto

END IF
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"CREACION DE BARRA DE PORCENTAJE DE GRABACION

19
TO 36

"o,
!

20
TO 29
CHR$(178);

",
4

19
TO 36
CHRS$(0);

19: PRINT " ";

'CARGA DIRECCION DE MONOESTABLE A USAR
'DE ACUERDO A LA EPROM ELEGIDA

THEN
= &H2BA

IF CTL = 2 THEN

puerto

END IF

= &H2BY

LOCATE 24, PRINT " ";



IF CTL = 4 THEN
puerto = &H2BS§

END IF

IF CTL = 6 THEN
puerto = &H2B9

END IF

IF CTL = 8 THEN
puerto = &H2BS8

END IF

IF CTL = 10 THEN
puerto = &H2B9

END IF

0

0

0

0

100 / 6

= K

LOCATE 22, 20

1t

3 ®m a K o9 e
1]
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'"INICIALIZACION DE VARIABLES

'"SALIDA DE PALABRA DE CONTROL

OPEN a$ FOR INPUT AS #1

DO WHILE NOT EOF(1l)
INPUT #1, p$

¢c =c + 1

LOOP
x =c¢c/ 6
CLOSE #1
OUT &H2BF, CTL
LOCATE 10, 10
COLOR 7
FOR v = 0 TO 30
PRINT
NEXT v
colocar:

COLOR 15

LOCATE 8, 22

'NUMERO DE PALABRAS DEL ARCHIVO

'NUMERO DE LINEAS DEL ARCHIVO

'SALIDA DE PALABRA DE CONTROL A PUERTO 2B8






50 "PORCENTAJE DE GRABACION

IF b$ = "D" THEN b = 13
IF b$ = "E" THEN b = 14
IF b$ = "F" THEN b = 15
IF d=0THEN e = b * 16 'LSB
IFd=1THEN F = b "MSB
IF i = x THEN
LOCATE 24,
COLOR 4
PRINT CINT(m); "%"
LOCATE 24, (20 + J)
COLOR 9
PRINT " "
J=J+5
m=m + K
i=o0
END IF
NEXT d
G =e+F "PALABRA FORMADA
COLOR 7
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'"SALIDA DE PALABRAS A DIRECCIONES DE E/S

IF H = 2 THEN
LOCATE 20, 30
OUT &H2BC, G
SIGS = "\"

END IF

IF H = 1 THEN
LOCATE 20, 25
OUT &H2BE, G
SIGS = "}"

END IF

IF H = 0 THEN
LOCATE 20, 20
OUT &H2BD, G
§1G$ = "/"

END IF

'SALIDA DE PALABRA AL DATO

'SALIDA DE DATO A DIR 2BB

'SALIDA DE PALABRA A DIR ALTA

'SALIDA DE DIR BAJA A DIR 2B9

'SALIDA DE PALABRA A DIR BAJA

'"SALIDA DE DIR ALTA A DIR 2BS8



QUT puerto, 0
LOCATE 20, 35

FOR Y = 0 TO 500

NEXT Y
NEXT H
LOOP

tor: '"ELIMINACION DE VENTANA Y BARRA DE PORCENTAJE

FOR a = 0 TO 3
LOCATE 6 + a, 20
FOR b = 0 TO 39
COLOR 7
PRINT
NEXT b
NEXT a
FOR a = 0 TO 2
LOCATE 23 + a, 19
FOR b = 0 TO 36
COLOR 7
PRINT
NEXT b
NEXT a
CLOSE #1
GOTO ventanaoff

'DISPARO DE MONOESTABLE
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APENDICE B. DIAGRAMAS ELECTRONICOS.
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APENDICE ¢

CALCULOS

- Calculo para resistencias R4 y R11l

Vce = 25V

Ic = 10mA

25 - (10mA)(R) - 0.7 - 6 = 0
R =1.83 k2 = 1.8 KQ

PR = (25)? + 1.8 KQ

PR = 0.347 Watt. = 1/2 Watt.

- Calculo para resistencias R5 y RL2

Vece = 25 V¥

Ic 10mA

Ib = 1/10 (10mA) 6 Vecec # (l0)(R4)

4.5 - [1/10 (1O0mA)] R - 0.7 0
R = 2.7 K@

PR = 1/4 Watt.

- Calculo para resistencia R6 y R9

Ic = 10mA

Vee = 25V

25 - (10mA)(R) - 0.7 - 5 =0
R = 1.93 KQ & 2.0 K@

PR = (25)2 + 2KQ
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PR = 0.3125 WATT = 1/2 WATT.

- Calculo para resistencias R7 y R1O

Vee = 25
Ic = 10mA
Ib = 1/10 (10mA)

4.5 - [1/10(10mA)] R - 0.7 = 0
R = 2.93 KQ = 3.0 KQ

PR = 1/4 de Watt.

- Calculo para resistencias R8,R18,R13 Y R21.

NOTA: Sirven para asegurar estado (Tierra), teniendo que ser de un
valor elevado para no demandar mucha corriente al circuito.

El valor sugerido es de 1IMR. (1/4 de Watt).

- Calculo para R16

Ic = 30mA
Vce = 25 V
25 - 30mA(R) - 0.7 - 12.8 = 0

R = 383.3 Q 3908

PR = (25)% + 390 Q = 1.602 Watt = 2 Watt.



~ Calculo para R17

Vce = 25 V
Ic = 30 mA
Ib = 1/10 (30mA)

4,5 - [1/10(30mA)]R -~ 0.7 = O
R = 592.8 @ = 560 Q

PR = 1/4 de Watt.

- Calculo para R1 (MONOESTABLE)

Cl = 4.7 pF

0.7 (R)(4.7uF) = 500 ps

R = 150 @

- Calculo para R2 (MONOESTABLE)

CcC2 = 0.1 pr

0.7 (R)(0.1pF) = 100 ps

R = 1.5 K%

- Calculo para R3 (MONOESTABLE)

C3 = 4.7 nF
0.7 (R)(4.7pF) = 50 mS

R = 15 K@
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LISTA DE COMPONENTES CALCULADOS

CL, C3 = 4.7 pF

C2 = 0.1 pF

R1 = 150Q

R2 = 1.5KQ

R3 = 15KQ
R4,R11 = 1.8KQ
R5,R12 = 2.7KQ

R6,R9 = 2.0KQ
R7,R10 = 3.0KQ

R8,R18,R13,R21 = 1MQ

R16,R19 390Q

R17 ,R20

5600
01,02,03,04,05,06,07 = 2N2222 (0.8 Amp.Max)

Diodos = 1N914 (0.2 Amp. Max)

NOTA: Se seleccionaron los Diodos 1N914 tomando en cuenta que en
los circuitos las corrientes que pasan por ellos son iguales o

menores a 30mA.
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Natipnal
Semiconductor

NMC27C16

16,384-Bit (2048 x 8) UV Erasable CMOS ¢

- General Description

“he NMC27C16 is a high spand 16k UY erasabra and elec:
‘rcally reprogrammabls CMOS EPRCM, ideally suted for
applications where last turnaround, pattern axperimentation
ard fow power consumption are important requirernents.

The NMC27C16 i3 packaged in a 24-pin dual-in-lice pack-
159 with transparsnt lid. The transparsnt lid allcws the user
'n axpese the chip to ultraviolet light to etase the bit pattern.
A new pattern can then be written into the devica by follow-

: ing the pregramming procadure,

i
|
!

|

This EPRCM is fabncated with the reliable, high volume,
yme proven, PACMOS™ silicon gate technolcgy.

N i
;,v.‘le.'] :

Y
o Y

Features

A Agcess g down o

® Lew CMCS rower i
w Active Powar: 25 15
- Standby Power: 2 57 7 max (3875 savings)

& Performarce comeat e to HSZICNM™ CMGCS
miCropreenssct

= Single 5V power sutcly

A Exiended temperature range avalable
(NMC27CIRE-45), - 406 Clo + 850, 450 n3 %5
power supply

= Pin compatible 1o MYI2718 and hghier density EPRCMS

0 Static-—no ¢locks 2300

® TTL comgatitle ircus: iinuls

m TRI-STATE® cutnut

SR

Block Diagram
Yoo O—b OATA QUTPUTS Bg-0; l
ottt sty
OHD O—b - !
o= TR
D LN Addresse
0F OUTPUT ENABLE | ddresses
CHIP ENARLE - uTPUT Crip Epably
CEPoM — ANO PROG LOBIC BUFFERS Joe e T
Output Enable
[~ L.y Cutputs
- Y .
] DECOOER . Y GATING Program
- " NC No Connect
A3-A10 R
aooress { ¥ »
weuts | ¥ *
ad X . 18.384.817
— DECODER . CELL MATAIX
—{H .
_.’, .
| — 2

TL D/8275-1




ams - b ik @ob e et i

b 40 many Pm .
L\’)ﬁ"ﬂﬂlu;v‘v |.nru”HEii‘ﬂ
t

ot T T r
U 27C256 | 27C128 ! 27CH4 ' 27C32 27C132 : UC L . L ILT56
27256 | 27128 | 2764 | 2732 232 s et 3
Vep Vee Ve Dual-In-Line Package . S
A2 A12 Al2 MMC27C18 2o GO g
A7 AT i A7 A7 Ar {1t " g Voo §oHS o an)
AB AB A6 AS a—{1 ul<u A8 IR Y
A5 AS A5 AS e ] h—ae AQ Aa ; ] A3
A4 ML A | A4 m—t ) SRV At | s toa | oan
A3 A) AJ A3 M3 -t " JUE/vpp| CF L 9
A2 A2 A2 A2 : A {8 19} 10 AtO ALD A A10
Al A At Al n—s -t 1} CE & [ (E
AD AO AD AQ M 10 Cy C; C; 0Oy
Oq Oq 09 Oq 0y =40 10} 00 04 Os Cs O
0, 0y Oy 04 o —{m 18 = 04 Qg ég s O
C 02 0, C, Br aed 11 ol - Ny s Ty (o)
GND | Gno | gt | aND |, pe]s ke oy | oy | 2 | 0
: TL Dr5275-2
f E Top View
Nota: Sockat compatible EPFROM pin configurations are shown o the blocke adjncont to tha (IMC27C 18 pes
‘ Ordar Number NMC27C 18
' See NS Package Number J24AQ

Commercial Temp Range (0°C to + 70°C) Vgg = 6V £5%

i Parameter/Order Number Access Time (ns)

| NMC27C16-30 300

' NMC27C16-35 350
NMC27C16-45 450
NMC27C16-55 550
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*~ming Characteristics tims2s

Ta v e i 37Mpe = 5V #5% Vpp = 26V =1y
o et e T T T e
_‘_'_L—‘:—::,__”’: Curient {for Any Input) Vi _'/CC or GND '— o »——7;—— ~-—-;J\-—~-‘
——.-"I.p.m Zi... Supply Current During CE: TT-_EM Yy 10 A
e Sregramming Pulss o ~
loc i Ve Supply Current o Cm o mA
me_ } Inout Low Lavel A N R
ViH | Input High Level - 20 | Veo + 1 v
AC Programming Characteristics votes243)
{(TA = +25C £5°C, Ve = 5V £5%, Vpp = 25V +1V) -
Symbol Parameter Conditions Min _Tyo Max Units
1As Address Setup Tima 2 !.M R —u'l
ces OE Setup Time P B u'; ‘_
1pg Data Setup Time : _h —___ o f s
tAH Address Hold Time 2 o ns
toENH OF Hold Time i h o . . bS
toH Data Hold Timn i ) 2 [ PO D .0
tor Output Enable to Output Float Delay TE/PGM = V), 7 ! 160 ns
tog Cutput Enable to Output Delay CE/PGM = vy | e0 s
tew Program Pulse Width 48 L &0 &5 ms
teaT Program Pulss Rise Thne 5 ns
teeT | Program Pulse Fall Time 5 - ons
|
AC Test Conditions g
Vee 5V £5% Timing Measurement Rz'erence Lavel
Vep 25V £1V Inputs 1V and 2V
Input Risa and Fall Times <20ns Qutputs 0.8V and 2V |
Input Pulse Lavels 0.8vip2.2v !




P e A " I
HoMan. Lo s g tled devices ae csaired,
plerse cortast the Mational Semiconducior Sales
OfficesDisti.oo.tars lar availability and specificalions.
=10 L -80°C
~R¥ T2 -125°C

Tempurature sneler 3ias
Sterage Ters e

All Input Yotages arth
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Fower Dicsipaticn
Lead Temperature {Scldering, 10 ¢2nondsl i
Operating Conditions g9
Temperature Rangs

NMC27C16-39, -35, 45, .55

(08 [ IR SR I

Nespantly Sroard 3 0.3V HMC27CISE- 45 BRI A R I LR :
L APt veitagas it Ve Pownr Supply (Hetes 2 and 3) Sy eea
Respactto dround (Hoto 1) Vg r 3V GHD -0 IV Vpp Powor Supply (Motn 1)) Yoy
Vpo Sunply Voltags with
Hespect to Grourd
Durting Programming 4 25.5V10 0.3V
READ OPERATION
DC Electrical Characteristics
Symbol Parameter Conditions Min » Typ(Nx_)!e_d) ~M'n(~ _U[m.-;v
I Input Load Curent Viy = Ve ot GND i n
Lo Outpul Leakage Current | Veyt = V=301 GND,TE = Viy L _ 10 u\
Iect Veg Current (Active) OF =CTE - v, 1= 1MH:z ) 0 A
{Mote 3) | TTU npuls lnpuls = YiqorVy, /0 = OmA ) e o
o leca Ve Current (Activo) OE ~ CE » Y, t = 1 MH2 | 5 mA
I (Notad) | CMOSInputs Inputs = Ve or GNO, 1O =+ 0 A . o
| lccsas Vee Curtent (Standty) CE = vy ! o1 | mA
TTL Inputs ) o
lccssz | Voo Cument (Standby) | CE ~ Veg n it o -
CMCS Inputs o ’ R
LY Input Low Voitage -0.1 08 v
T Input High Yoltage 20 SR A
Vout Qutput Low Voltage lop = 2.1 mA 045 | v
VoHi Output High Voltage lop = —400 uA 2.4 v
Vorz Qutput Low Voltage lo, = 0pA 0.1 v
VoHz Output High Voltage Ion = O pA Veg - 0.1 v
AC Electrical Characteristics
NMC27C18
Symbol Paramater Canditions -30 -35 £.45, -45 -55 (U
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max
tace Address to Output Delay CE = 0E = vy 300 350 450 550 | ns
tce CE to Qutput Delay OE = vy, 300 350 450 550 | ns
og OE to Outpul Delay CE =V 120 120 120 160 | ns
tor OE High to Output Float CE=V), 0 f100| 0 [100|] 0 [100] O | 100 | ns
toH Output Hold from Addresses, | CE = DE = v
" (Note 5) | TE or OF, Whichever 0 0 ] 0 ns
Qccurred First
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IS T Pl gttt o,
Funclional Dasciipuiog e
W 12000 wdiiomé prae oL LT T ana et b

Frogrammirg g NMZETCIEs g

data can be eag'y 21ccomelished due o p claced wethin Lingh ol the tyer 7 orasure Sama
pregramming requeements. Like inputs of the o lapg hava a Wter o thar v ey st ba ramoyed
MNMC27C16s may by cconacted tegnther whan o, 5 tufcia erasure.

pregrammed wrth the same data. A high lavel : Nota: Tha NMO2TGTR- €5 aury raba L= e va tar s eglatn pea= o
apolied to the TE/FGM input pregrams the puess oo te coour

NMC27C1Es. An arasure system should ta n.tegted parsitically Tha
distanca from lamp to unit s Hra m untanad 1t end ingn

Program Intubit . .
The erasura lima increa:s as tha squara cf the distanca {If

Programming multiple rIMC2.7C165 in paralial with r1':f""?"! distance i doubled the 2rasure ima incinasas by a factor of
da'.a‘ '3 also' ens;ly accomplished. Excopt for CE:FGM, alt 4) Lamps lose intonsity as thay age. Whan a lamp
lixe inputs (including 3E) of the parallel NMCZ7C153 miay changad, tha distanca has chargad, or tha lamp has agad,

ba common. A: TTL Ie_vel program pulse agplied to an the system should b checked to maka certain full erasirn
NMC27C18's TE/PGM input with Vpp at 25V will program is occurring. Incomplets erasura will cause symptoms that
that NMC27C16. A low level TE/PGM input inhibits the sth. can be misleading. Programmers, components, and aven
ar NMC27C16 from being programined. system designs have baan suancously susgentad when n.
Program Verity complete erasure was the preblem.

A venfy shauld be performed on the programmed bis to SYSTEM CONSIDERATION ,
determina whether thay wore correclly programmed. The The power swilching characteristics of EPAOMS raqure
venly may be performed with Vpp at 25V. Vpp must be at carelul decoupling of the devices. The supply currant 1, !
Ve except dunng programming and program verily. has three segmaents that are of interest to the system rle. i
ERASURE CHARACTERISTICS signer—tha standby current lavel, the active current leval,

and the transient current peaks that ara producer on the
talling and nsing edges nf chip enable. The magnitude cf
thesa transient current geaks s riependent on the il
capacitanca loading nf tha device. The associated trans.ent
voltage paaks can ba suppressed by properly enlnctes da.
coupling capacitors. 11 1s reccrmandod that a 0.1 pF ra.
ramic capacilor be used on every device tetwean Vo and
GND. This should be a tugh Irenquency capacitor of low in-
hetent inductanca. i adddion. a 4.7 pF buik Sheclioiyle ca-
pacitor should ba used Letween Ve and GHD for each

The erasura charazteristics of the NMC27C 16 are such that
erasura begins 1o occur when exposed to light with wayva«
lengths shorter than approximately 4000 Angstroms (A). it
should ba noted that sunlight and centain typos of fluzras-
cent lamps have wavelangths In the 3000A~-4000A ranga,
Opaque labeis should be placed over the NMC27C1E min.
cow to pravent unimttantional erasure. Covering the windcw
will also prevent tamporary functional failure due to the gan-
etalign of photo currents.

Tha recommended erasure procedure for the NMC27C 16 is eight deices. The bulk capacitor should ba located near
oxposure {o short wave ullraviolet light which has a wave- whers the pawer supply is connactad lo tha 3may. The pur-
length of 2537 Angstroms (A). The intagrated dose (i.e., UV pese of the bulk capacitor is to ovarcoma the voltage drep
intensity x axposure time) for erasura should be a minimum caused by the induclive effects of the PC board tracen.

of 15W-sec/cm2, The erasure time with this dosage is ap-
proximately 21 minutes using an ultraviolet lamp with a

TABLE |, Mode Selection ~
Pins ot 7.7 " DE Vp Vee Outputs
Mode (18) : {20) {21 (24) (9-11,13-17)
Aead Vi b ViL Vee 5 Doyt 3
Standby v | DontCare Voo 5 Hi-Z
Program Pulsed Vy toViy Vi 25 5 Dy
Program Verify Vi Vi 25 5 Dour
Program Inhibit viL ViH 25 5 Hi-Z
Qutput Disable X Vi Vee 5 Hi-Z .




TP FEIN S DR AL R Tl o
. Symbel | Parametnr Condltions Typ Max Units
| Coy nput Capact ince Yy = 0V 4 5 oF
I Zeut Output Capactance | Voyr = OV 8 12 oF
AC Test Conditions
Output Load { TTL Gate and Timing Measurement Releranca Level
CL = 100 pF Inputs 1V and 2v
fnput Fise and Fall Times %20 ns Qutputs 08V and 2V
Input Pulse Lovols 0.0Vig 2.2V

AC Waveforms (notes 2.8, 9, 10)

Vi ACORESSES k

\ VAL:D X

[ass— o

vy o
@ ' \ /

Vi

ADDRESSES

tce
Wy \ ]Z
{i ™
L— {pe (NOTE §} -~ tor NOTET)
VON H-? amssSl _&\‘ we
« NUIPYT  amvmmsen ¥ALIO QuTPYT
You B ’17 4
be———tacg (ROTE §) i tgn = fe—

TL'0/527%-3
Note 1: Siresaen above thosa listed undor “Absolute Maximum Astings” may cause parmanem damage ‘o the devica Thrs it & strasd rafirg anly and functionsl
operation of tha device at these or any other conditions above those indicated m (e cPeraboras sactons of this spacification is not inphed. Expostre to abaoclute
may'murm rating conditicns for extended periods may affect dovica rafliatility.
*ote - Vo must be apolied simultaneousty or bafore Vpp and removed simuttanaousty or after Vpp.
Note X: Vpp may be connected to Voo sxcept during programming. lcgy < the sum of the loe active vl tpp read currents.
Hote & Typical valuas are for Ty = +25°C and nominal supply voltages,
Note 5: This parameter is only samplad and is not 100% iastod.
Hote 8: TE may he delayed up to lacc — tog after the failing edge of TE without impact on tace
Note 7: The Ing compars leved is datermined as foltows:

High to TRI-STATE, the moasured Vou, (DC) - 0.10V
Low 1o TRI.STATE, tha measured Vg4 (DC) + 0.10V

Hote #: TRI.STATE may he attained using OF or CE.

Note 9: The powsr swilching characiasistics of EPROMs require carsful device dacoupting. It is recommenvied that 2 0.1 puF ceramnic capacitor ba used on avary
davice between Ve and GNO. o

Note 10: The NMC27C 16 requires one addrass transition after Initlal powsr-up to resst the outputs.

Note 11: The outputs musi be restricied to Ve + 0.3V o avold tatch-up and devics demage.
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Hate: All timng shown in parenthesns 416 mnimer 10¢ 0 s anleay ctborsma cpo e d

Hote 1: Matoral s standard orwiet waeinty 1nolies only to dovicne programmad to sceatic hiens daasnbed harem

Hote 2:°/. . must ba aophod e itara us'y of betore Ve and remevod simuitanssgs'y - y1ar Jrp The MG TC W et ee 10 0y

beard with Vep at 25V ¢ 1V to peovaat iemaga to the dnvice

Hets 1 Tha mnmemum alles <o

Prevant 2vpeniont axtenging ha SH e mramum specificaton. A 0.1 pF capacitor s raponrnad actese oo, Lo o SN I g ot

which mav 4wnage the Joviuy

Functlional Description

DEVICE OPERATION

The six modes of oparation of the MMC27C16 are listed in
Tahla 11t should be noteq that all inputs for the six modes
are at TTL levels, The pawer supptias required are a 5V Ve
and a Vpp. The Vpp power supply must be at 25V during the
threa programming modes, and must be et 5V in the other
three modes.

Read Mode

The NMC27C186 has twn control functions, both of which
must ke logically active in order to obtain data at the out-
puts. Chip Enable (CE) is the power control and should be
usad {or device salection. Qutput Enable (OF) is the output
control and should be used to gate data to the output pins,
independant of device salection. Assuiming that addresses
are stabla, address access ima (tacc) i equal to tha delay
from CE ta output (lcg). Dala Is availabla at the outpu!s tog
altar the failing edge of UE, assuming that TE has been low
and addresses have been stable for at least Iaco~toe. The
NMC27C186 requires one address transition after initial pow-
er-up to raset the outputs.

Standby Mode

The NMC27C16 has a standby mode which reduces the
active power dissipation by 98%, from 26.25 mW to
0.53 mW, The NMC27C16 Is placad in the standby mode by
applying a TTL high signat to the CE input. When in standby
mods, the outputs are in a high impadance stats, indepen-
dent of the OE input,

Output OR-Tying

Basayre NMCR7C108 aro usudlly uned in targar mamory

arays, National has provided a 2-Ine control funstion that
accommadatos this use of multiple memory conneatinna,
The 2-line control function allows for:

a) the lowest possible memory power dissipation, and

210132 atech may ho applied 10 1he Ypp i dunseg el crasenmeg 3 JAY 1A e e o e e o e
3 pe 4 1 : ]

I T A A A |

L R S

N R RUNIE TEIET

by somplate assurance Hat outeat as contenhen will not
ccour,
To maost qfﬁmqnlly tisn thoaa tan - avee] hinos it ae racsen.
rraedad that CE qpin 17y b g o f e sed as e o
mary feace salecting funetion. atohn < 25) be made 4
ccmmon connection to all devicns it the array and connant
ed 1c the READ line from tha syster cortrol bus. This as-
sures that all deselected memory dovices ara in they low
power standby modeag ard that the oufput pins ars artive
only when data is desited from a prarticular memney desine

Programming

CAUTION: Exceeding 26.5V on pin 21 (Vpe) will damaqe tho
NMC27C16.

tnitially, and after each erasure, all bils of the NMC27C 16
are in the 1" stata Data Is intreduced by =eloclively pro-
grarmming "'08™ into tha dasired bit locations. AMthaugh anly
"0s" will ba programmed, both 158" and "08” can ha pro
santed in the data word. The only way to changa a "0 tn a
1" ig by ultraviolet light erasurs.

The NMC27C16 is in the programming moda when the Vi p
power supply is at 25V and OF is at V. Itis required that a
0.1 pF capacitor be placed across Vpp, Ve to ground to
suppress spurious voltage transients which may damaga
the device. The data 1o be programmad is applied B bils in
paralie! lo the data output pins. The lavels ranuired for tha
address and data inputs are TTL.

Wher the address and data are stable, a 50 ms, activa high,
TTL program pulse is applied to the CE/PGM input. A pro-
gram pulse must be applied at each address location to be
programmad, You can program any location at any time—
pither Indivicually, saquantially, or al random. The progrem
pulsa has a maximum width of 55 ma. The NMC27C16 must
not be programmed with a 0 signal apptiad to the TE/
PGM input.
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A4 semiconduct
NMC27C32

32,768-Bit (4096 x 8) L'/ Erasable CMOS FROM

General Description

Tha HMC27C2 i a high spzeed 32k Liv neaaaets and nlae.

" incally rapeogrammable CMOS EPRCA Aoy gutod for

applicatons where fast turnarcund, pattern exparimentation
and Iow power consumption ara important reruirements,

The NMC27C32 ig packagad wr a 24-pin dial-n-iine pack-

‘ age with transparent lid. The trarsgarart o3 ad>ws the usnr
~ lo axposa the chip ta ultravioiet light to 2rase tha bit pattern,

A new gattern can then be written into the dsv:cn by follow-
ing the programming procedure.

This EPROM is fabricated with the relatle, hgh voluma,
time proven, p2CMOSTM stlicon gate tecnrology.

Block Diagram

Fealures

R’ Accaaq time down 1 10t ne

m Low CHMOS power conspnphon
Active pawer: 26 25 m\W max

Standby pawar: 0,53 m¥ max (987 savings)
®m Extanded temparature range availahlg (NM277:325 45

and MMCZTCI2HE-45), 427 to
+ 5% power sucply

ARSI 4ED

s

w10 m3 pregramrmimrg acadabta (PAC27CIZH), an 407,

tirna sasngs

® Pin compatble to NC27732 and highar danaity

EPROMs
® Static-nn ctacks redquerar
m TTL comcattie nputs/ mptpets
m Twoline controd
m TRISTATE® cupat

DATA QUIPYTS Op-)
Ve O— ,_._.___..,A___.L’_\

v RRRAEA!

OF ~—t QUTPUT ENABLE AND »
(b CHIP ENABLE > BuTPUT
Loeie BUFFERS Pin Names
r A0-A11 r Addresses
—> » NS
— ' ‘ CE Chip Enable
— DECODER . ¥ GATING ke | LheEnabe
- " O Qutput Enahle
Ao-An | —+ » 0y-0 Outputs
ADORESS | ~— » ooy LM
INPUTS |~ 4
— X : 32,188-010
— DECODER . CELL MATRIX
—p .
ey LN
.——’ v

TL/D/E270 -




Cronreciion Diagrom

27C256]27C128 | 27Ch4
;27256 27128 | 2764
Vep Vep Veo
AR A2 A2
A7 AT A7
Ag AB AG
AS A5 A5
A4 A4 A4
A3 Al Ad
A2 A2 A2
Al At Al
AQ AQ A0
Co Co | %o
0 o | o
0, 0, | 0;
GHD GND GHo

27C16 1210216
2715 27218
HMC27C32
Duni-in-Line Pacs & j»

R
AT Shat e Ve
AB AL -~1? aten AR
AS AS ~—~11 - Aa
Ad - At ] an Yoo
A3 A —{s 2 I | CE
A2 A2 |5 M- an A0
Al At {71 - 1r B
A0 s 1 =0y 0+
Co 0q —{ 9 1540y Og
O 01— 10 T SNh s
0z 0 — 1 Wl 04
GND o0 —| 1y ol o 0,

ety 2
Top View

Order Number NMC27C 32
See NS Package Number J24AQ

2764 1 2

Voo
(REE I

tes

!

Note: Sacket comertibie EPROM pw conflgurations are shown in *ha Ticekg adigzant *o the F MOC27C32 rans

Commercial Temp Range {'Cto + 70°C) Vg = 57 5%

Parameter/Order Number Access Time {ns)
NMC27C32-30, NMC27C32H-30 300
NMGC27C32.35, NMC27C32H-35 350 B
NMC27C32-45, NMC27C32H-45 | 450
NMC27C32.55, NMC27C32H-55 550

Extended Temp Range (-40°Clo +B5'C)Voc ~ 5Y +5%

Accness Time (ns)

Parameter/Order Number
NMC27C32E-45, NMC27CI2EH-45 450 |

2760 250

-
e

AR




. ”r.'.u ' tnng !
Con I :emt Caoacitanca ' I
. s 6 cf
| Evcept OE/Vpp | ’
- —_— SO S
o i St YppInput
M2 ; bl rp Inp! 20 oF i
. [ flavacitance I
Coyr ’ _T.ozitCapacitance | Yoyt = OV 8 12 ’ £F
AC Test Conditions
Cutnnt Lead 1 TTL Gate nndd Fitng Maasutomant Aotornren | el
Cy 100 pF Inpits IRIG )
Input Aise and Fall Timas - %20ns Qutputs 087 and 2V
Input Flse Laves 0.45V 10 2.4V
AC Waveforms (otess s g)
' / {5 ;
ADORESSES vy X AUCRESSES VALID "+ X
¥

* — g —f

I
o~

R —|
Vo | -2 y (NO?E‘) - {¥ sty “;.u-z
oupUt = A outeul_ | }»}}——-
T (NQOATCECA) " -

Trrrre)
Hote 1: S'rassey 1na.e 100 histed undar “Absokite Maxumum Ratings may cause pormansnt damage 1o the deviza. Thre 18 3 emane <3t ey 2y ard furctmeat
opuratc 2f the Javce at thesa or any othar conditions above those maicated in the operabonal sectong of ths spasficanen s actenc’»: Tvposurn 'o ghseluig
maximum fating cerditions for extended poriods may atfect device refiabifity.
Note 2 Tymcal values are for Ty = +25°C and nominal supply voltages.
Note X: Thig parametn 13 onty sampled and is not 100 tested.
Note 4: CE may be delayad up o lace — lop aftar the laifing edge of TE without impacing tace
Note S: Tha 'or compare tevel is datermined as fellows:
High *o TRI-STATE. the measired Venys {OC) - 0.10V;
Low to TALSTATE, tha meammed Vo g (DC) + 0.10V.
Nate 8: TA1.3TATE may be atinined using OF or CE.
Hate 7: Tha power swntching characterdstics of EPRIOMa requira careful davice decoupting. I is recommanded that a 0.1 uF caramic capacider bo usad on every
dance betwaen Ve arvd GND,

Note 8: The cutputs must be rastricted lo Vep + 0.3V to avold latch-up and davice damaga.
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ABSSHIE Maxlivum Rabnus - - -

te et 8eraenace spaclied davicas a2 feguitew,
please comtact the Nalicnal Semiconductor
Otfice/Distributors {or avallabillty and specifications.
~10'Clo i BO'C

ERTULY

Terrparatura under Bias

SURenp ) gae Lo

Oner a o Condilions aie-

12

Slcrage emperature - 65°Cto + 1e5°C A Ty .
Al Input Voltages with BUTTOT T T TIMCBTOR2.3S,
Raspant to Ground +65Vio -0V s oo llr,n??__? SR, !
All Cutput Voltagas with , .: R ::,A:::.: . “: .; PP .
Respact to Ground Voo £ 0.3V 1o GND --0.9V " s, ”N‘“:nlj‘.?.;;,[g 5 'y . IR T :
Vpp Supply Voltage with Respact ) R 6 - B
to Ground during Programming t26.5Vto0 -0,V Yo Froase Supply ! Yo
READ OPERATION
DC Electrical Characteristics
Symbol Parameter Conditions Min | Typ(Note2) | Max | Units
My input Load Current Vi = Vg or GND R n whA
ho Output Leakaga Curent | Voyr = Voot GMD,CE=vyy | | 0 pA
Iec Ve Current (Active) OE = CE = vy
TTL Inputs Inputs = ViyorVy,{ = 1 MHz 2 10 mA
170 = 0 mA [ I N
Icea Ve Current (Active) OE=CE=Vy z
CMOS Inputs Inputs = Ve or GNDf = Y Mb2 1 5 A
170 = 0 mA o I L
lcess V¢ Currant (Standby) CE =V , 01 | mA
TTL inputs N o
locssz | Ve Gument(Standby) | TE = vee i 091 9.1 A
CMOS Inputs i _
Vip Input Low Voltage L T L N A
Viy Input High Voltage 2.0 Veg 41 v
Vout Qutput Low Voltage o, = 2.1 mA 0.45 v
VoHi Qutput High Voltage lon = —400 pA 2.4 v
Vo Output Low Voltage oL = 0 pA 01 v
Vorz Output High Voltage lo = 0 pA Veg — 0.1 R
AC Electrical Characteristics ;
NMC27C32 :
Symbol Parameter Conditions -45, H-45
K . - -55, H-55
30,130 | -35,H35 Units
Min | Max | Min | Max | Min Max | Min | Max
tace Addrass to Output Delay CE = OF = vy 300 350 450 550 | ns
tce CE to Output Delay OE = vy 300 350 450 550 ns
toe OE 1o Output Delay CE = vy 150 150 150 150 | ns
pe UE High to Qutput Float CE « v 0 | 130 ] 0 § 130 0 190 | @ | 190 | ns
\oH Outpnt Hold from Addrasans, | O « DB w vy, -
(Note 3) | TE or OE, Whichever ] 0 0 ] ns
Occurred First
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spveol [ pwawser [ condwons | M | Typ [ Max [ ums
s Addigss Sshup Ta v i 1 o o B u'z
(53 SEIUD fime D - ‘1-- ) T u’;
Data Setup Time T 1 -
Vee Setup TEH‘-Q X . B I ) j
Address Hold Tinn ) . o
L ..Data Hold Time | IR SIS
) e Chip Enable to Output Float Dalay O «vg 1 0 s _
T ew Pregram Pulse Width a5 100 105 ns
| e OE Hold Time - N N Y L
Y Data Vaiid from CE CE = 'y ] 250 o ns
’ toRt GElPulse Rise Tirpe o - 1 ns
During Pregramming I o
tvp Ypp Recovery Timo L T Nal
lop Vpp Supply" Current During CE - t/,xL' 0 mA
Programming Pulse OE = Voo L
leg Ve Supply Current o 1 10 mA
Ta Temperature Ambient 20 25 an °C
Vee Power Supply Voltage . s0 | 8 | B5 | V
Vop Programming Supply Voltags 125 1275 | 130 |V
trR {nput Rise, Fall Tima ! 5 ng
ViL Input Low Voltage I R 00 0.45 v
Ve Input High Voltage 2.4 4, vy
ty Input Timing Reterence Voltage 08 1.5 2.0 Y
lout Output Timing Referanca Voltage 0.8 1.5 20 oy
Programming Waveforms
— gy
\ ADDRESSES m ADORESS N ;; W
L
i, o.;: o Lo ¢ ~ ozf x m;ﬁ "
o | fo o
128 4 i -
o : —E i /
tr ] f2 -
{ S
Veg 8.0V ;
o n/D/8n27-4

Hate f: National's standard product wartinty sppiies only 1o davicos programenad o specifications described b en
Hats 2: Ve must be sppbed skmuttansousty of belore Vpp and remaved simultanaousty o siter Vpp. The EFRCM must not be Insortad irto or romaved front &
bosrd with voltage sppied to Vpp of Vep.
Hote 3: The maxmum shsohute aliowable vollage which may be sppiled 1o tha Vep pin during programming s 14¥ Care must be takan when swiichirg the Vyp
supply to prevent any overshoot from excesding this 14V maximum specification. At least 8 0.1 pF capacitor is roured 3cT098 Ve to GRO 10 suppesss spvrious
voltage transients which may dsmags the device.

Note 4: Programnng and program verily are tested with the fast Program Algorithm, at typice] power supply vofiages and imings.
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eMtTmTT T, oot VoG
e e T
Tl Parameler lCondlhons | Typ | Max ; Units
c | 'nput Capacitance exceot uEr'vopJ iy = 0V i 6 8 | pF B
[ - |43E/vpp nput Capacitancs [vin=ov | 25| 28 | ¢F
{ Tt l Sutput Capacitance ! Yeyr = OV ! 9 12 ; pF
AC Test Conditions
Output Lead t TTL Gate and Timirg Maasurement flolarenea | e snl
Gt 100 pF (Mete B) Inputa 08y ard Y/
inpul Nisa and Fall Times w5n3 Ou'puts R A
Input Pulse Leve!s 0.45V 1o 2.4V
AC Waveforms ot 7
' 5
ADDRESSES ;&7 ADDRESSES YALID i )
& 107 N\ p—
ce 0.8y ¥ (¢ /
T - lop —
— (MOTES 4,8}
et
&t oV \
OE/VPP tzJ.EV L€ /
ot L " St L
v |-z (ol 4% et Hi-Z
Y -~ 3Y -
' OUTPUT = D QU D
! tace gy

(NOTI
(NOTE 3) H LT P

Noa 1. Suessus dbuve thuss istud undor “Atariute Maximum Ranngs * may cause paraanant 1amaga 1o the Jewze THiais 3 atroas rth g oty and b cteennd
scerahcn ol tha davice at thesa x any clhar uad.ticns above thoge ndicated n the operaronal sactcons of this apo-thcation g rotimplind Eyresae ty abanrs
Tarmum rating condibons for extendad £anxaT may atfect davice rallablity.

Note 2: This parametar is only sampiad and is "ot 100% testsd.

Notle 3: CE may be delaysd up 1o tacs ~ g 3/ter the fatling adga of TE without impacteg tar:.

Hote 4: The ipe and iop compars level is datarrmnaed a8 foflows:
High lo TRISTATE, the moasimed Vg4 (CC) - 0.10V;
Low to TRI-STATE, the mnasured Vg (DC) + 0.10V.
Note 8: THI-STATE may be attained using CE or CE.
Hote 8: The power switching characteristics of EPROMS taquire caralul device decoupling. It i recommenderd that al lanat 2 0.1 uF coramic cacactor be neef on
avory dovics between Voo and GND.
Note 7: The outpnits must be restricted to Vee + 1 OV to svold laich-up and davice damage.

Hote 8: 1 TTL Gate: iy, = 1.8 mA oy = - 400 pA,
Cy: 100 pF includen fixture capacilance.

Note 9: Inputs and outputs can undershoot to ~ 2,0V for 20 ns Max, excopt for OE/Vpp which canaot axceed -0 2V,




¢ 2732800 paradat weh itlerery
e ashed. Excapt for JE al ke o
oo Ltote parailel NMC27C323 may b
Pl s el program oulsa applied (o an
1oann OE/Vpp at 1275V will ;e
A TTL high level CE incul i hte

- ‘12 bewng pregramined,

Jramoras
hietap MMt

Program Yetlfy

A verily sneuld be perinrmed on the programmed bil to dn-
reeming whethor ey wore correctly programmed. The vari.
fy ig accomplished with CE/Vep and CE at Vi Data shoutd
ba verthed 1py ltar the lalling edge of CE.

MANUFACTURER'S IDENTIFICATION CODE

The NMC27C325 has a manufacturer's identification code
to aide in pregramming. The code, shown in Tabla 1. is two
bytes wide and is stored in 8 ROM configuration cn the chip.
itidentifies the manufacturer and the davice type. Tte code
for the NMC27C328 is, "8F01", where “8F" designates that
it1s made by Mational Semiconductor, and “01" designates
a 32k part.

The code is accassad by applying 12.0V £0.5Y to add:ess
pin AQ, Addressus Al-AB, A10-At1, TE, and CE are held
al Vy. Address A0 is held at Vy_ for tha manutacturar's
code, and at Yy, ‘3 the dovice coda, The cede s read cut
on the B data pins. Propar code access is only guaranteed
at 25'C +5°C. : '
Tha prirmary purpose of the manufacturer's Kdentfication
code is automatic programming control, When the device is
inserted in an EPECM programmer socket, the programmer
reads the ccda ard then automatically calls up the specfic
programming aigonthm for the part. This automatic pro-
gramming control is only possible with pregrammers which
have ths capability of reading the code.

ERASURE CHARACTERISTICS

The erasure characteristics of the NMC27C328 are such
that arasure begins to occur when exposed to light with
wavelengths shortar than approximately 4000 Angstroms
{A). 1t should be noted that sunlight and certain types of
fluorescent lamps have wavelengths In the 3000A-4000A
range. Alter programming, opaqus labe!s should ba placed
over the NMC27C328's window to pravent unintentional
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NG AT Liove 2 i dor the BT
worUrsbortwam optanichhas 3 anee-
~E2537A Tha intergranc 1 <omn fia 1Y iptepaty

more) dag ety oo e reiengme of
e, om?
TR MAT270378 shewd ! o attin 1 oaech of tta

o b
wEes sntich should ba e - - ooy ecasure. Tabie Ul
shows the mumimym NV TTI0E srasue time feor varicus
hght mtensitios

An arasurg system sheald b aibrated penodically Tha
distarca omtamp o cral 58 ued o mantaieed at cneonch
The erasure time increases 31 ‘o =uara of the distance (M
distanca is doubled tha nrasurs wmaincreasns by a facter of
4) Lampsg lose intansity a5 - ~ga Whan a lamp ig
changed. the distance has charsed or the lamp has aged,
the system should be checked 'o make certain full era=ure
is occurring. Incemplete arasure st cause symploms that
can be misleading. Pregran raqrs, ~ompenants, and e.an
system designs hasa taan e 15ly suspacted when n.
compiete erasura ~as the pectism,

SYSTEM CONSIDERATION

Tha power switchirg charastenshcs of EFRCMS renuire
careful decoupting of the davines The surnty current, lro,
has thred sagmants that are f rtarest to tha systern da-
signer—he standty current eyt ha active cuttent Toyal,
and the fransient zuirent geaks =at are producaed by wait-
age transitions on wpul pins. 7ra magrduda of these tran.
sient current peaks s depenigert ~n the ou'rut canacitance
Inading of the davice The tesae atad Vo ransient veitage
peaks can be suporassed by orcuarly selected jecounting
capacitors. ltis recemmer-ded *~at At least 2 0.1 i 2oramic
capacitor be used cn every device between Vg and GNO.
This should be a high frequancy capacitor of low inherent
inductance. In addition, at least 3 4.7 pF butk electrolytic
capacitor should te used batwean V¢ and GHD fer ach
eight devices. The bulk capacitor should be located near
where the power supply is connected lo the array. The pur-
pose ol the bulk capacilcr is to overcome the voitage drop
causad by the incuctive elfects of the PC board traces.

Jurrg arasar T vres haye a Biter on ther

TABLE . Manufacturer's (dentification Coda

|

Pins A0 Oy Og Og 04 03 0, 04 Og Hex

{8) (17) (t6) {15) (14) (13) (1) (10) {9) Data
Manufacturer Code ViL 1 0 ] 0 1 1 1 1 8F
Davica Code Vin o 0 0 0 0 0 0 | 0t

TABLE I1l. Minimum NMC27C328B Erasure Time

Light Intensity Erasure Time
{pW/em?) {Minutes)
15,000 20
10,000 25
5,000 50




NMC27Co+4

General Descriptiaa

Tho NMC27CR4 5 4 = jae +.e 'y @rasable and elec-
tncally coprogramman-s L0 s LEA A deally suited for
applications whera fas: *ur 1 2. 4 pastera sxparimantation
and low power consumgpticn 1o inportant requirements.
The NMC27C584 1s desigred 1o 2perate with a singla + 5V
pcewer supply with £57% cr - "% tclerance. The CMOS
design allows the part 'o cier a2 aver axtendod and military
temparature rangos.

63,226-Bit (8k x 8)

129

UV Lrasable CMOS FiROM

Featurss

b JTTIUIN R RVRUNS B TASY o S (DL e B4 U o
PR g

®Lew LAMES power consumphon
— Acta Pawer S5 m# max
— Starchv Powar (0 55 mW max

fnony 10

| Pedormanca compabtibla tg MSCR0TY (4DS micrg-

precesses
wm Singla SV power supply

The NMC27C64 is packaged n 3 28-pin dual-in-ine pack- M Extznied temperalure ranga (MMI27IRACHEL - 1073
age with transparent lid. Tha tra~sparent lid allows the usor to “35°5,  aed  milary  Ieeyt o ranga
to exposa tha chip to ulsavalztiyht to erasa the bit pattern. (NMEZITEAUOM), 55" 1o 125 € a,atwere
A new pattarn can then ba written elactrically into the device  m Fin comcatible with NMQOS 61k EFACKs
by following the programming procedure. W Fast and reliable programiming
This EPRCM I3 fabricated weth Mational's proprietary, tima  ® Static coeration—no clocks reauirad
proven CMOS double-pely sticen gata technology which  m TTL. CMGS comealibla inpuls: cutputs
combines high parfermarca ard h:qﬁ densily with low pow-  w TRI.STATE® cutput
er consumptien and avzeton! 2alakility, " Optimum EPROM for tetal CMOS syatama
n Manutacturers dentdicabon coda lar auternabe pro.
grammirg contral
Block Diagram
OATA DUTPUTS 0g-0;
Yo O—~b P -
GHD O~——
6t ——>{ aurPurT EnaBLE -,
R~ AND CHIP N uTPLT Pin Names
p{ EMABLE LOGIC > BUFFERS
¢ AQ-A12 Addresses
. CE Chip Enabls
— » o ]
— Y N OE Output Enablg
s}  OFCODER . Y QAlNG oo Outouts
» o-Ur utpu
~ PGM Program
" —
::m:g — . NC Mo Connect
wuts | —» X : 65,530.87
—— DECODER . CELL MATRIX
L]
—p .
— =
\ ~—+

TL/0/0834-1




At

CE
Al
TE
Cr
Cs
Cs

T2 u:ss]zrcsw
| Aa
Al A1
rn ra
A2 A9
A1l ] AN
T8 (CF/Vpe
A0 A9

eI TF
07 O
Cs o
Cs Og
(o7} (o
£ N

f__‘]

E?CS12"270256:270128.27032'27C15’ Ve 1y 2:C15 2700
27512 27256 | 27128 | 2732} 2716 Ta e Teutage
AIS | Vep | Vpp Sl & A— Y
A2 | A2 ] A2 b — 2= #39
A7 AT L AT | AT AT Rl & - Voo | Ao
A5 | AB | A8 | A6 | A8 A8 -t Bt AB A9
AS A5 A5 | A5 | AS A5 s Up—u A9 A9
A4 A4 A | A4 | AL Mo D A Vpe | ANl
A | A3 | A3 | A3 A3 M7 a0t CE |DE/vpe
A2 | A2 | A2 | A2 | A2 Az 7 A1 A10 | A0
At | AL AL ] AL AL M1 o=t CEFSM CE
AC AQ A0 | AG | AO A =g 10 9[-0 07 Oy
Op | Oo | Og | Og | Op Oy " Ll il O3 | Os
Oy 0y 04 G| Oy [ K 0y Osg Os
(073 O | O [ O3} 09 0y 4" 18 = 0 04 O4
GND | GND | GMND | GND | GND CHD —q 1 b | O A%
TL/DiAs Y -2 o

Nota: Socxat compatble £PRCM pin configurat. 313 are shown in tha blocks acjacent 1o the *IMCZ7 (54 ping

Order Sumber NMC27C64Q
See NS Package Number J28AQ

Commercisi Temp Range (0°C to +70°C)

Yec =5V ¢

5%

" Parameter/Order Number

Access Time {ns)

NMC27C84Q15

180

Voe =5V £

10%

" Parameter/Order Numbéyx

Access Time (ns)

"~ NMC27C84Q150

NMC27C64Q200

. NMC27C84Q250

NMC27C84Q300

150
290
250
300

Extended Temp Range (- 40°C to +85°C)

: Yoo = 5V £ 10%

" Parameter/Order Number Access Time (ns)
NMC27C84QE {150 150
NMC27C84QE200 200

Milltary Temp Rangse {—55'C to + 125°C)

Yoo = 5V £10%
Parameter/Qrder Number Acga Time (nn)
NMC27C840M200 200
NMC27C84QM280 250

NOTE: For plastic DIP requirements please refer to NMC27C84N data sheet.
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CHPACIHANCS 1y~ o e

i'synmol Paraneter Czacitlons H
i Ciy Input Capacitarce Vi = €Y 3 L _ __]
i Caur Output Capacitance l Voyt =9 *+ 3 ! = ]
AC Test Conditions
Cu'cut Load 1 1TL C3e 2 . Vtoagurement Naferanca s ot
CL = 100 pF (Mhcte 8} s N e B
Input Risa and Falt Times sSrs T DB/ard 2V
fnput Fulse Levels 0.457 10 2.4y

AC Waveforms otssso .

ADORESSES ggz & ADDREISES VALD

(5 - SN 5N
g

— 20V \ e
ct 0.8y (¢ /
" ler
b (H01E5 4, 5)

- 2.0¥
Ot ggv \ 4 /
' )Y ' I
I ot e OF o
{HOTES 4,5) l

{NOTE 3) T
poy_ |t 35 -2
oY - i
)Y
e -+ Yo Ir‘-
{NOTE 3)

LIRS AL LY T |

Note 1: Stresses sbove those Nated under “Absciule Maximum Ratrgs” may cautws rarnanent damacn to de devica. Th i3 a stiesy «ating arly 35 4 funeticnal
oparaton of the device et thoss or any other conditions above those nsicatad m the oreratioral sectons of this spacification is nol imphad. Ercnure tn absciute
maxinuim rating conditions for sxtended periods may affect davce rehatxlity.

Note % This parameter s only sampied and i not 100 tested.

Note 3: OF may be delayed up 10 tacc ~ top aiter the Intfng adge of CE withaut impacting e

Note 4: The tor and tor compare level s determined as loflows:
High to TRESTATE, the maasurad Vo {OC) = 0.10V;
Low to TR-STATE, the measured Vou g (DC) + 0.10V.

Note 5: TRI-STATE may be attained using UF or CE

 Note 8: The powsr swiiching characteristics of EPROMS requre carstul dencs dacouphng. It is recommenciod that at least a 0.1 pF caramis capacitor bo used on
vory davice between Ve and GND.

Note 7: The outputs must be restncted to Vee + 1.0V to avoid latch.up end device darmage.
Note §: 1 TTL Gats: kg = 1.8 mA, gy = -400 pA,
Cy: 100 pF Includes fixture capscilance.
Nate % Vpp may be connected to Yo excapt during programemmg,
Note 13 Inputs and outputs can undershoot 1 ~ 2.0V fof 20 ns Max.

i

2 7.0
4 o)
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it Milttary
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piease contact = i crduntor Sales L ; PRl 06Y
Office/Distribulars far a.0000 . : -pecifications, T e " 1o
Temgerature Under St Legs Toer o oara 3 astang, 10 sac)) nN0°C
Commercial HClo HRO'C EIr e
Milttary and Extend. . .~ Temp. Ranga e 5 e tethed 1015 2 2001y
Storags Temperatura £h G0 ¢ 1500
Al Input Yoltagen avcert 25 .. Op‘:?fﬂ“ﬂg Conditions (. -
Respect to Ground (Hots 1104 155V 10 0.6V Tarme ot Marge
A Quiput Voltages with MLCRTTEAT6, 0150, 200, 250 T TG
Respeat to Ground (Nota 16 % -~ # 1 OVIg GND -0 6V MOICATCTANLELSD, 200 $1T - 50
Vpp Supply Voltagn and AY HACOTOR TCRE00, MA250 S 125G
with Raspact to Ground Ve Fower Supply P ATR 1) R4
Curing Programming +14.0Vto ~0.AV oxcept MMIZ27CB1015 s 54 6% ]
READ OPERATION
DC Electrical Characteristics
Symbol Parameter Conditions i Min Typ | Mac | wnits
U Input Load Currant Vin 7 Ve or GND I R i_ e _fi{‘_ )
o Output Leakaga Currant Vour = Ve or GMD,CE - vy ; pA
et Ve Current (Active) CE = v, f = 5MHz | 5 5 A
{Nota 9) TTIL Irputs Irputs = Vyyor Vi 170 = 0 ] T _~____~____m_____;_.”
leca Vi Currant (Activel CE = GND, 1 = 5 MKz i . ,a i
(Nota 9) CMNS Inguts Inputs = Veg ot GHO, 1/ - 0ind '
lecsas Ve Currant (Stancty ) CE = vy ! Y . i A
TTL Inputs _ [ R
lcesaz Ve Current (Standt 1 CE = Voe i s i A
CMOS Inputs ’ i ] Lo
Ipp Vpp Load Current Vpp = Voo : ) uh
ViL Input Low Voltage -0.1 28 Y
Vi Input High Voltage 2.0 Veg 41 Y
Vorit Output Low Vollage loL = 2.1 mA 0.45 v
Vori Output High Voltage loy = —~400 pA 24 v
Yoz Qutput Low Voltage low = 0 uA 0.1 v
Vonz Output High Voltags lot = 0 pA Ve - 041 v
AC Electrical Characteristics
NMC27C64Q
Symbol Paramater Conditions 15, 150, £150 200, 200, M200 250, M250 Units
Min Max Min Max Min Max
tace Addraen 1o Output Dalay CE=DE = v 180 200 260 e
PG = Vi , SRS DU PR
tcg CE to Output Detay OF = v, PGM = vy 150 200 250 ns
tog OF to Output Delay CE = Vi, PG = vy 60 60 70 ns
tor OE High 1o Quiput Float CE = v, PGM = v 60 a 80 0 60 ns
top TE High to Qutput Float QE = vy, FGM = vy €0 0 60 0 60 ns_
toH Output Hold from Addresses, |CE = OF = vy
CE or OE, Whichever PGM = viy 0 ] 0 ns
Occurrad First -
T
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P

T coramens e T | Max o

ES OF Setup Trire I N ' g
- o Tr‘—-_ ‘ “ - _._-E- , SRR U SO “;
o5 DraSetoTrr ]
t\/FS V}"P SetU‘) T;"":‘ R ) - 2 - R ) . ‘;43—“—‘
tves Ve Satup Tima ) _— ) ? T _;5 i
tar Addrass Hold Tima T OMW I ,.q o
1oH Data Hold Time 2 T R p;
1oF Output Enable to Oulput Float Delay CE v 0 ur‘fm ns o
tpw Program Pulse Width 045 0.3 0 S;b --~—-l-~- ' n:s~ o
toe Data Valid from G2 CE = vy, 159 1 ns
Ipp Vpp Supply Currant During CE. = VL 0 A

Programming Pulse PGM - v
lec Ve Supply Current 10
Ta Tempetaturg Ambiernt 20 25 20
Vee Powar Supply Veitage ) T -:5',75 B 6.0 625 . /
Vep Programming Supoly Voitaga 12.2 13.0 on E * i -v.
ten Input Aisa, Fall Tims i 5 | ns
Vi, Input Low Vollage 0.0 045 ) I . Va __j
Vil Input High Voltage R 2,_4' ] A.p N i E M
i Input Timing Reference Vcitage 08 15 . v 2 O- " i v N
tour Qutput Timing Reference Voltags 08 15 2.9 Im v -
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Srogramming Wa

ADORESSES

L
u BATA M §ABE - T T ALD
DATA Ea"‘""{v A0 Y f . AN

'os ..'."".; [ oF
! |
sov )
Yoo _/ Yes
)
13,00
, Vee / s
i
I
“ & oav ‘0
1V
, betess ] |
{5
PoU g.av \ /
!
B hebogg o=t Yot
—
W free
CE gav \5 (5 /

L BRas L Y
Note 1: Nenhonal's standwd product warmanty apofias to davices programmad U sra - e yeaes dascrhad harne
Note 2 Vee must ba appliiad simuttanaously or bafore Vpo ard cemavad e ignaness o0 aitne Jog The EPDCSE muyat ot he ngnrtareeln 20 congs
beard with veitege aophed 10 Vep of Vg,
Note %: Tha medmum sbsohste sliowabla voitage which may be apphed o the Vzo o+ Tunrg rrogrammeng s 1Y Cara must ba akan aken saichurg *a Voo
supply to pravent sny gvershoot from excesding this 14V maximom spacficaton. At laaat a 0.1 uF capacitor s eauied acress Vep, Yog 'o GHO to sucrvess
puncus voltage ansients which may damaga the devica.

Note & Progremming and program verify ere tested with the inferactive Prograim Algornth:m, 81 typrcsd pre wsr ety vol'agag and tmieqe
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~2des of oparation of the NMC27C64 are listed in
Tatia ¢t shoyld be noted that all inputs for the six modas
ara 11 [TL 'evels, The power sunghes required arg Vg and
Y e Tea Vea power supply must ba at 13.0V during the
Ihiae congramming modes, and must be at 5V in Be other
weas o izs The Ve power supdly must be at 6Y during
1 2 e vy cregramining medes, and at 5V in the other three
miUes

firad Mode

Tha NA'C27CE4 has two control functions, bolh ol which
st ta lagecally active in order to obfain data at the oul-
puts. Ca Enable (CE) is the power cdiitrol and should be
usea for gevica selection. Outpul Enable {OF) is the output
~antec: 3nd should be used 1o qgate data to the output pins,
pdocendent of device selection. The programming pin
(Flith snouid be at Vjy except during programming. Assum-
inq trat aodresses are slable, address access tima (tacc) Is
grwal 11 the defay from CE to output (tcg). Data is available
at ‘ro suiputs log after the fafling edge of OF, assuming
w3t Z has been low and addresses have baen stable for
at teast tacc~lce: ' :

Tha cerca amps are clocked for fast access time. Vco
sheu'd therelore be maintained at operating voltage during
read and eanly. If Vo temperanly drops below the spec.
veltage (hut not to ground) an address transition mus be
peticred after the drop to insure proper output data.

Stanchy Mode

Tha NWIC27C64 has a standby mode which reduces the
acuve sower gissipation by 99%, irom 55 mW to 0.55 mW.
The :1CIZTCE4 is placed in the standby mode by applying
a CMC'3 high signal to the TE input. When in standby mode,
the cirzuts are in 8 high impedance state, independent of
tha OF input.

Qutput OR-Tying

Bacauss NMC27C64s are usually used in farger memory
arsays, National has provided a 2-ine controt function that
accormmodates this use of multiple memory connectians,
Tha 2-line control function aflows for:

Ty
tag the o
te made 3

o e npmels

To most stheanty |
mended that CE ion
mary device selecing B
ccinmon connectienty 1l
ed to the READ fire oy Mo -
sures that all desgiezioy m=
power standby mcgrs &
only when data is dasaad e

votous, This 3s-
it oy
o tag are aciive
o emety devce.

Programming
CAUTION: Excending $14Y on pain 117 s) At damagn tho
NMC27C64.

Initially, all bits of the NMC27CE4 are in the "1 stale. Data
s introduced by selectively prograrnmrg “0s” into the da-
sirad bit locations. Althcugh only “C3™ wiil be programmed,
both “1s" and “0s” can ta presanted in the data word. A
“0" cannot be changed o a 1" once the bit has been
programmed.

The NMC27C64 is in the programming mose ahen tha Veo
power supply is at 130V and OE is at V. 't i3 required that
at least a 0.1 uF capacitor be gfaced across Vep, Veg to
ground lo suppress spurious voltage transients which may
damage thé device. The data to be pragrammedis apphed 8
bits in parallel to the data autput pine. The levels requred
for the address and data inputs are TTL.

For programmirg, CE should ba ¥opt TTL low at all times
while Vpp I8 kopt at 130V,

Whan Lha addrass and data are s'ahie, an active low, 111
program pulse is appliad 1o the EGM input. A prograr pulse
must be applled al each addrecs lecation o be pro-
grammad. The NMC27CA4 is das.uned to be orcgrammed
with inferactiva programming, wher2 each address is pro-
grammed with a serigs of 0.5 ms puizes untit verifies {ur to
a maximum of 20 pulses or 10 ms). The NMC27C64 must
not ba programmed with a OC sigral apphed lo the PGM
Input

Pragramming multiple NMC27C6:s in parallel with the sama
data can be easily accomplished due to the simplicity of the
programming requirements. Like inputs of the paralleled
NMC27C64s may be connected togather when they are

programmed with the same data. A low level TTL pulsa ap-
the FGM

135

i
{

2} the lowast possible memory power dissipation, and l;:\h:dc tg input  programs the paralieled
b) complete assurance that output bus contention will not 27C84s.
occur.
TABLE |. Mode Selection
ot Flns TE OE FGM Vpp Veo Qutputs
ode (20 {22) an " (29) {11-13, 15~19)
Read ViL ViL Viy 5v 5v Oout
Standby Vik Don't Care Don't Care 5V 5V HI-Z
Qutput Disable Don't Care Vin Vin 5V 5V Hi-Z
Program ViL - Vig L. 13V &Y Din
Program Verlfy Vi Vi, ViH 13V 8Y Dour
Program Inhibit Vin Oon't Care Con't Care 1av 8y H-Z
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PRELIMINARY

NMC27C128B High Speed Version
131,072-Bit (16k x 8) UV Erasable CMOS PROM

General Description

The NMC270C1288 Is a high-spsed 128k UV erasable and
elactrically reprogrammable CMOS EPROM, ideally sulted
for applications where fast turnaround, patiern experimante-
tion and fow power consumption are important require-
ments.

The NMC27C128B is designed to operate with a single
+5V power supply with +5% or 110% flolerance. The
CMOS design allows the part to operale over extended and
military temperature ranges. '

The NMC27C1288 is packaged in a 28-pin dual-in-line
package with transparent lid. The transparent {id allows the
user to expose the chip to ultraviolet light to erase the bit
patiemn. A new patiem can then be written electrically into
the device by following the programming procedure.

This EPROM is tabricated with National's propristary, lime
proven CMOS double-poly silicon gate technology which
combines high parlormance and high denslty wilh low pow-
er cgnsumplion and excellent reliabifity.

Features

®» Clock senge amps for {ast access time down 1o 150 ns

n Low CMOS powor consumption
~ Aclive Power: 110 mW max
~ Standby Power: 0.55 mW max

® Exiended lempersture rangs  (NMC27C128BOE),
~-40°C 1o +85'C, and military temperature range
(NMC27C128BQM), —55°C to + 125°C available

B Pin compatible with NMOS 128k EPROMs

m Fast and refiable programming—100 ps typical/byte

® Static operation—no clocks required

m TTL, CMOS compatible inputs/outputs

m TRI-STATE? output

8 Optimum EPROM for total CMOS systems

® Manufacturer's identification code for autormatic pro-
gramming controf

® High current CMOS leval outpul drivers

Block Diagram
NMC27C 1288
DATA DUTPUTS Of O:
, Vg O—=# P
GHD O—p :
} ) ) Pin Hames
{it —»1 oureut EnaBLE » — ST
R —s AND CHIP N ouIPyl AO-A13 Adthosses
[t gl ENRBLEROGIC ’ BUFFENS R R
CE Cvn Enable
OE Ou'put Enable
——p —
g Y . 0g-07 Quauts
— PECODER . Y GRTING o
-— — FGH Fregram
NC tix Tonnest
a3 |
ADDRESS § b » .
A | — ¥ * 05532 811
—+{  oicooeR N CLLL Mt
[ ]
——’ .
L]
— >
—

LD 06081




137

. Connection Diagrams

2705 12|27C256|27C84|27C32 e Duamﬁ;sgﬁag, 27C16 | 27C32 |27C64] 27C256 |27C512
27512 ) 27256 | 2764 | 2732 | 2718 2116 | 2732 | 2764 | 27256 | 27512
A5 | vep | Vpp Ver ]! 28 _YE Vec [ Veeo | Veoe
a2 | a1z | Atz Alz—2 27—~ Pod FGM| A14 | At1a

A7 | a7 | A7 | Aar | a7 AT 26—A13 Ve | Voo | NC | A3 | a1
A6 | A8 | a8 | as | ns A6—14 2518 A | ae [ as | s | ne
A5 | A5 | A5 | AS | AS e 248 A | oae | as | e | ne
VIR RV VI RV VIR VIR AV Ad=16 23~ At vep | A1 | A1t A1 | Al
MW MM A3~17 22— O DE [OE/vpp| OE | OF [DE/ved
A2 | A2 | A2 | A2 ] A2 A2-18 21— At0 A0 | A0 [ A0 Ato | A0
AL A A ar A Ar—19 2048  =ppaM| oE | CE [cEPeM| CE
A0 | A0 | A0 | A0 | A0 A—~110 1910, 0y o, | 0,] o 0;
Op Op Op | Oo | Op Op—1!! 18104 Og Og Og Og Og
"0y | O | Oy ] 0y | Oy 0,12 17105 Os 05 | 05 | 05 Os
0, | 00 |0 ] 021l 0 0,~]13 1610, O4 Os | 04| O4 O
GND | GND | GND | GND | GND|  GND—]14 15103 o 03 | 03] O Oq
TL/D/00AD -2

Note: Sock ol compatible EPROM o contriyueations are shown in tha blocks sdjacont to ths 12201200 ping

Order Number NMC27C128BQ
See NS Packnge Number J20AQ

Commercial Temp Range (0°C to + 70°C) Commersia! Temp Range (0Cto | 78 C)
Vee = 5V £ 10% Vee - 5V 2 5%

Parameter/Order Number Access Time (ns) , Parameter/Order Numhe{ Accesns Time (—nms")w
NMC27C128BQ150 150 NMCZ7012890;;~~ B '_W“—TEEJM o
NMC27C128BQ200 200 NMC27C126B020 200
NMC27C128RC250 250 ; NMC27C 1288225 250 -
Extended Temp Range (- 40°C to + 85°C) Miilltary Temp Range (-~ 55Cto + 125°C)

Vee = 5V £ 10% Veg = 5Y £ 10%

Parameter/Order Number Access Time (ns} Parameter/Order Number Access Time (ns)

NMCZ27C128B2E150 150 NMC27C128BQM 150 150
NMC27C128BQE200 209 NMC27¢ 128301200 200

NOTE: For plastic DIP and surface mount PLCC package requirements please refer to NMC27C 128BN datasheet.




Absolute Maximum Ratings (vate 1)

11 Miiltary/Aerospace specified devices are required,
please contact the Natlonal Semiconductor Safes
Otfice/Distributors for avallabliity and specifications.
Temperature Under Bias Operating Temp. Range
Storage Temperature ~65"Cto +150°C
All input Voltages except AD with

Respect to Ground (Note 10} +6.5Vio ~0.6v

MILITARY AND EXTENDED TEMPERATURE RANGE

Ve Supply Voltage with
Respect te Ground
Power Dissipation
Lead Tempergture (Soldering, 10 sec.)

ESD Rating
{Mil Spec 883C, Metliod 3015.2)
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+7.0V o -

0.6v
1.0W
300°C

2000V

All Cutput Voltagas with
Respect to Ground (Note 10}

Vpp Supply Voltage and A9

Voo + 1.0V 10 GND~0.8V

Operating Conditions e 7)

Temperature Range

NMC27C128BQE 150, 200

- 40°Clo * 85°C

S

with Respsct to Ground NMC27C128BQM150, 200 ~55'C o + 125'C
During Programming +14.0Vio - 0.8V Vec Power Supply 4BV + 10%
READ OPERATION
DC Electrical Characteristics
Symbol Parametor Conditions Min Typ | Max | Units
T} Input Load Current ViN = Vg or GND 10 rA
o Output Leakage Cutrent Vout = Veg ot GND, TE = vy 10 pA
lccy Ve Current {Active) CE = V|t = 5 MHz 0 20 mA _
{Note 9) TTL Inputs inputs = Vyyor vy, 1/O = OmA L N )
Yec2 Ve Current {Active) CE = GND,f = 5 MH2 8 20 A
(Note 9) CMOS inputs Inputs = Yoo or GND, 170 = OmA, R
lorsat Vse Current (Standby) CE = vy o 1 PR
) TTL Inputs . --‘,‘ o o !
locsa? Vg Current (Standby) CE = Veo os 109 LA
CMDS inputs !
Ipp Vpp Load Current Vep = Voo - ) 10 pa
ViL Input Low Voltage - T u ¢ B . v
Vi input High Voltage 2‘; ;/;l_t | ‘\7_ B
Voot Outout Low Vollaga log = 2.1 mA 0.40 v
Vori Output High Voltage low= —1.6mA é 5 - v |
Vorz Outout Low Voltage fop ™ 10 uA _V -_‘ _ _________ A ) _“_\'Nt“ |
VoHz Output High Voltage low * ~10 pA e o v 5
AC Electrical Characteristics |
nuczrcizeBe | B
Symbol Parameter Conditions E150, 150 £200, M200 Units |
Min i Min Max '
hce Address to Qutput Delay CE-QE =V
PEM = Viy
e CE to Output Delay OE=Vy PGM=vy | | 50 | B
\g ' DE 10 Output Detay | TE = vy.PGM = vy
toe . € High to Output Floal TE = v PGM -~ v | € R
ter | TE Highto Oulput Fioal Of = vy PG - vy | ¢ 0 55 1
tom Output Hold from Addresses, LB = OF = vy, i
CE or OE, Whichever PG - Viu . o P
Occurred First - I
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COMMERCIAL TEMPERATURE RANGE

Absolute Maximum Ratings (Note 1)
Temperature Undet Bias -10°Gto + 00°C
Storage Termperature
All Input Vollages except A9 with

Respect to Ground {Note 10}
All Output Voltages with

Respsct to Ground (Note 10)
Vpp Supply Voltage and A8

with Regpect to Ground

+6.5Vto ~0.6V

Vg + 1.0V 10 GND~ 0.6V

+14.0V 10 - 0.6V

-B5°Clo +150°C -

Power Dissipation 1.0W
Lead Temperature (Soldering, 10 sec.) 3000C
ESD Rating

{Mil Spec 8B3C, Method 3015.2) 2000V
Operating Conditions (ot 7)
Temperalure Range 0°Clo 4 70°C
Ve Power Supply

During Programming NMC27C128BQ150, 200, 250 46V 110%
Vee Supply Voltage with NMC27C128BQ15, 20, 25 5V £5%
Raspect lo Ground +7.0Vio ~0.6V
READ OPERATION ST
DC Electrical Characteristics
Symbol Parameter Conditions Min Typ HMax Unm“_
h inpul Load Current Vi = Voo or GND 0.01 1 pA
Lo Output Leakage Current | Veur = Vg or GND, TE = vy 0.01 1 A
lee Vge Current (Active) TE = V)1 = 5MHz 10 a0 mA
{Note 8) TTL inputs Inpuls = Vyyor V), 1/0 = OmA
leca Ve Current (Active) CE = GND,f = 5 MHz 8 20 A
{Note 9) CMOS Inputs Inputs = Vi or GND, 1/0 = 0 mA
lcesay Ve, Cutrent (Standby) CE = Viy o1 : mA
TTL Inputs
Rl s | o |
lpp Vip Load Current Vpo = Voo 10 ph
Vi Input Low Voitage -0.2 0.8 \
Vin Input Fhgh Voltage 20 Voo 4 1 v
Voui Cutpu! Low Voltage oL = 2.1 mA 0.40 v
Vo Output High Veltage lo = ~25mA 35 \%
Voua Quiput L ow Vollage oL = 10 uA ~ 0.1 v
Vorz Oulpl;l High Voltags lou = ~10 uA Vee - 0.1 1 v
AC Electrical Characteristics
NMC27C128B
Symbol Parameter Conditions Q15, Q150 Q20, Q200 Q25,Q250 Unlts
‘ Min Max Min Max Min Max
“ace Agdress to Oulput Delay %ﬁ O!—:.’ 150 200 250 ne
tcg TE 10 Output Delay OF = vy, FOH = vy, 150 200 250 ns
tor OF 10 Ou'put Delay CE = vy, PEM - v 60 75 100 ns
toe 0% High 1o Output Float TE - vy, priy Viy 0 50 0 55 0 60 ns
\or i TT sigh 12 Qutput Flcat g - . ‘ 0 50 0 £5 0 B0 | s
oy E it Hold from Addresses, | CE = (]
U4 J8 whichever Fai - L ¢ 0 0 e
[ e Fret ~ B . o




rrogramming Characteristics (votes 1,2,3 8 9)
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Symbotl Parameter Conditions Min Typ Max Units
tas Address Setup Time 1 ns }
. 1oES OE Setup Time 1 s |
tces CE Setup Time OF = Viy 1 ns
tps Data Setup Time { 1S !
tyrs Vpp Setup Time 1 ps
1ycs Ve Setup Time 1 "
tAH Address Hold Time 0 i
P e
toH Data Hold Time 1 ©s
- p——
tor Output Enable to Qutput Float Delay CE=vy 0 60 ns
tow Program Pulse Width 95 100 105 s
———T
1oe Data Valid from OF CE=vy 100 ns
) Ipp Vpp Supply Current During CE=vy
- 30 mA
Programming Pulse PGM = vy,
e Ve Supply Current 10 ‘mA
Ta Temperature Ambient 20 25 30 C f
VL Power Supply Voitage 6.0 6.25 6.5 v
Vpp Programining Supply Voltage 125 12,75 13.0 v
R Input Rise, Fall Time 5 ns
Vi Input Low Voltage 0.0 0.45 v
Vint Input High Voltage 2.4 4.0 v
' it tnput Timing Refersnce Voltags csa 15 2.0 v
ot Output Timing Relerence Voltage 08 1.5 20 %
programming Waveforms (Nowe3)
‘ i* OGN e e ';.‘3,’,""___...4
aomssts Jn X ADORISS N : ')C
Lhs ., ! ey
! i
bala -Z:——-— (R R Hel l"""TﬂZ'::;u
o8 J
L...."L.,} b |"*"5'
i w (LS | i
Yop 13 / s . 5 !
!
Qo »
fmtors o ! !
= o’;v i t
Lo L"‘w.‘i aall {3d !
o 3. N T e
L DUoees 4
N« Navaem's siannped peiduzt wnene s pEphes ic devices programmed {0 snaml tatis 1 e et g
W oh Ty or el D REPRE B NN v 1 Bgfuee Vep Bnd tamoved Smulanesyrl, po e s T ERHTL = et nns ne emerad vt o pemaged e

v gt ppghed 1 e Y.
ot S Ruhum Bbrowt Biownbio 2 sas wiich may bt Appie 2 e the Ve puno oo
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Capacitance 1, = +25C,{= 1MHz(Note2) . s

Symbo! Parameter Conditions Typ Max Units |..
Cin Input Capacitance Viy = 0V 6 12 pF
Court Output Capacitance Vour = OV 9 12 pF

AC Test Conditions

Output Load 1 TTL Gate and Timing Measurement Referenco Level ,
, CL = 100 pF (Note 8) Inputs onsact’ .
Input Rise and Fall Times <bns Oulputs opsat”
Input Pulse Levels 0.45V 10 2.4V
AC Waveforins (otess, 78 9) .
{5 }
2.0V
ADDRESSES 25V ADDRESSES VALID i X
TE 20V . '
¢t Goav —\ : {5 /..-q —
SN 1, s ] HOTES 4,5
OF Qv
Of 35V X "
o o L Y oo L
(NOTE 3) ™ notes 4.8 ;
2.0V {Hi=Z 3} ety Hi-2 :
QUTPUT VALID OUTPUT ,
0.8v L . {4 ] /110
— e (-
(NOTE3) o e

3

Hote 1: Stresses above those listed under “"Absolu:e Manmum Ratings™ may cruse pesmanant demapa 16 Ihe Sovica Ties is 8 SYess 165G &7 7
oparation of the davice at theso or any oher £ond tne above these indizaled in the operabonal anctions of s spacification 1s not impled Froasere o
maximum rating condibons for extended parinds may AHect device rekabibly
Note 2: This parameter Is only sampled end 15 nat 1777 1asted.
Note 3: DE may be defayed up 10 face - tog afte- the falling edge of UE without impacting lasc.
Nole 4: The tpr and tcr compare lavel is determzed as toliows:

High to TRLSTATE, the measured Vg (D) -0 10V

Low 1o TRLSTATE. the maasured o\ (D7) - 210
Nole 5: TRI STATE may be attarad using T2 o &8
Note 8: The power awitching charaztanstics of EPROM toguite carefil device decounbng 1t is recommondad that at least & 0 1 uF corarmie capa b Bt
evary dnvice betwesn Ve and GND
Note 7: The outputs must be restrctad to Ve = 10V to avod Intchup and device damage
Hote 8: 1 TYL Gate. I, = 1.6 MA, lgy = - 400 pA,

Cy(: 100 pF Inchudos fudure capacitance

Note B: Vpp may be connacted 10 Vog exces! durng programming
Note 10: Inpuls and outputs can undershodt 10 - 2.3V 1or 20 ns Max.



National
Semiconductor

NMC27C256
262,144-Bit (32k x 8) UV Erasa

General Description

The NMC27C256 s a high-spead 256k UV orasable and
elacirically reprogrammable CMOS EPROM, ideally sulted
for applications where fast turnaround, pattern experimenta-
tion and low power consumption are important require-
ments. Coh

The NMC27C256 is designed to operate with a single +5V
power supply with +5% or 1 10% tolerance. The CMOS
design allows the part to operate over extended and military
temperature ranges, -

The NMC27C256 is packaged in a 28-pin dual in-line pack-
rge with transparent lid. The transparent lid aliows the user
to expose the chip to ultraviolet light to erase the bit pattern.
A new pattern can then be written electrically into the device
by following the programming procedurs.

This EPROM is fabricated with Nalional's proprietary, time
proven CMOS double-poly sllicon gate lachnology which
combinas high performance and high dansity with low pow-
er consumption and excellent raliability,
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ble CMOS PROM

Features

m Clocked sonse amps for fast access time down to
170 ns

Low CMOS power consumption

-~ Active power: 55 mW max

~— Standby power: 0.5 mW max

Performance compatible to NSC800M CMOS micro-
processor

Single 5V power supply

Extendad temperature rangs (NMC27C2560F),

-~ 40C to +85°C, and military temparature range
(NMC27C256QM), ~55°C 1o + 125°C, available

Pin compatible with NMOS 256k EPROMs

Fast and reliable prograrnming (0.5 ms for most bytes)
Siatic operation—no clocks required

m TTL, CMOS compatible inputs/outputs

n TR-STATE® output

m Optimum EPROM for fotal CMOS systems

Block Diagram
DATA OUTPUTS 0y-0y
Vet Ot r - ~
CND Ot }
o AREAREN
® - om;,:;' :::,:m - o Pin Names )
Ct—sp FRANLELDAC > BUfrENS AO-A14 Addts nans
( , CE Chup Enable
::] \j . * OF Qulput Enable
— Y GATING
DECODER * N 0p-0; Outpts
& PAI Program
AD:).HE‘;: ' NC N2 Cionnesd
WPUTE | ] Y : 20104 BIT
] DECODER . CELL MATRIX
L]
M .
i »
\ —

TDoreg-




Connection Diagram

127C512({27C128]{27C64|27C32 27C16]
27512 | 27128 | 2764 | 2732 2718
A15 | Vpp | Vpp
Al2 Al2 | Af2
A7 A7 A7 | AT | AT
A6 A8 AB | A8 | A8
A5 A5 A5 | A5 | A5
Ad Ad A4 A4 Ad
Al Al Al | A3 | A3
A2 A2 A2 | A2 | A2
Al Al Al Al A1
A0 | Ao | Ao [ Ao | Ao
Co | Op | Oo | Oo | Op
01 Oy [ O | O] O
0z 02 0§ Op | Oz
GND | GND | GND | GND | GND
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NMC27C258Q 27C18 | 27C32 }27C64127C128}27C512
Dual-in-Line Package 2718 2732 | 2764 | 27128 | 27512
! S Vee | Veo | Voo
A2 =42 nhean FGM | FGM | A14
A eq3 nl—an Vee Vee NC A1d A3
Iy A 8} n A | A8 | as | A8 | Am
A ~is Niw n AB AB A9 AB A
Me—it np— An Vpp A1l A1 A1l Al
A -] nl-m OE |[OE/vpp; OE | OF OE/Vpr
A -—{3 np—in A10 A10 | A10 | A10 A0
A~ ni—mrm |CE/PGM| CE | CE | CE CE
A —i® wl-0 [0} [o]) [07) 0O; o,
By ] 11 %} 0y Og Og Og Og Og
0 —j 1 1] SN N Os Osg Og Og Og
by —{ 13 nl—o, 04 Os | Od | O O«
OHD warf 1 B0 0O, 03 03 04 03
TLUD/1312-2

Note: Sockst corrpathie EPAOM pin conligurations are shown in the blocks sdiscent to the NMC27C256 pem

Order Number NMC27C256Q
See NS Package Number J28AQ

Commercial Temp Range (0°C to + 70°C) Commerclal Temp Range (T Cto * 70°C)
VYee = §Y 5% Yee = 5V 2 10%
Parameter/Order Number Access Time Parameter/Order Number Access Time B ]
NMC27C256Q17 170 NMC27C2560200 207 ]
NMC27C256Q20 200 NMC27C256Q250 257
NMC27C256Q25 250 NMC27C2560300 302

Extended Temp Range (-40°C to + 85°C)

Military Temp Range {-55'C to + 125 C)

VYoc = 5V 2 10% VYoo = 5Y 210%
Parameter/Order Number Access Time Parameter/Order Number Access Tlm_!.!m
" NMC27C256QE200 200 NMC27C256QM250 259 -
NMC27C256QE250 } 250 NMC27C256QM350 352

-

NOTE: For plastic DIP and surface mount PLCC package requiremants please refer to NMC27C256BH data sheet.




Respact 1o Ground (Note 10}

COMMERCIAL TEMPERATURE RANGE

Absolute Maximum Ratings (ote 1)
Temperature Under Birs
Storage Temperature

All Input Voltages with
Raspect to Ground (Nole 10)

All Qutput Voltages with

Vpp Supply Voltage with Raspact
to Ground During Programming

Vee + 1.0V 10 GND - 0.6V

Temperature Range

+14.0V10 - 0.6V Voo Power Supply

Operating Conditions ote 7)
0°Clo +70°C
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~10°Clo + 80°C Power Dissipalion 10w
~65'Clo + 160°C Lead Temperature (Soldaring, 10 sec.) 300°C
Vee Supply Voltage with
+6.5Vio ~06V Respect to Ground = 7.0Vio -0V

NMC27C268017,20,25 5V 4 5%
NMC27C256Q200, 250, 300 5V +10%
READ OPERATION
DC Electrical Characteristics
Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unlmm
Iu input Load Current Vin = Ve or GND 10 pnA
ho Output Leakage Curtent | Vour = Vg or GND, CE = Vi 10 HA
lcct Ve Currant (Active) CE =V t=5MH: 6 2 A
{Note 9) TTL inputs Inputs = VigorVy,, /0 = 0 mA
lccz Ve Currant (Active) CE = GND, 1 = § MHz 3 10 A
(Note 9) CMOS Inputs Inputs = Voo or GND, 1/0 =~ OmA I
fcose Vee Curr2nt {Standoy) CE = vy 01 1 mA
L TTL fnputs e _ ____ ) o
ene \ : hy £ -V
lccse2 ! E/;E;qcocsu{r::,;is(s‘andd)) C Voo 05 109 A
ipp Vep Load Cutrent Ve = Voo - 3 10 oA
viL Input Low Vottaje ~01 08 v
Vil tnput High Voltage ) 20 T/:— v
YoLt Output Low Voltage lo, = 2.1 mA 045 | v
Voms QOutput High Voltage tna = - 400 pA 2.4 | v .
Vo2 Outpul Low Voltag? o, = OuA o
Vouz Outpul High Voltaga loy = 0 pA B o
AC Electrical Characteristics
NMC27C256 - ‘; j T
Symbol Parameter Conditions Q7 | Q20,0200 | 625,025 | Qa0 | units
Min | Max L'_’l” Max | Min | Max | Min Max}_’l o
tacc | Address to Outpul Delay CE = OF = vy, vo | a0 | a0 | et | o
tce CE 10 Output Dolay OF = Vi e | 200 250 oo | ns
e TE to Output Delay CB = v, B |
tor TE Hogh 15 Cyten i, o1 L T2 = vy o _ e |
Acr TE High to c'ﬂ;;u]’ ot »
\oH Output Heit hc.';-; ;s X
TE o TF Whirne. o oo v
S 5050 e e R S
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MILITARY AND EXTENDED TEMPERATURE RANGE

Absolute Maximum Ratings (ot 1)

I§ Military/Aerospace speclfied devices are required,
please contact the National Semiconductor Sales
Otfice/Distributors {or avaliabllity and specifications.

Temperature Under Bias Operating Temp Range
Storage Temparature -65'Cto + 150°C
All Input Voliages with

Raspact to Ground (Note 10) +6.5V 1o - 0.6V

Ali Outpul Voltages with
Respect to (Ground (Note 10) Vg4 1.0V 1o GND - 0.6V

Vpp Supply Voliage with
Respeoct to Ground
During Programming

+14.0Vto ~0.6V

Power Dissipation

Lead Temperalure (Soldering, 10 sec.)

Voe Supply Voltage with

Respect to Ground

Operating Conditions (ote 7)

Tamperature Range

NMC27C2550E200, 250
NMC27C256QM250, M350
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1.0W
300°C

+7.0Vio - 0.8V

Ay Cto VEA O
- 65Cto +126C

Ve Power Supply 5V +10%
READ OPERATION
DC Electrical Characteristics
Symbol Parameter Condltions Min Typ Max Units
It Input Load Current Vin = Voo ot GND 10 A
o Output Leakage Current Vour = Vg of GND, CE = Vi 10 A
lcot Ve Curront (Active) CE = V1= 5MHz 6 - mA
(Nole 8) TTL inputs inputs = Vyyor Vi, 170 = 0 mA T N
locs Vec Current (Active) CE = GND,f = 5 MHz ) 0 A
(Note 9) CMOS Inputs Inputs = Voo or GND, /0 = 0 mA o X
loessy Ve Current (Standby) TE=vVy 01 . A
TTL Inputs )
Icesra \gr_\’Cunent (Standby) CE = Ve 05 i 101 i Wh
CHMOS Inputs . b -
tpp Voo Load Current Vep = Ve 7 ! 1" | uwr
ViL input Low Voltage 0.1 [ [
ViH Inout High Voltage 2.0 i ! v l
Vous Output Low Voltags oy = 2.1mA I ! % ]
Vori Cutput High Voltage lon = —400 pA z4 _ (_ [ v
Vouz Output Low Voltage oy = O pA L o | oo E v
Vonz Qulput High Voltage lon = 0 pA Vee - 0.1 | vl
|
AC Electrical Characteristics ?
KNMC27C256Q
Symbol Parameter Conditions E250
E200 M250
- Min Max Min | Max |
ACC Adrress to Output Delay LR = BE = v 200 250
\ce Y 1 Tiatout Delay OF =~ v, 200 250
e T Cutou Delay CE=wy 75 100
e i ~iaeto Oytput Float CE = v, 0 60 0 60
1o o cr oot trom Addresses, | CE = OE = vy
T UE wWhichover 0 0
LreeriFresl S ) " . _
2 C 1 Setut Ficat | CE = vy 0 | e0 | o | s i ¢ . ovos | oms




146

. Capacitance 1, = +25C,t = 1 MHz (Note 2}

Symbol Parsmeter Conditions | Typ | Max Units

Cin Input Capacitance Viy = OV 6 12 pF

Cout Output Capacitance Vout = OV 3} 12 pF
AC Test Conditions
Outpul Load 1771 Gate and Timing Measurement Reference Laval

CL ™ 100 pF {Note 8) inputa 0.8V and 2v
input Rise nnd Fall Times <6ns Outputs 0.8V and 2V
" input Pulse Levels 0.45V 10 2.4V '

AC Waveforms (Notess, 78 9)

B . L L. H
2.0V 37
ADDRESSES ;D ADDRESSES VALID i X
2.0V \
CE 0.8v {0 / \
. 37T [—tep -+
tep HOTES 2.5
ofF ov ,
Ot %gv \ (.
W tor L ” R
20v (W2 /) 4 Bk z
K - 3T i
OUTPUT o= VALID OUIPUT )} —
tace Nonle-
(NOTE3)

TL/073817 -3
Note 1: Strresas above 1036 listed under “Absolute Mammur Retings™ may cause pormanent damage to the davice. Thls is 8 RIiss rating orily and furtrr s
operation of the dovice at thass o: any other conditiona atove those inthealed in the operabonal sections of thes sprcificstion is not implod Exposure to ghenhse
maxraum rafing condiions for extendad periods may ate1! navice rehabdility.

Note 2: Ths paramatac i only samplod and 18 not 103%: tesied

Note 3: OE may ba delayed up 10 \aer ~ Yog Biter Iho fal -+ 7 edge of CF wittiout impastng tace

Note 4: The.tnr and ice compare tovol 19 dotermined At tthows
High to TRI.STATE, the measured Vo {DC) ~ 0 10V
Low 1o TR:-STATE, the measursd Vory (DC) + C.197

Mote &: TRI.STATE may be sttained using OF or CB.

Hote 8: The power Ewtichung characintishize of EPROMs te1ura caretul device decoupling ft s recommanded thet at teast 2 0.1 pF ceramc capa~tor be ysngd or
ovory davice botwean Ve and GND.

Note 7: The outputs must b restriclod lo Ve 4 1.0V 1t a3 2 aich-up and davice damage.

Rote 8: 1 TTL Gate iy = 1.6 mA lgy = ~ 400 pA
Cy. 10C pF mziudes fixture capacitance.

Hote 9: Vpp may be connectad.to Voo excool during privyramemng
Note 10: inputs and outputs can undorshoot to ~ 2 0V for 20 ns Max
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Programming Characteristics (otes 1,23 2.4)
Symbol Paramelter Conditions Min - Typ Max B Unllaﬂ
tas Address Setup Time 2 ps
0ES OE Setup Time 2 1S
typs Vpp Setup Time 2 i ps n
tvcs Vg Setup Time 2 us
ips Data Setup Time 2 ns
tAH Address Hold Time 0 L s o
oy Data Hold Time o 2 s
tor Output Enable to Output Floal Delay CE=vV, ] 130 ns
tew Program Pulse Width 05 0.5 10 - 1;1_3
toE Data Valid from OE CE ~ vy 150 | ns .
Ipp Vpp Supply Current During CE=vy 20 A
Programming Pulse PGM = vy,
Ta Temperature Ambient 20 25 30 ‘C |
Voo Power Supply Voltage . 575 6.0 6.25 Vv i
_Vep Programming Supply Voltage t2.2 13.0 133 \%
trp input Rise, Fall Time 5 _ns
Vi Input Low Voltage 4. 00 b5 v
Vi Input High Voltage 2.4 40 N oy
YN Input Timing Reference Voltage __os 1.5 b0 v
tonr Output Timing Raterence Voltage 0.8 15 2.0 v
Note 1“0 rmal s standerd product wartanty apoliss only lo davices programmed 1o spacifications described heren o
Note 2: V'~ must be arched simuttanacusly or betore Vep 8nd removed simuttaneousty or attar Veo The EPROM must ng! b meerted inty o rorsovnd troer a
toary w.r volrapa apphad to Vpp 0 Vo, :

PPy 1S £rasen! any overshoot from W the 14V
AU veizoe transierts whizh may damage the devos.
Note 4: Froxamming and program verily are tested-wrh the ineractive Progam Algarthm, a) hypizal power sunoly vo'tases g2 10 e

' Programming Waveforms o3

spoct

POOCRA
e PRKEAY e e oy = e e
Py
ADerssts ADORESS N . b{
45 -
J_ts_.1 ‘j e }-
5
sd H-7 F STV
DATA .-..<CIV wlénnm ,__ﬁ:é .u. )
k] o - e
L8 55
Y= ._/[ ey
} o
‘.
Ty £5
" Y
8 ”
L] L 'ou"‘ Lot
&y \ . /

Note 3: The manimum absolute aliowable vohage which may be anpfid (0 the Vpe nir dunng programming ix 14V Care 1210 b theen whar gact=teni 108 Vo
1 Alleast @ 0.1 p7 capacior it rermpd AThte vor Vep to BHI 10 gxneese

T TR




Functional Description

DEVICE OPERATION

The six modas of operation of the NMC27C256 ars listed in
Table 1. It should be noted thal all inputs for the six modes
ara at TTL levels. The power supplies required are V¢ and
Vpp. The Vpp power supply must be at 13.0V during the
three programming modes, and must be at 5V in the other
three modes. The Vg power supply must be at 6V during
the three programming modes, and a! 5V in the other three
modes.

Read Mode
The NMC27C256 has two control functions, both of which

must be logically active In order to obtain deta at the out.

puits. Chip Enable (CE) Is the power contro! and should be

used for device salection. Output Enabla (OF) is the output .

control and should be used 1o gate data to the output pins,

| indepandent of device selection. Assuming thal addresses
* are stable, address access time (iacc) Is equal to the delay .

from CE to output (\ce). Data is available at the outputs tog
after the falling edge of OE, assuming that TE has been low
and addresses have been stable for at least tace ~ tog.

* The sense amps are clocked for fast access lime. Ve

should therefore be maintained at operating voitage during
tead and verify. i Vg temporarily drops baelow the spec.
voltage (but not to ground) an address transition must be
performed aftet the drop to ensure proper output data.

¢

Standby Mode '

The NMC27C256 has a starddby mode which reduces the
active power dissipation by 98%, from 55 mW to 0.55 mW.
The NMC27C256 s placed in the sfandby mode by applying
a CMOS high signal to tha TE input. When in standby mode.
the outputs are in 8 high impedance state, indepandent of
the O input.

Output OR-Tying

. Because NMC27C256s are usually used in larger memory

arrays, National has provided a 2-line contro! function that
accommodates this use of multiple memory connections.
The 2-line control function allows for:

2) the lowes! possible memory power dissipation, and

To most efficiently uss these two control lines, it is recomn-
mended that CE (pin 20) be decodad and used as the pri-
mary device selecting lunction, while OF (pin 22) be made a
common connection to all devices in the array and connact-
od to the READ line from the syslam control bus. This as-
sures that all deselected memory devices are in their low
power standby modses and that the outpu! pins ate aclive
only when data is desired trom a particular memory device.

Programming
CAUTION: Excesding 14V on pin 1 (Vpp) will damage the
NMC27C256.

initiafly, and after each erasure, all bits of the NMC27C.256
are in the “1” stale. Data is inoduced by selectively pro-
gramming "“0s" Into the deslred bit locations. Although only
“0s” will be programmed, both “1s” and “0s” can be pre-
sented In the data word. The only way to change a "0 to a
“1" is by ultraviole! tight erasure.

The NMC27C256 is in the prograrnming mode whan the Vpp
power supply is at 13.0V and OF is al Vyy. It is required that
at Inast a 0.1 uF capacitor ba placed across Vpp, Vec 10
ground to suppress spurious voltage transients which may
damage the device. The data to be programmed is applied 8
bits in parallel to the data outout pins. The levels requiad
for the address and data inputs are TTL.

When ths address and data are stable, an active low TTL
program pulse is applied to the TE/FGM input. A program

pulse must be applied at each address location to b pro.

grammad. Any location may be programmed et any fime -
either Individually, . sncurmtially, or at tandom  The
NMG27G256 is designed 12 be programmed with Interac!-ve
programining where eact addrecs ie programmnd wite a
series of 0.5 ms pulses ut: i verfies (2 19 2 mayimper o
20 pulses or 10 ms). The HIAZ27C255 must not be (i
grammed with a DC sign2 acpted fo the CE/BGM inpu

Be ir parallel with {hr
fshed dae to the sirphot,
e Libe mpyte of the paca’

Programming mulbple 1t
same da:a can be easily 2:
of the programming req.-
leled NMC27C2565 rav pe cannanied (ngathar when tho,
are pregrammed with the eam= data 8 fow fovel TT{ puree
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applied to the CE/FZL ir- programs the parainics t

b) complete assurance that output bus contention will not  NM727C256s.
oceur.
TABLE 1. Mode Selection

Pins CE/PGM OE Vpp Ve ' m—mb-{:i;;ms ]
Mode (20) (22) 2] (28) | (11-13, 15-19)
Read Vi - \ 5V v [‘:—TJ[
Standby Vi Don't Care 5V 5v L L"E ]
Program VL Viy 13.0v 6V o Ly
Program Verify ViH Vi 130V [:3% ) ”631_;1
Prog-am Inhibit ViH Vin 13.0v 6V ) ~H-Z_ T
Outpui Disable Don't Care Vik 5V sV | - mHi-Z i




: Functional Description (continueq)

Program Inhibit

Programming multiple NMC27C256s in parallel with differ-
ent data is also easily accomplished. Except for CE all like
inputs (including OE) of the parallal NMC27C256s may be
common. A TTL low lavel program pulse applied to an
NMC27C256's CE/PGM input with Vpp at 13.0V will pro-
gram that NMC27C256. A TTL high level CE input inhibits
the other NMC27C256s from being programmed.

Program Verlfy

A verily should be performed on the programmed bits to
dotermine whathar they were comectly programmad. The
verily may be performed with Vpp at 13.0V. Vpp must be at
Vce, except during programming and program veify.

ERASURE CHARACTERISTICS

The erasure characleristics of the NMC27C256 are such
that erasure begins to occur when exposed to hight with
wavelengths shorter than approximately 4000 Angstroms
(A). It should be noted that sunlight and cerlain types of
fluorescent lamps have wavelengths in the 3000A-4000A
range.

After programmiing, opaque labsels should be placed over
the NMC27(256's window to prevent unintentiona! erasure,
Covaring the window will also prevent temporary functional
tailure dus to the generation of photo curtents. -

The recommended erasure procedure for the NMC27(256
is exposure 10 short wave uliraviolst light whizh has a wave-
langth of 2537 Angstroms (A). The integrated dosa (i.e., UV
iMenslty ¥ exposure time) for erasure should be & minimum
of 13W.sec/cm2.

Tha NMC27C25¢& shoul- be plazed within 1 inch of the lamp
tubes during erasure Some lamps have e filter on their
tubas which should be removed before erasure. Table It
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shows tha minimum NMC27C256 erasure time for varions
light infensities.

An erasure system should be calibrated periodically The
distance from latnp to unit should be maintained at one inch,
The erasure time Increases as the square of the distance. (i
distance is doubled the erasure time increases by a factor of
4.) Lamps lose intensity as they age. When a lamp is
changed, the distance has changed or the larnp has aged,
the system should be checked to make certain lull erasure
is occurring. Incomplate arasure will cause symploms that
canh be misleading. Programmars, components, and even
systerm designs have baon erroneously suspecind whar in-
cormplole erasure was the problem.

SYSTEM CONSIDERATION

The power swilching characteristics of EPROMs roquite
carelul decoupling of tha devices. The supply current, e,
has three aegments that are of inerest to the system de-
signer—the standby current level, the active currant leval,
and the transient current peaks that are produced by voli-
age trangitions on input pins. The magnitude of these tran.
siont current peaks is dapandant on the output capacitance
loading of the device. The associated Vg transiont voltage
peaks can be suppressed by properly selacted decoupling
capacitors. It is recomrmended that et 1zast 8 0.1 pF cotame
capacilor be used on every device between V- and GND
This should be a high frequency capacitor of low nhecent
Inductance. In addition, at least a 47 pF bulk elecholybn
capacilor should be used hotwean Ve and GND (e aach
eight devices. The bulk capacitor should he lo=ated near
where the power supply is connatcted 1o the array. i1 o
pose of the bulk capacitor ie to oveicome tha volts e s oo
caused by the inductive effes s ol tnn DS boned e e

TABLE (. Minlmum NMC27C256 Erasure Time

Light Intensity Erssure Time ]
{Micro-Watts/em2) {Minutes)
15.000 20
10,000 25 L
5,000 so
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National PRELIMINARY
Semiconductor

NMC27C512A
524,288-Bit (64k x 8) UV Erasable CMOS PROM

General Description Features

The NMG27C512A is a high-spesd 512k UV erasabia and B Clocked sense amps lor last access time down to
electrically roprogrammable CMOS EPROM, (deally sulled 150 ns

for applications where last turnaround, patiern exparimenta- B Low CMOS power consu:nplion

tion and low power consumption are important require- — Active Power: 110 mW max

ments, — Standby Power: 0.55 mW max

The NMC27C512A s designed to operate with a single @ Oplimum EPROM for lotal CMOS systern

+ 5V power supply with £+5% or +10% folerance. The ® Extended temperature range (NMC27C512AQE),
CMOS design aliows the part to operate over exlended and ~40°C to B5°C, and military temparature range
military temperature ranges. (NMC27C512AQM), —55°C 1o 125°C, available

Pin compatible with NMOS 512k EPROM

Fast and reliable programming-—-100 ps typical/byla
Slatic opetation—no clocks required

TTL, CMOS compatiple inputs/outputs

The NMC27C512A is packaged in a2 28-pin dual in-line pack-
age with transparent lid. The transparent lid allows the user
to expose the chip to ultraviolet light to erase the bit pattern.
A new pattern can then be written electrically into the device
by foliowing the programming procedure. TRI-STATE® output

This EPROM is labricated with National's propristary, time Manutacturer's identilication code for automatiz pro-
proven CMOS double-poly silicon gate technalogy which gremming control.

combinas high performance and high density with low pow- High current CMOS lavel oitput drivers

or consumption and excellent reliability.

Block Diagram

DATR DUTPUTE Oy-0,y
Yoo O——» p -

wem MM

O~ DUTPUT ENARLE [y
AND EHIP M ourruT
T eeepf ENABLE LIRK v BUFFERS Pin Names
r ’ AD- AL Addresses
— .
e » CE Civp Enable
—p Y . : i
s  DECOOER . Yemue OE/Vpp Outpit Engbla/fro-
] —~+ gramemng Voltage
AL ATE 0p-05 Outputs
ACDRESS { oot ¥ 6] Program
mPuts ] X . 21T :
~#1  DECOOER : CELL MATRIX
L]
*
g ~
—

TL/D/B 0 -
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LS. e e e e -

Connection Diagram i

270256 270128127C64 27C32 27C16’ NMC27C512AQ 27C16] 27C32 {27C84 27Cl28]27C2?6 ;

27256 | 27128 | 2764 | 2732 | 2716 Dual-in-Line Packags 2716 | 2132 | 2764 27128 | 27256 |
Vee | Vpp | Vep as nl v Veo | Veo | Veo
A12 A12 | A12 RELES nle au PGM | FGM | A14
A7 A7 A7 | A7 | A7 o a —{1 nfean Vec | Voo | NC | A13 | A13
A6 A6 | A6 | AB | AB e A ] . A8 A8 | AB | A8 A8
As | oAs | as fas | as | wfi - | Ao ae ] ae | ao

TV Y VIR VI R VIR Y Y R | . Ve | A1 ] AT At ] AT
A3l A3 A3l A3 M3 g B o S OFE [OE/Vpp| OE | OF | OF
A2 A2 | A A2 A2 R N A10 | A0 | At0 | A10 | AtD
Al Al AL L AL AL RETy A al-u CE/vpp| TE | CE | TE CE
A0 AD AD AD | AD . rome 1] ) N 0Oy 07 [o}] 0, [o]]
Op | Op | Op ) Op | Oo T m—yn vlo Os | Og { Os | Os | Os
04 04 04 Oy | Oy e 1 of-u Os Os Os5 Os Os
0, (o]} Oy ] O | Oz . pyequt ]y O4 O4 Oy Oy O4
GND | GND {GND [GND [GND| © . smandw sl 03 | 05 | 03] 03 | 0

' TLDDINY-2

Order Part Number NMC27C512AQ
See NS Package Number J28AQ
Hote: Sockal compalble EPAOM pin configurations are shown in the blocks adiacent 1o tha HMC27C512A ping

Commercial Temp Range (0°Cto +70°C) Comitnerclal Temp Range (0°C to * 70°C) i
Voo = BV 5% Voo = 5V 10% o
Parameter/Order Number Access Time (ns) Parameter/Order Number Access Time (n_s_l“_ ll
NMC27C512A015 150 NMC27C512A0150 150 |
NMC27C512A017 170 NMC27C512AQ170 0
NMG27C512A020 200 NMC27C512A0200 207 R
NMG27C512A025 250 NMC27C512A0250 Tamn
Extended Temp Range (~40°C to 4 85°C) Milltary Temp Range (- 55°Cto : 125°C)

Voo = 5V £10% Voo = 5V = 10% {
Parameter/Order Number ] Access Time (ns) Parameter/Order Number Access Timea (2}
NMC27C512A0E 150 ; 150 NMC27C512A0M150 e
NMC27C512A05170 170 NMC27C512A0M170 e _|
NMC27C512AQE200 200 NMC27C512AQM200 200 |
NMC27C512A02250 250 NMC27C512AQM250 | 2%t

NOTE: For plastic DIP and surface mount PLCC package requirements please refer to NMC27C5 12AN data sheet. ;



: Absolute Maximum Ratings mote 1)

s"1'.3mpeuature Under Bias
tswrage Temperature
"’.4M input Voltages except A9 & DE/vpp
1 ; with Respact to Ground (Note 9)
WCC Supply Voltage with

-10°Cto +80°C

COMMERCIAL TEMPERATURE RANGE

OE/Vpp Supply Voltage 8 A9

~85°Cto + 150°C

with Respect to Ground + 140V 10 - O RY
Power Dissipation 10N
Lead Temperature (Seldering, 10 sac.) kivedo

+6.5Vto —0.6V

42 Respect to Ground +7.0Vto —0.6V Operating Conditions (note 6)
i+ESD Rating Temperature Range 0'Clo 1 70°C
7.4 (MiL. Std. BB3C, Method 3015.2) 2000V Ve Power Supply
gAll Output Voltnpes with NMC27C512A015,17, 20, 25 5V 46
if F}ospecl to Ground (Note 8) Ve + 1.0VIo GND -0.6V NMC27C512A0150, 170, 200, 250 WV H10%
i, ot
,if.nEAD OPERATION
DC Electrical Characteristics
'_ Symbol Parameter Conditions Min Typ Max —Urqlht;“
Y input Load Current Vin ® Voo or GND 0.01 1 ph
o Output Leakage Current Voutr = Vecor GND, CE = vy T —Z)(-M 1 >1.— B ;:/\
Ipp Vpp Load Current OE/Vpp = Vepor GND 10 uA
oot #C Current {Active) TE = Vi1 = 5 MHz i s w0 o A
L Inputs Inputs = Vyyor vy, /0 = OmA
lcc? Vee Gurrant (Active) CE = GNO.T = 5MHz 10 20 A
CMOS Inputs Inputs = Ve or GND, 170 = 0 mA B .
locsst Vee Cunrent (Standby) TE~ vy 01 1 mA
TTL inputs —
looss2 g;jfo(szu!r'l;z;s(:tandby) CE » Ve 05 100 A
ViL Input Low Voltage - 6? ..... 08 ) ——~--v———
Viy Input High Voltage o 2.0 - V(‘r ] V o
Vou Outpu! Low Voltage loL = 2.1 mA ' T 00 | v
Vors Output High Voltage lon = ~2.5mA a5 T \ ‘
Voo Output Low Voltage oy = 10uA o mei
Voma Output High Voltage fon = ~10pA Vee - 0.1 v oo
AC Electrical Characteristics
NMC27C512A
Symbol Farameter Conditions ___(_nchso Q17.Q170 | Q20,Q200 | Q25,0250 | Units
Min | Max | Min | Max | Min | Max Min | Max
las Agdress to Cutput Delay CE=0E = v [ 150 170 200 250 | ns
o CE to Qutput Delay OF = V). | “ l 150 170 200 250 | ns
to OF to Ouiput Delsy CE = vy e 75 75 00 | ns
'or | O Hioh to Qutput Fioat TE=vy | ol s i o s 55 | 0 | 60 | ne
s QuiputFloat (1 OE =V o o 55 55 0 60 ns
u Curpat i e Addresses, | OF = T3 = v, :
CE or it Whichoven ' o 0 0 ns :
e LECGU T E IS - FSRUTORRSUVRPUUI FRURUUL AP ISR ORI ISR SIS
|
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Capacitance 1, = +25°C.1 = 1 MHz {Note 2)

Symbol Parameter Conditions Typ Max Units
Cint Input Capacitance ViN = OV
except OF/Vpp 6 12 pf
Cour Output Capacitance | Voyr = OV 9 12 pF
Cing GE/ijp Input Viy = 0V 20 5 bF
Capacitance
" AC Test Conditions
. Qutput Load 1 TTL Gate and Timing Measurement Relerence Leval
C CL = 100 pF (Note 8) Inputs 0.8V and 2v
. Input Rise and Fall Times . <5ns Outputs 0.8V and 2V
. .Input Pulse Levals 0.45V 10 2.4V
“AC Waveforms (notess, 7)
7 )
ADDRESSES .QD ADDRESSES VALID "

AN /

{¥ .- tor ]

L—-— 1% q— (%)) ‘

Bifv.. 10V |
0[/\”7 0.8v \ ;', / l
e L - o L i

10v w1 o -4 e -2 '

outPYr —c—ﬁ-—'—-—-«{(«( VALID QUTPUT P *
. !ACC ” —odt ! |

(NOTES) — on: I

LI R-RT R
Hote 1: Stresses abeve thova teted yreies * Abealute Marimum Rahngt ™ mny cause parmenent damags te the device This is a stressatng om g T v )
otracatian of the davica a' those o ary ¢' - sonditinng above thosa indicalnd In the operationa’ sachons of ths spacifi-aton s an' =kt Eorocger 1o at e
maximurr ratng condiions 1or extaqded pemont Mgy B16ct oence raligmity.

HNote 2: This pa-ametar is only s3-~ne< 3°.3 15 NGt 100% lested.
Mote 3: OE may be detaved up t~ 12 #ftoe tha fafing edze ol CE without impacting tans
Hote &: The toye 80D Lnr COMPAtE tave 15 retermiied as foliows:

Har to TR STATE. e messred o (100 - CA0Y;

Low 1c TRI.STATE, the maaearndv-. . (0
Note B: TRI-STATE may be attnred ue e T
Hole 8: The powor Switching chasasiare <4 ot ECROMs tequire carolul device decoupling Itie rncommandng that st ngst 8 01 .7 cotare onpasps b ot
evory dovice batwnen Voo ang GND
Note ?: The ovtouts must be resnizted i Vg + 1.0V to avod larch-up and davico damags.

Note 8: 1 TTL Gate. Iog = 16§ ma dgw - 400 uA B
C{ 10C pF nchudns firrwe © o

Note B: Innu's and outouts can unders - 20V for 22 ns Max.



Programming Character

istics (Notes 1,2, 3and 4)

Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unlts

tas Address Setup Time 1 ns

toes OF Setup Time 1 ps

ips Data Setup Time 1 - ns

tvcs Vg Setup Time 1 us

taH Address Hotd Time 0 ns

oM Dala Hold Time i . B ns i

ter Chip Enable to Output Float Delay OE= vy (] 80 | s

trw Program Pulse Width 95 100 105 ps )

toeH OF Hold Time 1 s

tov Data Valid from CE OE = vy 250 ns

pRT Ot _Pulse Rise Tin"ae 50 ns
During Programming

tvr Vpp Recovery Time 1 us

tpp Vpp Supply Current During CE=vy 30 A
Programming Pulsa OF = Voo

Ice Ve Supply Current 10 mA

TR Temperature Ambient 20 25 30 *C o

Vee Powat Supply Vollage 6 6.25 65 v

Vpp Programming Supply Voltage 12.5 12.75 13 \Y

Trn Input Rise, Fall Time 5 ns

Vi Input Low Voltage 0 0.25 0 V_

Viy Input High Voltage 2.4 4 ) \

i Input Timing Reference Vollage 0.8 a5 12 | v

tout Output Timing Refeence Voltage 0.8 15 ' 2 I - v oo

Hote 1: National's standard product warranty aophes 1o oevices programimad 10 specdhizanons coscribag herom
Mots 2 Vo must be epphed simuttanaously o before Vpp and removed simiftanaousty o a'ter Vpp The EPROM must not be insead intz or remievnd friom g

board with voltape apphed to Vpp of Voo

Hote 3: The maxmum absoiuts allowable vohage which may be applied 10 the Vee e duning programming iy 14V. Care must he tasnr whns g
supply o prevent any overshoot lrom exceed ng tiws 14V maxmum spacibcabon, Atizas: 2% u® capacitor s requrad 82108t V- - 10 SHE 0 suppors

voltage fransionts which may damage the device.

Nots 4: Programiming and program verlty are tested with tha fast Program Algorities #° tymza’ power supply volisgns and turnge,

Programming Waveforms

PROGPAN

PROGPAW

VERFY

ADORESSES By

ApToTET Y

X
iy

W1
DT %viv——-{ R

L) e

tha Ve
KR

[$2]




APENDICE E

MANUAL DEL USUARIO

E.1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMADOR

El programador de memorias EPROM por computadora (PEXPC), programa
las memorias 2616, 2732, 2764, 27128, 27256, 27512. La unidad puede
ser operada en cualquier sistema equipado con slot disponible, para
tarjetas E/S de 8 bits. Para los sistemas IBM PC\XT\AT vy
compatibles, un programa de menus puede controlar el PEXPC.
Corriendo el programa PEXPC56.RDR desde un archivo por lotes
(PEXPC.BAT), se puede controlar el PEXPC. Debido a gque se ha
trabajado en un modo de pantalla especifico de QBASIC, este
programa correrda adecuadamente en una computadora equipada con

tarjeta de video VGA (color) o superior (color).

E.2 SUMARIO TECNICO DEL PEXPC.

Voltaje de operacidén: 110 VAC.
Conector:DB37M (MACHO)
Base de EPROM: ZIF-28

Memorias: 2716; 2732; 2764; 27128; 27256 y 27512.

Numero de bits por dato: 8 Bits



E.3 CONECTANDO EL PEXPC A LA COMPUTADORA.

Siga las instrucciones siguientes para conectar el PEXPC a la
computadora.

k% AVISO: SI NO ESTA USTED SEGURO DE COMO PROCEDER CON LA
INSTALACION DE PERIFERICOS OPCIONALES, COMO EL PEXPC, LE
RECOMENDAMOS QUE BUSQUE LA ASISTENCIA TECNICA CALIFICADA, YA QUE
UNA INSTALACION INCORRECTA PUEDE CAUSAR SERIOS DAfOS A SU

COMPUTADORA O TARJETA PERIFERICA.

a) Habra el gabinete de la computadora, remueva el tornillo de la
cubierta de la abertura de expancidn, situado en la parte trasera
de la computadora y gquite la cubierta. Instale la tarjeta de
decodificacidén del PEXPC en uno de los slot E/S disponible ¥

asegurela al chasis de su PC.

PIN - SERAL
5 AD
6 Al
TERMINAL DB7F DEL 7
DECODIFICADOR DE TARJETA B +BVec
5 BRS
e 0 = B 0 BWS
R~ 000000000000000000 77 B 11 Do
- luuonooooouoounounonlg"gj’ 12 D1
4 D3
LOS PINES 4,19,23AL 37 CONECTADOS A GND 12 g;’
7 D
18 D7
19 GHD

Figura E.l1, Muestra las seflales en los distintos pines del
conector DB37F del decodificador de Tarjeta del PEXPC.



E.3 CONECTANDO EL PEXPC A LA COMPUTADORA.

Siga las instrucciones siguientes para conectar el PEXPC a la
computadora,

** AVISO: SI NO ESTA USTED SEGURO DE COMO PROCEDER CON LA
INSTALACION DE PERIFERICOS OPCIONALES, COMO EL PEXPC, LE
RECOMENDAMOS QUE BUSQUE LA ASISTENCIA TECNICA CALIFICADA, YA QUE
UNA INSTALACION INCORRECTA PUEDE CAUSAR SERIOS DAfOS A sU

COMPUTADORA O TARJETA PERIFERICA.

a) Habra el gabinete de la computadora, remueva el tornillo de la
cubierta de la abertura de expancién, situado en la parte trasera
de la computadora y gquite la cubierta. Instale la tarjeta de
decodificacién del PEXPC en uno de los slot E/S disponible vy

asegUrela al chasis de su PC.

PIN  SERAL
3 AD
6 Al
TERMINAL DB37F DEL 7 A
DECODIFICADOR DE TARJETA 8 5Vec
9 BRS
= S M BWS
pooooooaooooonoooo 37 LI 11 DO
DDDDDDDDDDUDDDDIQEV 224
T s swessrrenyeb 12 Dl
13 D2
14 D3
LOS PINES 4,19,23AL 37 CONECTADQS & GND ig gg
7 Db
1§ D7
19 GND

Figura E.l, Muestra las seflales en los distintos pines del
conector DB37F del decodificador de Tarjeta del PEXPC.
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b) Conecte el bus del programador en la terminal DB37F (hembra) del
decodificador de tarjeta instalado en el slot E/S de 8 bits, de la
computadora. La figura E.l, muestra el conector de 37 pines

(DB37F).
¢) Encienda 1la computadora y asegirese que en el disco se
encuentren los gsiguientes archivos: PEXPC.BAT, PEXPC56.RDR,

QBASIC.INI, QBASIC.EXE; y corra el programa a:\PEXPC.BAT,

E.4 COMANDOS DEL PROGRAMADOR

COMANDOS DESCRIPCION
[ESC] Cancela sub-menu y retorna al menu principal.
[S]ALIR Comando para salir del programa hacia el DOS.
[AJRCHIVO Comando que habilita el sub-menu para ver,crear o

imprimir archivos.

[L]EER Comando gue habilita sub-menu para crear un
archivo en una unidad de disco y almacenar en &l
el contenido de un rango de una EPROM seleccionada

[ G]RABAR Comando gque habilita sub-menu para tranferir una
archivo creado a una EPROM adecuada.
[s] Confirma salida del comando de salir.
[N] Niega el comando salir y retorna al menu principall

- A} inicio del programa, permite continuar
después de haber removido cualquier EPROM del

PEXPC.
- En el sub-~menu de ver archivo permite continuar
[c] ‘lviendo el contenido de un archivo con mas de 16

lineas de direcciébn.

- En los sub-menu de leer y grabar EPROM permite
continuar después de haber colocado la EPROM en el
PEXPC.

[131,[2]1.,[3], | En los sub-menu de grabar y leer EPROM permite
[41.[5].[¢6] seleccionar una memoria correlativa a cada uno de
los comandos, 2716, 2732, 2764, 27128, 27256,
27512 respectivamente.




E.5 USANDO DIRECCION INICIAL Y DIRECCION FINAL

En los sub-menu para leer y grabar EPROM sirven para indicar la
direccidn de inicio y fin del rango de direcciones que se grabaran

en una EPROM 0 que se leeran de una EPROM.
E.6 PROBLEMAS QUE SE PUEDEN DAR AL CORRER EL PROGRAMA.

a) Una vez dentro del programa y especificamente dentro del sub-
menu de abrir archivo se puede dar el problema de que se interrumpa
el programa y caer dentro de QBASIC debido a que se gquiera abrir
un archivo que no existe. QBASIC presentard una ventana donde
indica el error, teniendo que presionarse la tecla [ENTER] y luego
SHIFT+F5 para reinicializar todo el programa. Al ocurrir esto y
querer salir del programa habrd gque salir con los comandos de

QBASIC.

b) Si al correr el programa se da un problema de incompatibilidad
de video debido a gue el programa ha sido elaborado con atributos
de color, se puede solucionar cambiando los atributos de color y

modo de pantalla (resolucién).
E.7 PASOS PARA USAR EL PEXPC, (Ejemplo para grabar una 2716)

1. Antes de encender la computadora asegurese de que el PEXPC estd
debidamente conectado y que en el porta EPROM de éste no hay

ninguna EPROM.
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2. Estando en el mend principal, se selecciona la opcidén ARCHIVO
presionando [A], y aparecerd el sub-menu del cual se selecciona la
opcién NUEVO presionando [N]. Aparecerd una ventana y se pedird la
ruta y el nombre del archivo que se creara, A:\udb, después
apareceran los mensajes "INICIO FINAL", los cuales se refieren
a la direccidén inicial y final del rango de direcciones que
deseamos grabar. Como el ejemplo es conserniente a una EPROM 2716
las direcciones no pueden ser mayores gque O07FFH. Introduciremos
como direccidén inicial O000OOH y como final 0002H teniendo un rango

de 3 lineas, el rango aparecerd debajo de las dos direcciones

anteriores.

3, Luego de haber indicado el rango, aparecerd la primera direccién
(0000H) y deberemos introducir a la derecha de ésta el dato de 8
bits en hexadecimal que se desea, para el ejemplo se introducira
FFH en las tres dirécciones hasta llegar a la linea 0002H. Después

de este paso se presionarda [ESC] dos veces hasta volver al menu

principal.

4. Estando en el mend principal se escoge la opcidén GRABAR

presionando [G], y aparecera una pequefia ventana donde habrd que
escribir el nombre del archivo que se quiere que sea grabado en la
2716. Después de indicado el archivo con su ruta (A:\udb), el
programa buscara la direccién final del archivo y sugerira las
EPROM que pueden ser utilizadas. Como la direccién final de este
archivo es 0002H, el programa sugerird que se utilicen cualquiera

de las 6 EPROM y aparecerid un mensaje gque sugiere esto.



160
5. Después aparece un men de seleccién de EPROM donde sélo son
habilitadas las que el programa ha sugerido. Se selecciona la 2716
presionando [l] y aparecerd un mensaje que nos indica que en ese
momento ya podemos colocar la EPROM en el porta EPROM, presionando
[C] después de haber colocado la EPROM, el programa comenzard a
leer el archivo udb y a transferirlo al PEXPC. Al finalizar el

proceso el programa vuelve al men( principal.

6. Estando en el menl principal se puede seleccionar la opcidén LEER
presinando [L], y aparecerd un sub-mend de seleccién de EPROM,
seleccionamos la 2716 ([1]), se indica en que archivo se quiere que
sea almacenado el contenido de la memoria (A:\udbl), y luego el
rango que se desea leer (0000H-0002H), presionando IENTER], el
programa comenzard a almacenar el contenido de las tres lineas en

el archivo udbl, visualizando rapidamente los datos de esas tres

direcciones.

7. Seleccionando del menli principal la opcion ARCHIVO y luego ABRIR
presionando dos veces [A], se puede ver detenidamente el contenido
del archivo wudbl y verificar si el archivo udb fue grabado

correctamente en la EPROM 2716,
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